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4 EX 580 50
4 EX 581 50
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B 40 C 600 53
B 40 C 3200-2200 53
B 40 C 5000-3000 53
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B 80 C 600 53
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B 80 C 7500-5000 53
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BA 157 43
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Typ

BSY 81
BSY 82
BSY 83
BSY 84
BSY 85
BSY 86

BSY 87
BSY 88
BSY 90

BT 119
BT 120
BT 121

BY 103
BY 133
BY 134
BY 135

BY 189
BY 190

BY 196
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BYY 31
BYY 32
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BYY 34
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EM 504
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ITT 600
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ITT 700
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ITT 777
ITT 3002

MIC 709
MIC 710
MIC 711
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MIC 741

MIC 930
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MIC 933
MIC 935
MIC 936
MIC 937
MIC 944
MIC 945
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MIC 948
MIC 949
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MIC 951
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MIC 962
MIC 963
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MIC 54/64/7400
MIC 54/64/7401
MIC 54/64/7401
MIC 54/64/7402
MIC 54/64/7403
MIC 54/64/7403
MIC 54/64/7404
MIC 54/64/7405
MIC 54/64/7405
MIC 54/64/7406
MIC 54/64/7407
MIC 54/64/7408
MIC 54/64/7409
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MIC 54/64/7416
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MIC 54/64/7426
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MIC 54/64/7430
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MIC 54/64/7433
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LSI-Sonderschaltungen in MOS-Technik

SAH 161, SAH 171, SAH 181 IC-Satz fiir Digitalvoltmeter in Doppelflankentechnik

MOS-LSI-IC-Satz zur Bestiickung von Digitalvoltmetern und &hnlichen Analog-Digital-Wandlern in Doppelflankentechnik.

Das Bild zeigt das Blockschaltbild eines Digitalvoltmeters nach dem Prin-
zip des Doppelflankenwandlers mit den drei MOS-IC's SAH 161, SAH 171
und SAH 181. Diese drei MOS-Schaltungen erfiillen den gréBten Teil der
digitalen Funktionen.

Der Doppelflankenwandler enthélt auBer den MOS-IC's SAH 161 und
SAH 171 einen Integrator und einen Komparator, die z. B. mit den INTER-
METALL-IC’'s MIC 709 und MIC 710 aufgebaut werden kdnnen. Die vier
als Analogschalter betriebenen Feldeffekttransistoren, die den Integrator-
eingang mit der zu messenden Spannung Uy, der Referenzspannung * Ug
oder dem Komparatorausgang verbinden, werden vom Steuerteil ange-
steuert.

Der Steuerteil SAH 161, der seine Eingangssignale von Komparator, Zéh-
ler, Pausenmonovibrator und Taktimpulsgenerator erhélt, steuert die
MeBzyklen und die Pausen des Doppelflankenwandlers, sowie den Z&hler
SAH 171 und die Vorzeichenanzeige.

Der Zdhler SAH 171 wird iiber ein Gatter G von Taktimpulsgenerator und
Steuerteil angesteuert. Der Befehl zur Ubernahme des Z&hlerinhalts in
den Speicher des SAH 171 und zur Riickstellung des Zahlers wird vom
Steuerteil SAH 161 gegeben.

Der Scanner SAH 181 tastet zyklisch den Speicherinhalt der einzelnen
Dekaden im SAH 171 ab und sorgt fir die synchrone Entriegelung der
zugehdrigen Ziffernanzeigeréhre (dynamisches Anzeigeverfahren). Da nur
ein Decodierer (z. B. MIC 7441 A von INTERMETALL) bendtigt wird, er-
gibt sich eine erhebliche Kostenersparnis und eine wesentliche Verein-
fachung der Verdrahtung.

Integrator  Komparator

U o—2) 3

e —pm o .
| ===

- L o

Steverteil
t1 SAH 161

Taktimpuls -
genarator

Scanner
SAH 181

- 01
Zahler BED-Dezimal-
SAHIT Decodiarer

a4
(T
L]

I

Blockschaltbild eines Digitalvoltmeters
mit Doppelflankenwandler

Anzeige-
einhait

SAH 215 Telefon-Tastwahl-Schaltung

Monolithisch integrierte LSI-Schaltung in MOS-Technik zum Einsatz in Telefonapparaten mit Wahltastatur.

Der SAH 125 ermdglicht den Aufbau von Telefonapparaten mit Wahltasta-
tur fir den AnschluB an herkdmmliche Telefonnetze (Pseudo-Tastwahl).
Er steuert ein Relais, dessen Kontakte die Wéhlimpulse erzeugen. AuBer-
dem wird ein zweites Relais gesteuert, das die Funktion des nsa-Kontak-
tes Ubernimmt, also den Horer wahrend des Wahlvorgangs kurzschlieBt.
Zur Stromversorgung dient ein Nickel-Kadmium-Akkumulator, der wah-
rend der Gesprachsdauer aus dem Telefonnetz geladen wird. Beide Relais
werden vom SAH 215 (iber externe Transistoren gesteuert.

Die MOS-Schaltung bendétigt einen Zweiphasen-Taktgenerator, der zwei
nichtiberlappende Taktimpulse von ca. —18V Amplitude erzeugt. Die
Leistungsaufnahme ist mit weniger als 4 mW extrem niedrig.

1 -6V
1 Takigererator ] % 9.¥1Gln!
Normierschaltung
f |t}
A 8 Ausgeng nsc
3 i
8 0
Tastensalz c b, SAH 215
o 12 3 Ausgang nsi
5 6 1 &
| stove [ | [

Blockschaltbild des Tastwahl-Aggregates




LSI-Sonderschaltungen in MOS-Technik

UAA 126, UAA 136 IC-Satz fiir phasensynchronisierte Vielkanaloszillatoren

MOS-LSI-IC-Satz fiir phasensynchronisierte Vielkanaloszillatoren, z. B. zum Einsatz in mobilen Funkgeraten.

Das Bild zeigt als Beispiel das Blockschaltbild eines phasensynchronisier-
ten Vielkanaloszillators fiir 410 Kandle mit 25 kHz Kanalabstand im Fre-
quenzbereich 9,25...19,5 MHz. Die MOS-Schaltungen UAA 126 (Einstell-
teiler) und UAA 136 (Festteiler, Phasendiskriminator und Pulsauswahl-
schaltung) erfiillen den gréBten Teil der digitalen Funktionen und enthal-
ten auBerdem die Transistoren fiir den Abtastphasendiskriminator mit
Zwischenspeicherung.

Die Pulsauswahlschaltung wird bei diesem Beispiel nicht benutzt. Sie
ermoglicht bei Bedarf eine Erhohung der Kanalzahl um den Faktor 4. Der

im Bild dargestelite Vielkanaloszillator enthalt auBer den beiden MOS- potiipe o Pk S bt
Schaltungen einen quarzgesteuerten Referenzoszillator, einen LC-Oszil- - — —UAATI6— — - — [l 126 —
lator mit Reaktanzstufe (Kapazititsdiode), einen Vorteiler und ein Schlei- s I 1 | ] e
fenfilter (TiefpaB). = | Lt ¢ H L1 -
Die Ausgangsfrequenz f', wird in dem LC-Oszillator erzeugt und durch T [® K by " I i
Vergleich mit der Referenzfrequenz f'r auf dem gewiinschten Wert gehal- 64 MHz Lo e i el ] S
ten. Dazu werden im Phasendiskriminator die im Festteiler des UAA 136 Sonlaitens sieeilanor
um den Faktor 2 048 herabgeteilte Frequenz ‘g des Referenzoszillators, fg, Ur fiter it Reaktarzstute
und die im Vorteiler und im Einstellteiler UAA 126 herabgeteilte Frequenz T
f's des LC-Oszillators, f,, miteinander verglichen und daraus eine Regel- g =2 o< W x &y
spannung Ug abgeleitet, welche die Ausgangsfrequenz auf den Sollwert T
regelt.
Die A??igangsfrequenz betragt im stationaren Fall oy Blockschaltbild eines phasensynchronisierten
fo = = 23 f'r und der Kanalabstand Af', = = f'r Vielkanaloszillators

R R

Der Kanalabstand wird durch das Teilerverhiltnis ny des Vorteilers und die Frequenz f'r des Referenzoszillators bestimmt. Das Teilerver-
héltnis des Einstellteilers UAA 126 ist auf ganzzahlige Werte zwischen 370 und 779 einstellbar. Die mittlere relative Genauigkeit der Aus-
gangsfrequenz des Vielkanaloszillators ist gleich der Genauigkeit der Referenzfrequenz. Ein anderer Frequenzbereich kann durch zweck-
maBigerweise multiplikative Mischung der Ausgangsfrequenz mit einer Hilfsfrequenz erreicht werden.

Das Schleifenfilter unterdriickt eine Frequenzmodulation der Ausgangsfrequenz durch Stérspannungen, die der Regelspannung Ui liber-
lagert sein konnen. Je nach Wahl der Grenzfrequenz des Schleifenfilters umfaBt der Fangbereich der Schaltung etwa * 20 bis + 80 Kanale.
Wird eine groBere Kanalzahl bendtigt, so muB die Frequenz des LC-Oszillators grob vorgewahlt werden, z. B. durch Wahl der Vorspannung
fur die Kapazitatsdiode.

SAH 161, SAH 171, SAH 181 SAH 215 UAA 126, UAA 136
Metallgehduse == TO-5 Metallgehduse TO-73 Metall-Keramik-Gehause Dual-in-Line
14 Anschliisse Gewichtca. 1 g 12 Anschliisse Gewichtca.1g 16 Anschliisse Gewichtca.15g

— i —
max. 05 ®

MaBe in mm




LSI-Sonderschaltungen in MOS-Technik

SAH 190 Tongenerator fiir elektronische Orgeln

Drei monolithisch integrierte Tongeneratoren in MOS-Technik, SAH 190, sind erforderlich zur Erzeugung der 12 Téne der hichsten Oktave
in elektronischen Orgeln.

Es wird ein Zweiphasen-Taktgenerator benétigt, der praktisch der Mutteroszillator der Orgel ist und eine wesentlich héhere Frequenz er-
zeugt als der hochsten Oktave entspricht. Ein SAH 190 erzeugt durch Teilung der Taktfrequenz vier Tone, deren Frequenzabstande jeweils
einem Intervall von drei Halbténen entsprechen. Durch duBere Umschaltung des Anschlusses Option | lassen sich diese vier Tone um einen
Halbtonschritt oder wahlweise um einen Ganztonschritt absenken, so daB sich mit drei SAH 190 die bisherigen zwdlf Mutteroszillatoren
ersetzen lassen. Durch Umschaltung des Anschlusses Option Il kénnen die Ausgangsfrequenzen des SAH 190 um eine Oktave geandert
werden. Es 4Bt sich also wahlen, ob die erzeugten Tdne z. B. in der viergestrichenen oder in der fiinfgestrichenen Oktave liegen.

Die Ausgéange A ..D des SAH 190 sind vorzugsweise zum direkten Ansteuern des integrierten Frequenzteilers SAJ 110 von INTERMETALL
bestimmt. Zusétzlich darf eine weitere Last mit einem Widerstand > 10 kQ angeschlossen werden. Das Ausgangssignal hat Rechteckform
mit einem Tastverhltnis 0,5. Die groBte Abweichung der zwélf Téne von der temperierten Tonskala betragt = 0,03 %oo.

Grenzwerte
Taktspannungen Us, Up —30...+03 "
Drainspannung Us —-30...+03 v
Ausgangsstrome 14, I5 -5 mA
lg, I7 -5 mA
Lagerungstemperaturbereich Ts —20...+ 80 °C
Empfohlene Betriebswerte
Drainspannung Us =17 (—15...—19) V Sy Zweiphasen- _i
Taktspannung Ug, Up —20(—18...-22) V Taktgenerator
Taktfrequenz fy 1...15 MHz f t2
9 +a 9¢ 8 9¢ {’s
Kennwerte 10 [ 3 0] | 3 I__1on_ 3
=17V =17V 17
Ausgangswiderstand ra < 500 Q SAH 190 SAH 190 SAH 190 v
2 1 2 1 2 1
Teilerverhaltnis, einstellbar mit Hilfe des Anschlusses Option Il = na kg Ealle | e
Option Il an Null fh 176 Sl s d W58 &5 &g Wb sd -l &
Option Il offen hit 352 i fe f7 o 2 15 fo fn 16 fo 2
Erzeugung der zwdlf Halbténe durch unterschiedliche Spannung Blockschaltbild eines Zwdlftongenerators mit drei SAH 190
am AnschluB Option I. f; ... fi2 sind die zwdlf Halbténe der Oktave,
A ...D die vier Ausgénge des SAH 190.
A B C D
Option | an t1 fr fq fz fio
Option | offen fa fs fg 1
tion | Null f f f f -17V [ -9y
Option I an Nu 3 (3 9 12 39 F1=10k0 \}
Anschilsse SAH 190 | “’ 282 |SAJ 110
1 Masse, 0, Substrat, Gehaduse 6 Ausgang C —-|H =Rk
2 Option Il 7 Ausgang D
3 —Upp 8 Takt t2 Ly . "7
4 Ausgang A 9 Takt t1 L
5 Ausgang B 10 Option | Zusammenschaltung von SAH 190 und SAJ 110




LSI-Sonderschaltungen in MOS-Technik

TCA 350 Verzdgerungsleitung fiir analoge Signale

Monolithisch integrierte Schaltung in MOS-Technik zum Verzégern von analogen Signalen im Frequenzbereich von NF bis 250 kHz, nach
dem Eimerkettenprinzip aus 185 hintereinandergeschalteten Feldeffekttransistoren und 185 integrierten Kondensatoren aufgebaut.

Das Bild zeigt die Innenschaltung des TCA 350 und die auBen anzuschlie-
Benden Bauelemente. Der Ausgangstransistor benétigt eine Drainspan-
nung von — 24V, aus der die erforderliche Eingangsvorspannung von
— 9V durch einen Spannungsteiler erzeugt wird. Am Source-AnschluB
des Ausgangstransistors T 187, der in Source-Folgeschaltung betrieben
wird, liegt der 47-kQ-Arbeitswiderstand, an dem das Ausgangssignal ent-
steht. Wenn man diesen Widerstand durch eine 0,5-mA-Konstantstrom-
quelle ersetzt, werden Klirrfaktor und Signaldampfung der Schaltung
kleiner. Dem Ausgangssignal sind die Taktimpulse iiberlagert; sie miissen
durch geeignete Filter unterdriickt werden.

Der Taktgenerator liefert an die Anschliisse t1 und t2 zwei nichtiiberlap-
pende gegenphasige Taktimpulse von je —19V Amplitude. Die Takt-
frequenz muB nach dem Abtasttheorem mindestens doppelt so hoch sein
wie die hochste zu lbertragende Signalfrequenz. Eine hoéhere Taktfre-
quenz verringert den Filteraufwand am Ausgang der Schaltung, verklei-
nert aber auch die Verzdgerungszeit.

Das Prinzip der Verzégerung eines analogen Signals mit der Eimerketten-
schaltung TCA 350 ist praktisch das von den ersten Versuchen der
Oszillografie und von Hochstfrequenz-Oszillografen her bekannte Abtast-
verfahren nach Joubert, auch Sampling-Verfahren genannt. Jeder Schwin-
gungszug des zu verzégernden Signals wird in aufeinanderfolgende
Impulse zerlegt, die nacheinander schrittweise durch die Eimerkette ge-
schoben und so um eine Zeit verzdgert werden, die von der Taktfrequenz
und der Zahl der ,Eimer" in der Kette (hier 185) nach der folgenden Glei-
chung abhéngt.
_ 185
= 2.4
Am Ausgang der Eimerkette ergeben die aneinandergereihten Impulse

wieder das analoge Ausgangssignal, wobei wie erwdhnt das iiberlagerte
Taktsignal durch einen TiefpaB unterdriickt werden muB.

Upo 98 =24V

T185 | T186

t(-19v)

tz (-19V)
2

Prinzipschaltung des TCA 350
mit duBerer Beschaltung

SAH 190 TCA 350
Metallgehduse TO-96 Metallgehduse TO-77
10 Anschliisse Gewichtca. 1 g 6 Anschliisse Gewichtca.1g

5 @, |
Ew 2
] )
&_4 nax.g4 ¢ ;‘ _.| max Q,L‘
i B
max.05* max.05%

MaBe in mm




Integrierte Digital-Schaltungen TTL-Serien MIC 54../MIC 64../MIC 74..

Allgemeines

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten integrierten Digital-Schaltungen in TTL-Technik sind in den Serien MIC54.., MIC 64..
und MIC 74 .. lieferbar. Die Schaltungen der drei Serien haben unterschiedliche Betriebstemperaturbereiche. Weiterhin sind die Serien
MIC 64.. und MIC 74 .. wahlweise im Keramikgehduse (Kennbuchstabe J am SchiuB der Typenbezeichnung) oder im Kunststoffgehduse
(Kennbuchstabe N) lieferbar. Serie MIC 54 .. wird nur im Keramikgehause geliefert (Kennbuchstabe J).

Temperaturbereiche
Lagerungstemperaturbereich Ts = —65...+150 °C fir alle drei Serien
Betriebstemperaturbereich MIC 54..: Ty = —55...+125°C
MIC 64..: Ty = —40...+85°C
MIC74..: Ty=—0...+70°C

Gemeinsame Daten Schaltung eines Gatters

Versorgungsspannung: 5V ¢
Ubertragungsverzégerung: 13 ns typisch

Stdrspannungsabstand: 1V typisch

Eingangs-Clamping-Dioden

Bestellbeispiel 2
Der MIC 5430 J ist ein TTL-NAND-Gatter im Keramikgehéuse, "
mit einem Betriebstemperaturbereich von Ty = —55...4+125 °C. 4

Ubersicht iiber das Lieferprogramm. Die TTL 54../64../74 .. ist kompatibe! mit der DTL 930 und der TTL 9000.

MIC .. 00 Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC..01 Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingangen, offener Kollektor am Ausgang (5,5 V)

MIC..01 A Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingédngen, offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC .. 02 Vier NOR-Gatter mit je zwei Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC..03 Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingangen, offener Kollektor am Ausgang (5,5 V)

MIC..03 A Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingangen, offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC..04 Sechs Inverter, Standard- Ausgang

MIC..05 Sechs Inverter, offener Kollektor am Ausgang' (55V)

MIC..05A Sechs Inverter, offener Kollektor am Ausgang (15 V) )

MIC .. 06 Sechs Inverter (Treiber), offener Kollektor am Ausgang (30 V)

MIC..07 Sechs Schaltverstarker (Treiber), offener Kollektor am Ausgang (30 V)

MIC..08 Vier AND-Gatter mit je zwei Elngangen Gegentakt-Ausgang

MIC..09 Vier AND-Gatter mit je zwei Eingéngen, offener Kollektor am Ausgang (5,5 V)

MIC..10 Drei NAND-Gatter mit je drei Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC.. 11 Drei AND-Gatter mit je drei Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC..12 Drei NAND-Gatter mit je drei Eingéngen, offener Kollektor am Ausgang (5,5 V)

MIC..12A Drei NAND-Gatter mit je drei Eingédngen, offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC..13 Zwei Schmitt Trigger mit je vier Eingt‘:ingen, Standard-Ausgang

MIC..16 Sechs Inverter (Treiber), offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC . .17 Sechs Schaltverstarker (Treiber), offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MiC..20 Zwei NAND-Gatter mit je vier Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC..21 Zwei AND-Gatter mit je vier Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC.. 26 Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingéngen, fiir Interfacement

MIC..28 Vier NOR- Lesstungsgaﬂer mit je zwei Eingéngen, Gegentakt-Ausgang

MIC .. 30 NAND-Gatter mit acht Eingangen, Standard-Ausgang

MIC..33 Vier NOR-Leistungsgatter mit je zwei Eingéngen, offener Kollektor am Ausgang (5,5 V)

MIC..33A Vier NOR-Leistungsgatter mit je zwei Eingéngen, offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC .. 37 Vier NAND-Leistungsgatter mit je zwei Eingdngen, Gegentakt-Ausgang

MIC..38 Vier NAND-Leistungsgatter mit je zwei Eingéngen, offener Kollektor am Ausgang (5,5 V)

MIC .. 40 Zwei NAND-Leistungsgatter mit je vier Eingangen -

MIC..41A") BCD-Dezimal-Decodierer, mit Transistorausgangsstufen zum Ansteuern von Ziffernanzeigeréhren

MIC..42") BCD-Dezimal-Decodierer, mit Standard-Ausgangen zum Ansteuern von MIC 54 . ./MIC 64 . ./MIC 74 . .-Schaltungen
MIC..43") ExzeB-3-Dezimal-Decodierer, mit Standard-Ausgéngen zum Ansteuern von MIC 54 IMIC 64 /MIC 74 . -Schaltungen
MIC..44") ExzeB-3-Gray-Dezimal-Decodierer, mit Standafd—Ausgangen zum Ansteuern von MIC 54 . /MIC 64 . /MIC 74 . ~Schaltungen
MIC..45") BCD-Dezimal-Decodierer/Treiber, offener Kollektor am Ausgang (30 V)

MIC..46") BCD-7-Segment-Decodierer/Treiber, offener Kollektor am Ausgang (30 V)

MIC..47 ") BCD-7-Segment-Decodierer/Treiber, offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC..48 ") BCD-7-Segment-Decodierer, Ausgange zum Ansteuern von MIC 54 . /MIC 64 . ./MIC 74 . -Schaltungen

MIC..50 Zwei AND-NOR-Gatter mit je 2 x 2 UND-Eingéngen (erweiterbar durch MIC 5460/MIC 6460/MIC 7460), Standard-Ausgang
MIC .. 51 Zwei AND-NOR-Gatter mit je 2 x 2 UND-Eingéngen, Standard-Ausgang _

MIC..53 AND-NOR-Gatter mit 4 x 2 UND-Eingéngen (erweiterbar durch MIC 5460/MIC 6460/MIC 7460), Standard-Ausgang
MIC..54 AND-Nor-Gatter mit 4 x 2 UND-Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC. .60 Zwei Erweiterungsgatter mit je vier Eingangen




Integrierte Digital-Schaltungen TTL-Serien MIC 54../MIC64../MIC 74..

Obersicht iiber das Lieferprogramm, Fortsetzung

MIC..70 JK-Flipflop mit einem J- und einem K- -Eingang sowie zwei J- und zwei K-Eingéngen, Standard-Ausgénge

MIC..72 Master-Slave-JK-Flipflop mit drei J- und drei K-Eingangen, Standard-Ausgénge

MIC..73 Zwei Master-Slave-JK- -Flipflops, Standard-Ausgange

MIC..74 Zwei D-Flipflops, Standard-Ausgénge

MIC..75") Vier D-Flipflops, Standard-Ausgénge

MIC..76 ") Zwel Master-Slave-JK-Flipflops, Standard-Ausgénge

MIC.. 81 16-Bit- -Speicher mit aktiven Elementen (RAM)

MIC .. 82 2-Bit-Volladdierer, Standard-Ausgange

MIC..83") 4-Bit-Volladdierer, Standard-Ausgange

MIC..84 ) 16-Bit-Speicher mit aktiven Elementen (RAM)

MIC .. 86 Vier Exklusiv-ODER-Gatter mit je zwei Eingéngen, Standard-Ausgang

MIC .. 90 Dekadenzéhler, Standard-Ausgénge

MIC..91A 8-Bit-Schieberegister, Datenemgabe und Datenausgabe seriell, Standard-Ausgange

MIC..92 2 x 6-Binarzéhler, Standard—Ausgange

MIC..93 4-Bit-Binarzahler, Standard- -Ausgénge

MIC..94 ) #Eilf-_gc'hlebereglster Dateneingabe seriell oder parallel, Datenausgabe seriell

MIC..95 4-Bit-Schieberegister, Dateneingabe und Datenausgabe seriell oder parallel

MIC..96 ) 5-Bit-Schieberegister, Dateneingabe und Datenausgabe seriell oder parallel

MIC.. 104 Master-Slave-JK-Flipflop mit drei J- und drei K-Eingéngen sowie einem JK-Eingang, Gegentakt-Ausgénge

MIC .. 105 Master-Slave-JK-Flipflop mit zwei J- und zwei K-Eingéngen, je einem J- und K-Eingang sowie einem JK-Eingang, Gegen-
takt-Ausgénge

MIC .. 107 Zwei Master-Slave-JK-Flipflops, datengleich mit MIC. .73, Standard-Ausgénge

MIC .. 118 Sechs RS-Flipflops

MIC..121 Monostabiler Multivibrator, Standard-Ausgénge

MIC..145") BCD-Dezimal-Decodierer/Treiber, offener Kollektor am Ausgang (15 V)

MIC..150 %) 16-Bit-Datenselektor-Multiplexer, Gegentakt-Ausgange

MIC..151") 8_-8!1 Datenselektor-Multiplexer, Standard-Ausgéange

MIC ..154 7% 4-Bit-Binar-Sedezimal-Decodierer

MIC..155 ") Zweifach 2 auf 4- Dacod|ererfDamuItiplexer, Standard-Gegentaktausgénge

MIC..156 ) Zweifach 2 auf 4—Decod:erer!Demult:plexer Eintaktausgange

MIC .. 180 8- Bn-F'arltatsschaltung, Standard-Ausgénge

MIC..192") Synchroner dekadischer Vor/Riickwartszahler

MIC..193 ") Synchroner bindrer Vor/Riickwartszahler

MIC..194 ") rBit—:&ahieberegister fur beide Schieberichtungen, Dateneingabe seriell oder parallel, Datenausgabe parallel, Gegentakt-

usgange
MIC..195 ) 4-Bit-Schieberegister, Dateneingabe seriell oder parallel, Datenausgabe parallel, Gegentakt-Ausgénge

') Diese Schaltungen haben 16 Anschlisse
?) Diese Schaltungen haben 24 Anschliisse und sind nur im Keramikgehduse lieferbar.

Kunststoffgehause Dual-in-Line TO-116 Kunststoffgehduse Dual-in-Line
20 A 14 nach DIN 41866 20 A 16 nach DIN 41866
14 Anschlisse Gewichtca. 1,19 16 Anschliisse Gewicht ca. 1,2g
15711'\ i
.
15
-~k
—— 73541, —as_..
r,‘_“b‘é!lﬂ“lﬂg
";‘1 34 5 8 78
Keramikgehéuse Dual-in-Line TO-116 Keramikgehéuse Dual-in-Line Keramikgehéduse Dual-in-Line
20 A 14 nach DIN 41 866 20 A 16 nach DIN 41866 24 Anschliisse Gewicht ca. 7.2g
14 Anschliisse Gewicht ca. 2g 16 Anschliisse Gewicht ca. 2,19
d_ mow20 [ max 20 —162 | max. 323 ~ " %25 -
i I = | I = | 4y |
i w E
S e { ;
| 5 ¥ | )
— 7254 Ty g t 25452784 - L n- 1
AAMARARARAARA
DN NWHWTE B KD l
g
R et im0 ottt
1 2 3 4 56 7 893501 1Q I
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Integrierte Digital-Schaltungen TTL-Serien MIC 54../MIC 64../MIC 74..

AnschluBbild
Darstellung in Draufsicht
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Integrierte Digital-Schaltungen TTL-Serien MIC 54../MIC64../MIC 74..

AnschluBbild
Darstellung in Draufsicht
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Integrierte Digital-Schaltungen TTL-Serien MIC 54../MIC 64../MIC 74..

AnschluBbild
Darstellung in Draufsicht

Ea An Ap
% B o1 1M 1 3

0 AgEc AcEp

8
nl

g
=8

MIC..9%4 MIC..95

Paz Pz Pp2 Pc2 0 Ppp C A e A4 Ag Ac 4 T TR
16 15 % 13 12 1" 0 9 % 13 12 n 10 ] ]
o0 0 Qo 0 o 00 n_n0o 0 0 n o - n

Schieberegister

8] U u 8] |} C O 18] 8] 18] |8} |} 8] )
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Eg Rotny Rz Upe Es " Ep E Ec Eg MC 1]
MIC..96 MIC..104 MIC..105
C Ay Ag Ac 0 Ap Ag Es Ue C J3 Kz Kp T @ C J3 Ky Ko T @
¥ 5 W 1B 2 N 1w 9 W B 1 N v 9 8 % 1B 12 " 1w 9 8
n n I;I !'{l__| I:I FL !I n n T Iil_L ? rL !I n
| 54—~ | -
| S— | S—
[ I r ! [ | Ir
U U U U U U U U U
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
JK P 1 4 la @ 0 JK P Ky 4 ]—2 [#] a
MIC..107 MIC..118 MIC..121
Uec C T Kg Cg T g Upe Sa Gp Qg Sg Q¢ R [ Ry intern - —-—- T
% 13 1’ N 10w 9 8 B 15 16 13 12 1N W 9 UOCH_D—E_"_J) .8
[ S o S o N N A N0 N0 oo nnaon n_nfn 124 0 n
=1 m]| | D),
[ LH] [ [ i
I I | |
U U U U U O U O U U U U o O U O U U U U O
1 2 3 4 5 6 7 12 3 4 5 6 7 8 12 3 4 5 & 0
Jy 0a 0Oy Ky Gg Qg 0 Sp Gp Qg Sg Qf Sf 0 5] Sy S S 0
MIC..150 MIC..151 MIC..154
Uec Es Eg Eyp Eyy Epp Ey3 Eyy Eys Ep Eg Eg Yc B4 Es Eg Ey Eg Ec Uec En Eg Ec Ep Gy Gy As Ay A A Ay
26 23 22 21 20 18 B 1T 18 15 16 15 % 13 12 n 0 3 26 23 22 21 20 9 18 17 B 15 14 13
n n n_no a [nl n n] O 0 0 0 0 n0 0 00 nn n
N N A I D O S,
Multiplexer Demultiplexer
Multiplexer
c LT 1 11 1 1 ]
[ D % 8 % I ¥ I D U D N R N | oo u 5] U o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 W 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W0 1 12
Ey Eg E5 E, E3 Ep Ey Eg 5T A Ep 0 E3 E2 Ef Ep A A ST 0 Ag Ay Az A3 Ay Ag Ag A7 Ag Ag Ap 0
MIC..155 MIC..156 MIC..180
Use Eg ST Ews Ass A8 M8 Ags Uoc EB STe Ews Asg A Mg Agp Upc Es E, E3 E; E Eg
% 15 1% 13 12 N W 9 ® 15 % 1@ 12 N 10 9 % 1B 12 N w9 8
n [1 [] []

o I I o Y o N N 1:|

o =0

Eg E7 Eg Ey Ig Iy

MIC .. 192, MIC.. 193 MIC.. 194 MIC..195
Uc By Clear - C. Ey Ec Ep Uc Aa A Ac Ap T MC MCo Uc Ax A Ac Ap Ap T 5
B 5 %W oW R N OW 9 1 15 14 13 12 1 10 9 6 15 1% 13 12 1 1 9
S aaasan e

s 4-Bit- 4-Bit- _‘

I Schieberegister |_ Schieberegister
[ T T T T ]

U U U U U U U O U 0 U U U U U O
1 2 3 4 5 & 7 8 1 2 3 & S5 6 7 8 1 2 3 & 5 6 7 8
Eg Ag Ay T- T+ Ac Ag 0 C Esg En Ep Ec Ep EsL 0 € J K Ep Eg Ec Ep o

12



Integrierte Digital-Schaltungen DTL-Serie MIC 930

Obersicht iiber das Lieferprogramm. Die DTL 930 ist kompatibel mit der TTL 54../64../74 .. und der TTL 9000.

MIC 930 Zwei NAND-Gatter mit je vier Eingéngen und je einem Erweiterungs-Eingang

MIC 932 ~Zwei NAND-Leistungsgatter mit Gegentaktausgang, mit je vier Eingangen und je einem Erweiterungs-Eingang

MIC 933 Zwei Erweiterungsglieder mit je vier Eingdngen - B ) - ) B N

MIC 935 Sechs Inverter ohne Eingangsdioden 3 - 3 ) - B

MIC 936 Sechs Inverter e - - B

MIC 937 Sechs Inverter = -

MIC 944 Zwei NAND-Leistungsgatter mit je vier Eingdngen und je einem Erweiterungs-Eingang

MIC 945 Master-Slave-Flipflop fiir JK-Betrieb, gleichstromgekoppelt - - -
MIC 946 Vier NAND-Gatter mit je zwei Eingdngen o B

MIC 948 Master-Slave- -Flipflop fir JK- Betneb glel_chstrpmgekoppeﬂ = = = . B

MIC 949 “Vier NAND-Gatter mit |e zwei Elnga@_gen )

MIC 950 ' Flankengetriggertes schnelles Flipflop

MiC 951 ~ Monostabiler Multivibrator mit zwei Etngangen und einem Erweiterungs- Elngang

MIC 961 ' Zwei NAND-Gatter mit je vier Eingangen und je einem Erweiterungs-Eingang

MIC 962 Drei NAND-Gatter mit je drei Eingéngen o -
MIC 963 Drei NAND-Gatter mit je drei Eingangen o - ) -

MIC 9093x = _MIC'1890 Zwei Master-Slave-JK-Flipflops (== 2 X MIC 945) mit getrennten Takt- und Setzemgangen
MIC 9094x = MIC 1896 Zwei Master-Slave-JK-Flipflops (=2 X MIC 948) mit getrennten_ Takt- und Se a

MIC 9097x Zwei Master-Slave-JK-Flipflops (=22 X MIC 948) mit gemeinsamem Takt- und Léscheingang
_ ) und getrennten Setzeingangen - -
MIC 9099x Zwei Master-Slave-JK-Flipflops (= 2 X MIC 945) mit gemeinsamem Takt- und Léscheingang

und getrennten Setzeingangen

Jeder Typ der DTL-Serie ist fiir zwei Betriebstemperaturbereiche und in zwei Gehauseformen lieferbar:

Temperaturbereich Ty =0...+75°C Kennziffer -5 Keramikgeh&use Flat Pack TO-86 Kennbuchstabe B
Temperaturbereich Ty = —55...+125°C Kennziffer -1 Keramikgeh&use Dual-in-Line TO-116 Kennbuchstabe D
Bestellbeispiel

MIC 946-5 D ist ein DTL-Vier-NAND-Gatter mit je zwei Eingdngen, mit einem Betriebstemperaturbereich von 0...+75°C in der Bauform
Dual-in-Line.

Gemeinsame Daten

Betriebsspannung: 5V
Ubertragungsverzégerung: 25 ns typisch
Storspannungsabstand: 1 V typisch

AuBerdem sind die integrierten Schaltungen der TTL-Serie MIC 9000 und die integrierten Schaltungen der MSI-Serie MIC 9300 auf Anfrage
lieferbar.

Keramikgehause Dual-in-Line TO-116 Keramikgehause Flat Pack TO-86 Schaltung eines Gatters
20 A 14 nach DIN 41866 =21 B 4 nach DIN 41865
14 Anschliisse Gewicht ca. 2g 14 Anschliisse Gewicht ca. 0,3 g

P max20 L--g.u—-l
Yee
w3
et
.-—us-w—-d —s s * 5
3
4
5 0

*} passend in Bohrung fiir 0,5 mm Runddraht

MaBe in mm
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Integrierte Digital-Schaltungen DTL-Serie MIC 930

AnschluBbild der Bauformen Dual-in-Line und Flat Pack

Darstellung in Draufsicht
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Integrierte Analog-Schaltungen

MIC 709 Operationsverstdrker hoher Verstdrkung

Gute Symmetrie, hoher Eingangswiderstand, groBer Eingangs-Aussteuerbereich, hohe Ausgangsspannung unter Last und geringe Leistungs-
aufnahme. Der MIC 709 ist fiir den Einsatz in Gleichspannungsservosystemen, in Analogrechnern mit hohem Eingangswiderstand fiir elek-
trische MeBgeréte, sowie zur Bildung spezieller linearer und nichtlinearer Ubertragungsfunktionen geeignet.

Grenzwerte
Betriebsspannung
Verlustleistung
Eingangsspannungsdifferenz
Eingangsspannung

+ 18V
300 mw
5V

+ 10V

Kennwerte (Ty = 25°C, Up = + 15V, Uy = 15V)

(MIC 709-5)
Eingangs-Offsetspannung 2mv (R < 10kQ)
Eingangs-Offsetstrom 0,1 uA
Eingangsstrom 0,3 nA
Eingangswiderstand 250 kQ
Drift der Eingangs-Offsetspannung 3 uV/grd (Rg <50 Q)
Eingangsspannungsbereich 10V
Gleichtaktunterdriickung 90 dB (Rec < 10kQ)
Spannungsverstarkung 45000 (RL>2kRQ, Uy = £ 10V)
Ausgangsspannungshub +13V (R > 2kQ)
Ausgangswiderstand 150 Q
Leistungsaufnahme 80 mwW
Bandbreite 0,5 MHz
Ansprechzeit 300 ns (Us=20mV, R, = 2kQ)
Temperaturbereich 7y =0... + 70°C: Kennziffer -5

Ty= —55...+125°C: Kennziffer -1

Gehduse Metallgehduse TO-99:
MaBbild siehe Seite 18

Kennbuchstabe C

Eingangs-
Frequenzkompensation

IH! ?3 7
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Ausgang
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—0

Ausgangs-
K Frequenz-
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nicht invert.
Eingang 10k
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Y,

Innenschaltung

MIC 710 Spannungskomparator (Differenz-Vergleichsschaltung)

Sehr gute Offset-Paarung und kurze Impuls-Ansprechzeit. Typische Anwendungen: Schmitt-Trigger mit einstellbarer Schaltschwelle, Impuls-
hohendiskriminator, Spannungskomparator fiir schnelle Analog-Digital-Wandler, Leseverstarker fiir Kernspeicher und Leitungs-AbschluB-
verstarker mit hohem Storabstand. Am Ausgang des Komparators kénnen alle integrierten Logik-Arten angeschlossen werden.

Grenzwerte
Betriebsspannung
Verlustleistung
Eingangsspannungsdifferenz
Eingangsspannung

+14V/— 7V
300 mwW
t5v

7V

Kennwerte (Ty = 25°C, Up = + 12V, Un = — 6V)

(MIC 710-5)

Eingangs-Offsetspannung 1,6 mV (R < 200 Q)
Eingangs-Offsetstrom 1,8 uA
Eingangsstrom 16 nA
Drift der Eingangs-Offsetspannung 5 uV/grd (Rc = 50 Q)
Eingangsspannungsbereich t5V
Gleichtaktunterdriickung 98 dB (Rc < 200 Q)
Spannungsverstédrkung 1500
Ausgangsspannungshub +32V/—=05V (Ug>5mV)
Ausgangswiderstand 200 Q
Leistungsaufnahme 90 mW
Ansprechzeit 40 ns
Temperaturbereich Ty =0... + 70°C: Kennziffer -5

Ty= —55...+125°C: Kennziffer -1

Gehduse Metallgehduse TO-99:
MaBbild siehe Seite 18

Kennbuchstabe C

| .
N
2.8k

M.
A
|
|

nchtiny. 2
Eingeng ©

invert. 3
Eingang i

Innenschaltung
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Integrierte Analog-Schaltungen

MIC 711 Zweifach-Differenz-Spannungskomparator hoher Genauigkeit und kurzer Ansprechzeit

ODER-Verkniipfung im gemeinsamen Ausgang. Vorzugsweise flir den Einsatz in Leseverstarkern fir Magnetkernspeicher. Die Schwellspan-
nung kann iber einen weiten Bereich nahezu unabhéangig von den Schaltungskennwerten eingestellt werden. Jeder der beiden Zweige
kann unabhdngig vom anderen getastet werden. Eine Dehnung der Impulsbreite 148t sich einfach durchfiihren. Am Ausgang des Kompa-
rators kdnnen alle integrierten Logik-Arten angeschlossen werden. Weitere Anwendungsmaéglichkeiten: Impulshéhendiskriminator mit Fen-
sterfunktion und Dual-Grenzwertverstirker fiir Ja/Nein-Entscheidungen in automatischen Priifgerdten. Der MIC 711 14Bt sich oft mit Vorteil

dort einsetzen, wo zwei MIC 710 erforderlich wéaren.

Grenzwerte
Betriebsspannung +14V/ =7V
Verlustleistung 300 mW
Eingangsspannungsdifferenz 5V
Eingangsspannung t7v
Kennwerte (Ty = 25°C, Up = + 12V, Uy = — 6V, wenn nicht anders angegeben)
(MIC 711-5)
Eingangs-Offsetspannung imV (R <2009, Us =14V)
Eingangs-Offsetstrom 0,5 uA (Ua=14V)
Eingangsstrom 25 uA
Drift der Eingangs-Offsetspannung 5 xV/grd
Eingangsspannungsbereich +5V (Up=+12V,Un=—T7V)
Spannungsverstarkung 1500
Ausgangsspannungshub +45V/—05V (Us>10mV)
Ausgangswiderstand 200 @
Leistungsaufnahme 130 mW
Ansprechzeit 40 ns
Temperaturbereich Ty =0... + 70°C: Kennziffer -5
Ty= —55...+125°C: Kennziffer -1
Gehduse Metallgehause TO-100: Kennbuchstabe C

MaBbild siehe Seite 18

Tastimpuls 2 8 Tastimpuls
Eingang 1 T

Eingang 2

43k

- |

invert.
Eingang 1
3

&
o0—
nicht invert.

1

43k
43k

[ 120 240

£00

Innenschaltung

Quw

Uy

MIC 712 Breitbandiger Operationsverstérker

Typische Anwendung: Funktionsverstéarker in schnellen Analogrechnern und fiir alle anderen Anwendungen, die einen Verstarker mit Riick-

fiihrung fiir einen Frequenzbereich von 0...30 MHz bendétigen.

Grenzwerte

Betriebsspannung + 21V
Verlustleistung 300 mW
Eingangsspannungsdifferenz +5v
Eingangsspannung +15V/—-6V

Kennwerte (Ty = 25°C, Up = + 12V, Uy = —6V, wenn nicht anders angegeben)
(MIC 712-5)

Eingangs-Offsetspannung 1,5mV (Re < 2kRQ)
Eingangs-Offsetstrom 0,5 uA
Eingangsstrom 2,5 uA
Drift der Eingangs-Offsetspannung 5 uV/grd (Rc =50 )
Eingangsspannungsbereich +05V/—4V
Gleichtaktunterdriickung 92dB (Re < 2kQ, f <1kHz)
Spannungsverstarkung 3400 (RL>100kQ, Us = £ 5V)
Ausgangsspannungshub +53V (RL> 100 kRQ)
Ausgangswiderstand 200 Q
Leistungsaufnahme 90 mW
Bandbreite 30 MHz
Ansprechzeit 25ns
Temperaturbereich Ty =0... + 70°C: Kennziffer -5

Tyu= —55...+125°C: Kennziffer -1
Gehiduse Metallgehduse TO-99: Kennbuchstabe C

MaBbild siehe Seite 18

8
0
Up
Bk Bk
3
% Kompens.
34k | voreilend
1
Masse O +
invert. 2
Eingang
nicht inv. 3
Eingang
24k
Innenschaltung
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Integrierte Analog-Schaltungen

MIC 723 Spannungsregler hoher Genauigkeit

Monolithischer Spannungsregler fiir eine geregelte Ausgangsspannung von 2V ... 37 V. Fir Ausgangsstrome {iber 150 mA kann als Regel-
transistor ein zusétzlicher NPN- oder PNP-Transistor angesteuert werden. Durch Beschalten der Anschliisse 1 und 10 148t sich eine Strom-
begrenzung oder Abschaltung im Uberlastfall erreichen. Die Regelung von wesentlich hheren Spannungen ist in schwebendem Betrieb
maoglich.

Grenzwerte 8
Betriebsspannung 40V T T ™
Impulsspannung von + Ug nach —Up 50 V (50 ms, MIC 723-1) wao [asi - [ i
Verlustleistung 800 mw
Differenz Eingangsspannung—Ausgangs- 62v 7
spannung 40V Ug
Ausgangsstrom 150 mA [1]15 «
Kennwerte (Ty = 25°C, Ug =12V, Up = 12V/0V, ' K J\I-\
Us =5V, I, =1mA, Rs = 0, wenn nicht anders angegeben) 6
(MIC 723-5) Us
Regelfaktor (Eingangsspannung) 0,1% (Us=12V...40V)
Regelfaktor (Ausgangsstrom) 0,03 % (I, =1mA...50 mA)
Siebfaktor 74 dB (f = 50Hz...10 kHz) b | ¥ F
Temperaturkoeffizient (Ausgangsspannung) 3-10%grd (Ty=0...+ 70°C) R
AusgangskurzschluBstrom 65 mA (Rs =10Q, Uy = 0) 30080 1500 -
Spannungsdifferenz Eingang—Ausgang 3v...38V Strombegr.
Eingangsspannungsbereich 95V...40V 20k
Ausgangsspannungsbereich 2V...37V . H] | S|
Langzeitstabilitat 1%/00/1000 h ApegRRa:
J}I. o3 [} ol

Temperaturbereich Ty =0...+ 70°C: Kennziffer -5 Upgs michtinvert. =Ug invert.

Tu= —55...+ 125°C: Kennziffer -1 s e
Gehéduse Metallgehduse TO-100: Kennbuchstabe C Innenschaltung

MaBbild siehe Seite 18

MIC 726 Temperaturstabilisiertes Transistorpaar fiir Differenzverstérker

Monolithisch integriertes NPN-Transistorpaar fiir Eingangsstufen in Gleichspannungsverstarkern mit extrem geringer Nullpunktdrift. Der Si-
Kristall enthalt auBer dem Transistorpaar eine Temperaturregelschaltung, welche den gesamten Kristall auf konstanter Temperatur halt,
unabhéngig von der Umgebungstemperatur. Der MIC 726 ist z. B. geeignet fiir den Einsatz anstelle von komplexen chopperstabilisierten Ver-
starkern oder als nichtlineares Element in logarithmischen Verstérkern, wo die exakt exponentielle Beziehung zwischen Basis-Emitter-Span-
nung und Kollektorstrom ausgenutzt wird.

Grenzwerte
Betriebsspannung der Regelschaltung =+ 18V
Kollektor-Emitter-Spannung 30V
Kollektorstrom je Transistor 5mA
Kennwerte (Ty = 25°C, Up = + 15V, Uy = —15V fiir die Regelschaltung, §0-—— " ——
U'jg = 5V an jedem Transistor) R m_‘-‘-
(MIC 726-5) 75 k fur MIC 726-5 .
Eingangs-Offsetspannung 1mv (lc =10...100 uA, Rc <50 Q) 5
Eingangs-Offsetstrom 10 nA (lc = 10 uA)
50 nA (Ic = 100 uA)
Eingangsstrom 50 nA (lc = 10 uA) % Koy
250 nA (Ic = 100 uA) 5 3
Drift der Eingangs-Offsetspannung 0,2 uV/grd  (Ic = 100 uA, Rc <50 Q)
Drift des Eingangs-Offsetstromes 10pA/grd  (Ic = 10 uA) ¢ 2k
30pA/grd  (lc = 100 uA) o E .
1 1
Temperaturbereich Ty =0...+ 70°C: Kennziffer -5 10 o
Ty= —55...+125°C: Kennziffer -1 *
Gehduse Metallgehduse TO-100: Kennbuchstabe C Innenschaltung

MaBbild siehe Seite 18
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Integrierte Analog-Schaltungen

MIC 741 Operationsverstérker sehr hoher Verstérkung, interne Frequenzkompensation

Hoher Eingangsspannungsbereich, sehr hohe Verstarkung und geringe Leistungsaufnahme. Gute Gleichtaktunterdriickung, intern frequenz-
kompensiert. Sehr gut geeignet fiir Integratoren, Summierer und fiir andere riickgekoppelte Anwendungen. Die AnschluBkonfiguration ent-
spricht der des MIC 709.

7
Grenzwerte 3;-
Betriebsspannung + 18V %_Q
Verlustleistung 500 mwW

Eingangsspannungsdifferenz +30V z
Eingangsspannung + 15V inv.Eingang 45k
Kennwerte (Ty = 25°C, Up = + 15V, Uy = —15V, wenn nicht anders angegeben G
(MIC 741-5) []ask 75k Ausgang
Eingangs-Offsetspannung 2mv (Re < 10kQ) .L 50
Eingangs-Offsetstrom 30 nA == 30p
Eingangsstrom 200 nA 1
Eingangswiderstand 1MQ
Eingangsspannungsbereich + 13V
Gleichtaktunterdriickung 90dB (Rc < 10 kS2) e
Spannungsverstarkung 100000 (RL>2kQ,Us = 10V) J ;1_
Ausgangsspannungshub +13V (R > 2kQ) .
Leistungsaufnahme 50 mW Ot
1k 50k 1k S5k S0k | (50
Temperaturbereich Ty =0... + 70 °C: Kennziffer -5 [I] 5] )
Tyu= —55...+125°C: Kennziffer -1 ' Uy
Gehduse Metallgehdause TO-99: Kennbuchstabe C Innenschaltung
MIC 709 MIC 711
MIC 710 MIC 723
MIC 712 MIC 726
MIC 741
Metaligehduse TO-99 (== TO-5) Metallgehduse TO-100 (= TO-5)
5 G 8 nach DIN 41 873 5J 10 nach DIN 41 873
(Kennbuchstabe C) (Kennbuchstabe C)
8 Anschliisse Gewicht ca. 0,859 10 Anschliisse Gewicht ca.09g

MaBe in mm
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Integrierte Schaltungen fur Konsumelektronik

UAA 110 Steuerschaltung fiir Stehbildkameras

Monolithisch integrierte Schaltung zur Steuerung und Uberwachung samtlicher Funktionen einer Elektronik-Kamera (Stehbildkamera). Das
Bild zeigt das Blockschaltbild einer Kamera-Elektronik, das dem UAA 110 zugrunde liegt.

Um Uberbelichtung bei hellen Motiven und Verwackeln bei dunklen Motiven zu vermeiden, ist der automatischen Bildung der VerschluB-
zeit eine MeBphase vorgeschaltet, wahrend der bei halb gedriicktem Ausléser gepriift und durch die Anzeigelampen L; (Uberbe-
lichtungsanzeige) bzw. L; (Stativanzeige) signalisiert wird, ob die Blende verkleinert werden muB oder ob die Verwendung eines
Stativs empfohlen wird (bzw. stattdessen eine groBere Blende zu wahlen ist). Dazu dienen zwei Spannungskomparatoren, die wahrend
der MeBphase vom Fotowiderstand Rr angesteuert werden. AuBerdem kann wéhrend der MeBphase die Batterie gepriift werden, indem
man, z. B. mit dem Finger, den Fotowiderstand verdunkelt. Dann muB die Lampe L, leuchten, andernfalls ist die Batterie verbraucht.

Wird nach der MeBphase der Ausloser voll gedriickt, so wird der Fotowiderstand an den mit einem Integrationskondensator versehenen
Eingang des Schwellwertverstarkers gelegt und der VerschluB gedffnet und durch eine Klinke wahrend der Belichtungszeit offen gehalten.
Uber den Fotowiderstand ladt sich der zeitbestimmende Kondensator Cr lichtabhéngig auf. Wenn die Ladespannung des Kondensators die
durch den Spannungsteiler R,, R, gegebene Ansprechschwelle des Schwellwertverstérkers erreicht, wird der Anzugsmagnet M erregt und
entriegelt den VerschluB, der durch Federkraft geschlossen wird.

Grenzwerte

Versorgungsspannung Uy 6,5 v

Ausgangsimpulsstréme
bei Folgefrequenz 1 Hz

Lampenstrom, ¢t << 50 ms h, 12 120 mA
Magnetstrom, t < 5ms g 350 mA
Lampendauerstrom h, Iz 40 mA
Lagerungstemperaturbereich Ts —30...4+70 °C

Empfohlene Betriebswerte

Versorgungsspannung Us 35...6 v
Fotowiderstand Re 100...2-107 Q@

Kennwerte bei Ty = 24°C

Stromaufnahme

bei Uiz =25V, Us =0 s <6 mA
beiUs =1V, Us =5V Iy <6 mA
Stativschwelle-Spannungs-

bereich bei Uy = 0 Ujazs 19...211 v
Uberbelichtungsschwelle-

Spannungsbereich bei Us = 0 U120 414...435 V
VerschluBzeitschwelle-

Spannungsbereich bei Uy = 5V Usy 297...333% V
Toleranz der Uberwachungs-

schwellen +0.2 LW
Toleranz der VerschluBzeit + 0,2 LW Blockschaltbild einer Kamera-Elektronik
UAA 110

Dual-in-Line-Kunststoffgehduse TO-116
20 A 14 nach DIN 41 866
14 Anschlliisse Gewichtca.1,1g

Mafe in mm
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Integrierte Schaltungen fiir Konsumelektronik

TCA 430 Vierfach-Orgeloszillator

Diese monolithisch integrierte Schaltung enthélt in einem Geh&use vier RC-Oszillatoren und ist bestimmt zum Einsatz in elektronischen
Orgeln. Drei integrierte Schaltungen TCA 430 ergeben die zwdlf Mutteroszillatoren der hochsten Oktave. Die Rechteck-Ausgangssignale der
Oszillatoren sind geeignet zum Ansteuern der integrierten Frequenzteiler SAJ 110, durch die man die tieferen Oktaven gewinnt.

Der TCA 430 ist thermisch neutral, d. h. der IC selbst verursacht keine Temperaturabhangigkeit der Oszillatorfrequenz, sondern die Frequenz-
konstanz héngt nur vom Temperaturkoeffizienten der frequenzbestimmenden RC-Glieder ab. Uber den Vibrato-Eingang AnschiuB 4 148t sich
flr alle Oszillatoren gemeinsam ein Vibrato-Effekt erzeugen.

Grenzwerte

Versorgungsspannung Ug 15 \'
Ausgangsstrom I2, 13, I, I7 75 mA
Vibratospannung, Spitze-Spitze Ui ss 6 v

(AnschluB 4 muB iiber einen Kondensator
angesteuert werden)

Umgebungstemperaturbereich Tu —10...4+ 60 °C
Empfohlene Betriebswerte
Versorgungsspannung Ug 12(>9) v
Lastwiderstande Ruy...Ru 33(>2) kQ
frequenzbestimmende Widerstande R1...R4 3...50 kS _:O‘IZ\"
(Metallschichtwiderstande mit einem —[ 19 8 Us =
Temperaturkoeffizienten von 50 - 10°%/grd) cé R& R4 Rie
frequenzbestimmende Kondensatoren C1...c4 1 uF ‘—E
(MKC-Polykarbonatfolien-Kondensatoren) “‘| AL
Oszillatorfrequenz s 20...50000 Hz cl—ﬁ ;':]”
Kennwerte ] AL
bei Us = 12V, Ry ... Rus = 33 kR, Ty = 25°C el | s
Stromaufnahme Is 12 mA c2| Rz R2 R,
Ausgangsspannung ,L"-Zustand UaL <A1 v »—] 1 {1
Ausgangsspannung ,H"-Zustand Uan 12 Vv ’_4 — a2
Tastverhéltnis der Rechteck-Ausgangs- v 05 c1 R RI Rer
spannung 850 % f— L oa
Oszillatorfrequenz f : — Hz X

q 7 RIKQ - CluF o0
Eingangswiderstand der Vibratoschaltung ran 4 kS
Steilheit der Vibratoschaltung Fir ein Vibrato von * einem Halb- Betriebsschaltung des TCA 430

ton wird an AnschiuB 4 eine
Spannung von 1,2V Spitze-Spitze
bendtigt.

Auf Selte 6 dieses Prospektes ist ein integrierter Orgeloszillator SAH 190 in MOS-Technik beschrieben.

SAJ 110 Siebenstufiger Frequenzteiler fiir elektronische Orgein

Monolithisch integrierter siebenstufiger Frequenzteiler in Flipflop-Technik mit einzeln herausgefiihrten Ein- und Ausgéngen. Die Schaltung
ist vorzugsweise fiir den Einsatz in elektronischen Orgeln geeignet.

Die Ausgangsspannung jeder Stufe wird {iber einen Emitterfolger ausgekoppelt, um zu gewahrleisten, daB ihre Amplitude weitgehend last-
unabhéingig ist. Da kein interner Emitterwiderstand vorhanden ist, kann dabei Ausgangsstrom nur in einer Richtung flieBen. Die einzelnen
Flipflops kénnen ohne zusitzliche Bauelemente zu einer Teilerkette zusammengeschaltet werden. Einige Stufen sind bereits intern geman
dem untenstehenden Bild miteinander verbunden.

Bei Verwendung in elektronischen Orgeln kann der Frequenzteiler SAJ 110 mit Sinus- oder Rechteckspannung angesteuert werden. Die
Rechteck-Ausgangsspannung |&Bt sich mit RC-Filtern zur Anderung des Frequenzspekirums verformen. Diese Filter miissen (ber Trenn-
dioden, z. B. BA 170, angeschlossen werden, um unerwiinschte Riickwirkungen zu vermeiden.

Bei Verwendung in Zéhlschaltungen kann eine Rickstellung aller Ausgénge erreicht werden, wenn man kurzzeitig alle Ein- und Ausgénge
E bzw. A auf ein Potential << 1,5V bringt.

Kennwerte einer Teilerstufe
beiU; =9V,R = 22kQ, Ty =25°C

Stromaufnahme (,L" am Ausgang) 1 <3 mA [——————— SR i e e e =
Eingangsspannung ,H"“-Zustand Ue 6...9 V I |
Eingangsspannung ,L"“-Zustand Ue <1 \ | |
Ausgangsspannung ,L"-Zustand Ua <01 v I 41 1JI
Ausgangsspannung ,H"-Zustand Ua >7 v ) I 171 I 2 1 | =17
Anstiegszeit der Ausgangsspannung t <02 us g’ 1‘1’ t:; :g; :2 :2 E; t:sl {E!é :r: (Es; :; I6}+{”
Abfallzeit der Ausgangsspannung t <02 us Y
Eingangswif:[erstand Re 6.9 kR Prinzipschaltung des SAJ 110

Ausgangswiderstand ,L"-Zustand ra =i MQ Die Zahlen in Klammern sind die

Ausgangswiderstand ,H"-Zustand ra 200 Q AnschluBnummern des Geh&uses




Integrierte Schaltungen fur Konsumelektronik

TBA 470 Zehnstufiges Schaltgatter, z. B. fiir elektronische Orgeln

Monolithisch integrierte Schaltung in Bipolartechnik, vorzugsweise geeignet zum Einsatz in elektronischen Orgeln. Sie enthalt 10 Tran-
sistoren, die jeweils einen mechanischen Tastenkontakt ersetzen. Dadurch wird es mdglich, die Anzahl der mechanischen Kontakte (bei
herkdmmlichen Orgeln bis zu 10 Kontakte pro Taste) auf einen einzigen Kontakt pro Taste zu reduzieren.

In jeden der 10 Emitter kann ein Tonsignal als Strom eingespeist werden. Die Summe dieser Tonsignale steht dann am gemeinsamen Kol-
lektor (AnschluB 14) zur Verfligung. Werden die Tonsignale den Basisanschliissen zugefiihrt, so wird die Summe der Tonsignale iiber eine
integrierte Diode am AnschluB 1 abgenommen. Diese Diode unterdriickt in Verbindung mit einem externen Kondensator unerwiinschte
Spannungsspitzen, die Uber gesperrte Transistoren an den gemeinsamen Kollektor gelangen kénnen.

Grenzwerte ] :

Kollektorstrom (AnschluB 14 oder 1) I 25 mA |— — —TBALIO — — %" o [T T T ]

Emitterstrom (je Emitter) -Ig 5 mA + 4 4 I

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 22 \ |

Verlustleistung insgesamt bei Ty = 60 °C Py 250 mw | |

Umgebungstemperaturbereich Tu —10...+860 °C | I

Kennwerte eines Transistors bei Ty = 25°C ‘— —if——}— ] d-—l—-l—l—-l—i
> O 0

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis B > 40 2 3 4 5 6 7 89 0 1 2 13

beiUcg =2V, Ilc = 1mA

Kollektor-Emitter-Reststrom bei Ucg = 15V Icgg < 100 nA Innenschaltung des TBA 470

TCA 250 Zweifach-Filterverstérker

Der monolithisch integrierte Zweifach-Filterverstarker TCA 250 ist vorzugsweise fiir den Aufbau aktiver Filter im NF-Bereich geeignet, z. B.
fur die Klangformung in elektronischen Orgeln. Die beiden identischen, voneinander unabhéngigen Verstarker zeichnen sich aus durch
hohe Spannungsverstarkung und hohen Eingangswiderstand.

Der TCA 250 kann sowohl an einer symmetrischen Versorgungsspannung von z.B. 2x9 V als auch an einer unsymmetrischen Versor-
gungsspannung von z.B. 18 V betrieben werden. Das Bild zeigt die Schaltung eines abgleichbaren Rauch-Tiefpasses zweiter Ordnung
mit Frequenzkompensation fiir Vy = — 1. Ahnlich 148t sich unter Einsatz beider Systeme des TCA 250 auch ein Rauch-TiefpaB vierter Ord-
nung aufbauen, der eine wesentlich steilere Ubergangscharakteristik hat.

Grenzwerte
Versorgungsspannung Uy 11 v
Ausgangsstrom Ia 10 mA
Umgebungstemperaturbereich Tu 0...+60 ©°C
Kennwerte
bei Ujg = —U; =9V, f=1kHz, Ty = 25°C
Spannungsverstarkung Vuy 82(72...90) dB
obere Grenzfrequenz f3ds > 100 kHz
der Spannungsverstarkung
Eingangswiderstand Ie 50 kS
Ausgangswiderstand I 200 Q Rauch-TiefpaB zweiter Ordnung,
Stromaufnahme ohne Signal ha 5 mA aufgebaut mit 1/2 TCA 250
TCA 430 SAJ 110, TBA 470, TCA 250
Dual-in-Line-Kunststoffgehause SOT-38 Dual-in-Line-Kunststoffgehause TO-116
20 A 16 nach DIN 41 866 20 A 14 nach DIN 41 866
16 Anschliisse Gewichtca.1,2g 14 Anschlisse Gewichtca.1,1g
Auf besonderen Wunsch sind diese 1Cs auch in
der Ausfilhrung ,B", Gehauseform Quad-in-line
(Quil) lieferbar.
I: I L] ..E_ ‘5-; S .L : 1 15 o
E?mél E c‘;;’f £§ ?s.; I
! | | —E.; 'J:' 0.2!_! T :: I"' m:
™ - 12— I —E ]
I- s 72561778 E\S_! _Jd._ggg.“i-l i
PMAAAANRAFA f A
N s e ]
P:'#I 234 5 6708 “:
MaBe in mm

21



Integrierte Schaltungen fiir Konsumelektronik

TAA 780 1,1-V-Stabilisierungsschaltung

Monolithisch integrierte Stabilisierungsschaltung, z. B. fiir den spannungsstabilisierten Antrieb von Uhrwerken oder zur Arbeitspunktstabili-
sierung in Transistorschaltungen. Die Schaltung enthalt den Arbeitstransistor T1 sowie eine Regelschaltung zur Stabilisierung der Aus-
gangsspannung auf 1,1 V.

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung bei Ry;3 = 5 kQ (extern) Usrarg 2 v
Emitter-Basis-Spannung Usnio 2 "
Kollektorstrom Iz 15 mA
Betriebstemperaturbereich Tu —20...+40 °C
Kennwerte bei Ty = 25°C

Kollektor-Basis-Stromverhéltnis des Transistors T1 Bo3 250 (> 120)

bei Uy =15V, I2=03mA, I4=0

Kollektor-Sattigungsspannung des Transistors T1 Ugzsat 0,1 (<0,12) "
beilp =35mA, I} =35uA, I4=10

stabilisierte Spannung Usa 1,1 £ 0,06 \"%
bei Uys = 1,5V, I = 250 uA, I3 = 3,5 mA

Spannungsstabilisierungsfaktor Sua4 —200

bei Uys =13...1,7V, [} = 250 uA, I3 = 3,5 mA

Temperaturkoeffizient der stabilisierten Spannung au4 —-28-107 1/grd
bei Uy =15V, 1 = 250 uA, I3 = 3,5mA Innenschaltung und MeBschaltung

TBA 840 Einspulen-Uhrantriebsschaltung fiir Armbanduhren

Monolithisch integrierte Schaltung zum Antrieb von Armbanduhren mit Einspulen-Unruh-System.

Der TBA 840 benétigt auBer der Antriebsspule nur noch einen externen Kondensator und ermdéglicht daher einen extrem raumsparenden
Aufbau der Uhr-Elektronik. Fiir Schwingungssysteme mit ausreichender induzierter Spannung ist Selbstanlauf gewahrleistet. Die mechani-
sche Schwingungsamplitude ist stabilisiert gegen &uBere Einfliisse. Die Amplitudenabweichung im Umgebungstemperaturbereich betréagt
nur wenige Grad.

Fiir die Stromversorgung ist die iibliche Quecksilber- oder Silberoxidzelle vorgesehen. Der Eigenverbrauch der Antriebsschaltung ist ge-
ring.

Durch geeignete &uBere Beschaltung ist der TBA 840 auch als Antriebsschaltung fiir Uhren mit Stimmgabelschwinger verwendbar.

Grenzwerte

Versorgungsspannung Ug 3 \Y
Strome I, Is 1 mA
Umgebungstemperaturbereich Tu —-10...+60 °C

Empfohlene Betriebswerte

Nenn-Versorgungsspannung Us 1,35 oder 1,5 v
Frequenz der Antriebsimpulse fa 25...12 Hz
Kondensator C 05...4 uF
Tastverhaltnis t/T 0,03...01
Spulenwiderstand Rt 1,5...35 kQ

Kennwerte bei Ug = 1,5V, R = 2,5 kQ, fa = 6 Hz,
C=1uF,Uing =09V, Ty =25°C

Stromaufnahme lges 8,5 uA

Verhéltnis von Antriebsstrom lantrieb 09

fur den Schwinger zu Gesamtstrom Toes '

Impulsdauer ti 7.8 ms

Tastverhéltnis LIT 0,05

Sattigungsspannung U3 5ot 0,3 v

Ausgangs-Serienwiderstand Rz 1 kR

Schaltschwellen Usi, Us2 0,5 v

Spitzenwert des Antriebsstromes | Ug-Us Schaltung einer elektronischen
im durchgeschalteten Zustand 3 max RL + Raz Armbanduhr
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Integrierte Schaltungen fur Konsumelektronik

SAJ 170 Siebenstufiger Frequenzteiler fiir Quarzuhren

Der monolithisch integrierte Frequenzteiler SAJ 170 ist bestimmt fiir die Anwendung in Quarz-GroBuhren. Er besteht aus sieben hinter-
einandergeschalteten Flipflop-Stufen, die durch die positive Flanke des jeweiligen Eingangsimpulses getriggert werden. Die Ansteuerung
erfolgt mit Rechteck- oder Sinussignalen.

Fiir die bei Uhren ibliche Frequenzteilung um den Faktor 2' (z. B. von 16 384 Hz auf 1 Hz) werden zwei SAJ 170 direkt hintereinander-
geschaltet.

Grenzwerte 0+15V
Versorgungsspannung Urs 3 Vv

Umgebungstemperaturbereich Ty —10... +60 °C Rl L% o
Kennwerte SAJ 170

bei Uy s =15V, R1 = 680 kQ, R2 = 100 kQ

Tu =25°C 4 5[
Stromaufnahme H.2:3.5 17 uA E 0—

Teilerverhaltnis folto 128

Ausgangsspannung (,H"-Zustand) Ua 0,55 Vv [‘]"?’

Ausgangsspannung (,L"-Zustand) Ua 0,05 \ 00—t 3
Anstiegszeit der Ausgangsspannung  t, 10 us

Abfallzeit der Ausgangsspannung t 5 us Betriebsschaltung fiir den SAJ 170

SAJ220S 15stufiger Frequenzteiler mit Oszillator und Motorsteuerschaltung

Die monolithisch integrierte Schaltung SAJ 220 S ist fir den Einsatz in Quarz-GroBuhren bestimmt. Sie enthélt eine Oszillatorschaltung,
15 Teilerstufen, einen Impulsformer, eine Motorantriebsschaltung, eine Stabilisierungsschaltung und eine Begrenzungsschaltung.

Der symmetrische Oszillator erfordert neben dem Schwingquarz und dem Trimmkondensator zur Frequenzkorrektur keine weiteren Bauele-
mente. Mit einer Oszillatorfrequenz von 32,768 kHz liefert die Ausgangsstufe Eintaktimpulse von 1Hz Folgefrequenz und 32 ms Dauer. Die
Begrenzungsschaltung kann wahlweise angeschlossen werden. Sie macht die Ausgangsimpulsspannung unabhangig von Schwankungen
der Versorgungsspannung. Die Stromaufnahme der Schaltung wird durch einen externen Widerstand programmiert und ist gegen Schwan-
kungen der Versorgungsspannung stabilisiert.

Kennwerte _L g * +_U°
bei Ug = 1,5V, Re = 1 MQ, Quarz 32,768 kHz, Ty = 25°C ol & 8
i 5 4 Py
Stromaufnahme Is 20 uA T ~
Ausgangsfrequenz fa 1 Hz s 5AJ2205__|
A T
Dauer der Ausgangsimpulse ta 32 ms — ———d
Amplitude der Ausgangsimpulse Cr | Sl i
bei AL =200 Q I
AnschluB 1 offen, Amplitude unstabilisiert Uy 1.4 \'} & Jim :;gw
AnschluB 1 mit AnschluB 2 verbunden, Uaro 1,25 v : ’
Amplitude stabilisiert . 0

Betriebsschaltung fiir eine Quarzuhr

Der TAA 780 wird normalerweise mit abgewinkelten AnschluBfahnen geliefert,
Zusatz ,, A" zur Typenbezeichnung. Auf besonderen Wunsch ist der TAA 780 je-
doch auch mit flach liegenden AnschluBfahnen lieferbar, Zusatz ,,B" zur Typen-
bezeichnung.

TAA 780 A" TAA 780 ,B“, TBA 840 SAJ 170, SAJ 220 S
Kunststoffgehduse 50 B 4 nach DIN 41 867 Kunststoffgehduse 50 B 4 nach DIN 41 867 Mini-DIP-Kunststoffgehduse
mit abgewinkelten AnschluBfahnen mit flach liegenden AnschluBfahnen Gewichtca. 08 g
Gewichtca. 0,1 g Gewicht ca. 0,1 g

v

4,89

05
0,2 dick
- 5 je—
iy |

byl
e

MaBe in mm




Integrierte Schaltungen fir Konsumelektronik

TAA 630 S, TBA 520 Synchron-Demodulatoren

Die monolithisch integrierten Schaltungen TAA630S und TBA 520 sind fiir PAL-Farbfernsehempfanger bestimmt und enthalten zwei
aktive Synchron-Demodulatoren fiir das (R—Y)- und das (B—Y)-Signal, die (G—Y)-Matrix und den PAL-Schalter mit Flipflop.

Der TAA 630 S ist entsprechend dem Schaltbild geeignet zur direkten Ansteuerung von Farbdifferenzsignal-Endstufen mit Klemmschaltun-
gen. Der TBA 520 ist in Aufbau und Wirkungsweise im wesentlichen identisch mit dem TAA630S, wird jedoch in Verbindung mit der
unten beschriebenen RGB-Schaltung TBA 530 zur Ansteuerung von RGB-Endstufen eingesetzt.

Kennwerte bei Ug = 12V, Ty = 25 °C,

alle Spannungen bezogen auf AnschiuB 16

Farbartsignal-Verstarkung

bei Ujss = 50 mV, f = 4,4 MHz
Matrix fiir (G—Y)-Signal
Impedanz der Farbartsignal-
Eingédnge bei U; ¢ = 20 mV,

f = 4,4 MHz

Impedanz der Referenzsignal-Eingdnge

Erforderliche Referenzsignale,
Spitze-Spitze-Werte
Erforderliche Zeilenimpulse
Spitze-Spitze-Werte

7,8-kHz-Maander-Ausgangsspannung,

Spitze-Spitze-Wert

TAA 630 S

Impedanz der Farbdifferenz-
signal-Ausgénge

Max. Farbdifferenzsignal-
Ausgangsspannung

bei Linearitat m > 0,7,
Spitze-Spitze-Werte
Gleichspannung an den Farb-
differenzsignal-Ausgéangen

TBA 520

Impedanz der Farbdifferenz-
signal-Ausgange
Farbdifferenzsignal-Ausgangs-
spannung, Spitze-Spitze

Gleichspannung an den Farb-
differenzsignal-Ausgangen

Vir—y)
Vig—y)
(G=Y)
Zr

ZRet
Urer

_UZ

Zuui

Uir—y)
Uia—y)
Uig—y)
Uig—y)
Uir—y)
UG-y

Zou'f

Uir—y)
Uig—y)
Uic—y)
Ug)

7.0
12,5

-0,51 (R—Y)—-0,19 (B—Y)
>800Q Il 10pF

1 kQ
1 '
3...45 \
>25 v
s nul v « 250V
/‘%:1& mm il . Z:ufj ﬁu
<100 Q NI =
Y a— 1 ﬁ-@_ e
32 v g Lol m 2o | |
4l0 V Sk
1,8 \ % f@m % MHA:::"
74 v ;g TAAB30S L o W
abgleichbar L I _‘;—% L“-q]i_h‘p—n-v
abgleichbar = ax
po ] [ -‘ﬂ- Lqﬁf«.”“‘.u 20 [~i2n 20
0n x| 1
w o e R=1HE 4
\In o
I

1.4 \'
1,78 \'
0,82 v
7.9 v Anwendungsschaltung fiir den TAA 630 S

TBA 530 RGB-Schaltung

Die monolithisch integrierte Schaltung TBA 530 ist fiir Farbfernsehempfénger bestimmt und enthélt einen hochstabilen Dreikanal-Vorver-
starker, in dem das Luminanzsignal und die vom TBA 520 gelieferten Farbdifferenzsignale addiert werden und so das RGB-Signal ergeben.
Dank der vorziiglichen Temperaturkompensation, in die auch die RGB-Endstufen einbezogen sind, kann auf Klemmschaltungen zum
Konstanthalten des Schwarzwertes verzichtet werden.

Kennwerte bei Ug = 12V, Ty = 25°C,

unter Einbeziehung der RGB-Endstufen,
alle Spannungen bezogen auf AnschluB 6

Eingangs-Gleichspannung
Farbdifferenz-Eingénge
Luminanz-Eingang
Eingangs-Signalspannung

Verstarkung jedes Kanals
Gleichspannung an den
RGB-Ausgéngen
3-dB-Bandbreite

f3 48

7.5

1,5
1,4
1,78
0,82
100
165

<<< < <

a7k [ame] Jaowf |

(RS G- -l8-v0 ¥

<

6 MHz

Anwendungsschaltung fiir den TBA 530
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Integrierte Schaltungen fur Konsumelektronik

TBA 120 FM-ZF-Verstédrker und Demodulator

Der monolithisch integrierte FM-ZF-Verstarker und Demodulator TBA 120 ist vorzugsweise fiir den Einsatz in Fernsehempféangern fir den
Ton-ZF-Teil und in Rundfunkempféangern fiir den FM-ZF-Teil vorgesehen. Er enthdlt einen breitbandigen, symmetrischen Verstarker und
eine Koinzidenz-Schaltung zur FM-Demodulation. Die NF-Ausgangsspannung kann gleichspannungsmaBig in einem weiten Bereich verén-

dert werden.
——6
R
= A

Grenzwerte
Versorgungsspannung Un 14 v

+|1l
Umgebungstemperaturbereich Tu —15... +60 °C 1hy A

Kennwerte fiir 5,5 MHz ZF bei Uj; = 12V, P = 5kQ, Ty = 25°C
Stromaufnahme I 17 mA & 8
— D TBA120
ZF-Spannungsverstarkung Ve 60 dB 22n 1 7
Einsatz der Begrenzung bei u; 70 (< 200) uV l
NF-Ausgangsspannung Us 600 mV 470 —5_59
bei U; = 10 mV, Af; = * 25kHz &
fne = 1 kHz o Ve
AM-Unterdriickung bei 4f; = * 25kHz, o 55 dB g 9

Ui=10mV, m = 30 %, fnr = 1 kHz
Anwendungsbeispiel 5,5-MHz-FM-ZF-Verstérker

TBA120S FM-ZF-Verstdrker und Demodulator

Der TBA 120 S stellt eine Weiterentwicklung des TBA 120 dar. Bei gleicher Grundkonzeption und gleichem AnschluBschema bietet er
verbesserte elektrische Eigenschaften, ist jedoch kompatibel mit dem TBA 120.

Als zuséatzliche Vorteile enthalt der TBA 120 S einen Transistor (lc = max. 5 mA), der z. B. als NF-Vorverstarker oder als fernbedien-
barer Klangschalter verwendet werden kann, sowie eine Z-Diode (12 V), mit der z. B. die Versorgungsspannung des TBA 120 S stabilisiert
werden kann (/z = max. 10 mA). Anschliisse des Transistors: Emitter 1, Basis 4, Kollektor 3. Anschliisse der Z-Diode: Katode 12, Anode 1.

T 3——
ZZEL 720 +15V
Grenzwerte ——
Versorgungsspannung Un 15 v
1l
Umgebungstemperaturbereich Ty —15...+70 °C 1 ,i
Kennwerte fiir 5,5 MHz ZF bei U;; = 12V, P = 5kQ, Ty = 25°C 1 |
Stromaufnahme In 16,5 mA o 8
— D T1BAI20S
ZF-Spannungsverstarkung Vy 70 dB 22n 1 7
Einsatz der Begrenzung bei U; 30 (< 60) uv ' rl I ‘_
NF-Ausgangsspannung Us 850 mV
bei U; = 10 mV, 4f; = £ 25 kHz o
fne = 1 kHz o e
AM-Unterdriickung bei Af; = * 50kHz, « 65 dB o ¢

U; =10 mV, m = 30 %, fnr = 1 kHz
Anwendungsbeispiel 5,5-MHz-FM-ZF-Verstarker

TAA 630 S, TBA 520, TBA 530 TBA 120 A", TBA 120 S A"
Dual-in-Line-Kunststoffgehduse SOT-38 Dual-in-Line-Kunststoffgehduse TO-116
20 A 16 nach DIN 41 866 20 A 14 nach DIN 41 866

16 Anschlisse Gewichtca.12g 14 Anschliisse Gewichtca.1,1g

Auf besonderen Wunsch sind diese ICs auch in
der Ausfihrung ,B", Gehauseform Quad-in-Line
(Quil) lieferbar.

MaBe in mm
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Integrierte Schaltungen flir Konsumelektronik

TBA 940, TBA 950 Geregelte Impulsgeneratoren

Monolithisch integrierte Schaltungen zur Impulsabtrennung und Zeilensynchronisation in Fernsehempfangern mit Thyristor-Zeilenendstufe
(TBA 940) bzw. mit Transistor-Zeilenendstufe (TBA 950).

Diese integrierten Schaltungen enthalten das Amplitudensieb (Impulsabtrennstufe) mit Storbefreiung, die Bildkippabtrennstufe, die Pha-
senvergleichsschaltung, eine Schaltstufe zur automatischen Umschaltung der Stérbandbreite, den Zeilenoszillator mit Frequenzanschlag,
eine Phasenregelschaltung, die Ausgangsstufe sowie eine Stabilisierungsschaltung fiir die Versorgungsspannung. Dank ihres hohen
Integrationsgrads bendétigen der TBA 940 und der TBA 950 nur sehr wenige externe Bauelemente, wie die Schaltbilder zeigen. Die
Integration der Bildsynchronimpulse wird ebenfalls in der integrierten Schaltung vorgenommen, so daB sich das sonst erforderliche RC-
Netzwerk eribrigt. In der Phasenvergleichsschaltung sind der TBA 940 und der TBA 950 fiir Videorecorderbetrieb umschaltbar.

Kennwerte bei Ty = 25°C, f, = 15625 Hz ")
und Beschaltung nach nebenstehendem Bild

stabilisierte Spannung Us
Spannungsamplitude des Uy
Bildsynchronimpulses

Dauer des Bildsynchronimpulses ty
Ausgangswiderstand AnschluB 7 Uay
(High-Zustand) )
Spannungsamplitude des U,

Ausgangsimpulses

Dauer des Ausgangsimpulses TBA 940 f;

TBA 950 1,

Ausgangswiderstand AnschluB 2 Ra2
(High-Zustand)

Restspannung am Ausgang U3 rest
bei Iz = 20 mA

Frequenzeinstellbereich + Af,
Frequenzfangbereich + Afe
Frequenzhaltebereich + Aty

Steilheit der Phasenvergleichs-

regelkreise dfo/dty
Verstarkung der Phasenregelung dty/dt,
Einstellbare Phasenverschiebung to

zwischen Synchronimpuls des
BAS-Signals und Zeilenriickschlag-
impuls

"y Durch Andern des freq zbesti

9,2(89...95)
9(84...95)

> 150
10(7,5...13)

5(4...7)
26 (24...28)
56

03...045

3
800 (500 . . . 1000)
800 (500 . . . 1000)

2

20
siehe Bild

den Widerstandes an AnschluB 14

ist der IC auch fiir andere Zeilenfrequenzen verwendbar.

et
Ruckschiag- 2T~
impuls | // \\
Usg / \
f.
4| / \
L/ TN
=t -

845-Signal
Us
I

0

— !
Ausgangs- - i
impuls
Uz
L L
—_—f

Phasenbeziehungen beim TBA 940
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Uy <20V
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0 I Ry & *Ug
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| Brazd
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| TBA 940
ELE ;7\:|k|
gas | 6]
a7 1204
Zeilen~ 03 fu
o] |
1 reqgens Phasel o [}

Betriebsschaltung des TBA 940

-20ms

v “ﬂ M150ps I‘I Bild
0

TBA 950

Zeilen-
impulse Q

1<)

Betriebsschaltung des TBA 950

Ruckschlag:| T~
impuls g \

Usg /

—

VN
T |

T
—
—f

t
im D:‘l P 2
Uz

'o

Phasenbeziehungen beim TBA 950

Der Zeilenricklaufimpuls soll den Zeilenimpuls des BAS-Signals beidseitig liberlappen.
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Integrierte Schaltungen fir Konsumelektronik

TAA 790 Geregelter Impulsgenerator

Monoiithisch integrierte Schaltung zur Impulsabtrennung und Zeilensynchronisation in Fernsehempféngern.

Dieses Bauelement enthélt das Amplitudensieb (Impulsabtrennstufe) mit Storaustastung, die Phasenvergleichsschaltung, eine Schaltstufe
zur automatischen Umschaltung der Stérbandbreite und den Zeilenoszillator. Es entféllt die bisher erforderliche Riickfiihrung der Ver-
gleichsimpulse vom Zeilentrafo zur Phasenvergleichsschaltung, weil der Regelkreis fir die Zeilensynchronisation innerhalb des TAA 790
geschlossen ist. Dadurch sind Beeinflussungen der Synchronisation durch Formé&nderungen des Riickschlagimpulses ausgeschlossen.

{

|

5] RI1Z

gl "
-3 2 ‘E*' TB ‘E&" 13 =

| .
|
= |
1 3 1] i:;?gr"_ | P:‘,Zf:"‘IAA 790 \ _n_,,l_ar 720
{0 zillator —— ]
| 8] Shies —‘ I I
|

Kennwerte bei Ty = 25°C, f, = 15625 Hz ")
und Beschaltung nach nebenstehendem Bild

stabilisierte Spannung Uiz 8,5 v

Spannungsamplitude des Synchron- Uzsgs 6,5 v
impulsgemisches an AnschluB 7

?_.

Spannungsamplitude der Ausgangs- Uyss 2 v
impulse (AnschluB 1 unbelastet) L
Horizontal -
Ausgangswiderstand AnschluB 1 Rai 1 k& LR
2 '
Dauer der Ausgangsimpulse tiH 11...15 us il ol =
Regelspannungs- I
Abstand zw. Vorderflanke Ausgangsimp. o 1,2 us d "
und Vorderflanke Synchronimpuls
Frequenzfangbereich des Regelkreises E.Af >750 Hz b oed el T LT e de e 7
Steilheit des Regelkreises df/dt, 2 kHz/us 1

'} Durch Andern der Kapazitdt des frequenzbestimmenden Styroflexkondensators C7 ist

der TAA 790 auch fiir andere Zeilenfrequenzen verwendbar. Betriebsschaltung des TAA 790

TBA 800 5-W-NF-Verstédrker

Der monolithisch integrierte NF-Leistungsverstarker TBA 800 erfiillt alle Funktionen eines herkémmlichen NF-Verstarkers: er enthalt Vor-
stufe, Treiberstufe, Phasenumkehrstufe und quasikomplementdre AB-Gegentakt-Endstufe. Mit seiner Ausgangsleistung von 5 W ist er
geeignet fiir Fernsehempféanger, mittlere Rundfunkempfanger, Wechselsprechanlagen, Rufanlagen, Tirsprechanlagen, Tonbandgerate u.v.m.

Kennwerte in nebenstehender Schaltung . 56 I 2V
beilUg =24V, RL=16Q,f =1kHz, Ty = 25°C 100, ]6V |

270
Ausgangsleistung bei k = 10 % Po 5 W “ | | l ’

% E -] &4 3 1 )
Spannungsverstirkung v, 43 dB TBA 800 (] =N
Eingangswiderstand re 5(>1) MQ 79 10 I 12 15V
3-dB-Grenzfrequenzen {348 35...20000 Hz 100k ! I——I IL I ﬂ A

o 15V
Ruhestromaufnahme I 8,5(< 20 mA — -
' ( ) 0 00u[ 25V 1 moTsv T’?n Oa
Ruhespannung am Ausgang Uiz 12 (11...13) V o

Betriebsschaltung des TBA 800

TAA 790 ,A", TBA 940 ,A", TBA 950 ,A"
Dual-in-Line-Kunststoffgehduse TO-116

20 A 16 nach DIN 41 866

16 Anschliisse Gewicht ca. 12 g

Auf besonderen Wunsch sind diese ICs auch in
der Ausfiihrung ,B", Gehauseform Quad-in-Line
(Quil) lieferbar.

MaBe in mm

TBA 800
Kunststoffgehause
Gewicht ca. 1,5 g
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Integrierte Schaltungen flir Konsumelektronik

SAK 110 Impulsformer fiir Drehzahimesser

Die monolithisch integrierte Schaltung SAK 110 ist flir die Anwendung in Drehzahlmessern fiir Kraftfahrzeuge bestimmt. Durch entsprechende
duBere Beschaltung kann der Drehzahimesser fiir den AnschluB an Motoren mit zwei bis acht Zylindern ausgelegt werden. Er kann an Bord-
netzen von 12 V oder mehr betrieben werden.

Die Schaltung SAK 110 enthalt im wesentlichen eine monostabile Kippstufe, die das Eingangssignal (z. B. direkt vom Unterbrecherkontakt)
in Rechteckimpulse mit konstanter Spannung und Dauer umformt. In Verbindung mit einem 8-mA-Drehspulinstrument 148t sich ein einfacher
Frequenzmesser aufbauen.

Die Schaltung ist so ausgelegt, daB mit einem geeigneten Instrument eine praktisch temperaturunabhangige Anzeige erreicht wird. Der
Gegentaktausgang erlaubt auch bei hohen Frequenzen die Verwendung eines MeBwerkes mit groBer Induktivitat. Weiterhin liegt eine Diode
parallel zum Eingang (Anschliisse 2 und 3), die das Triggern durch negative Impulse sicher verhindert.

Der SAK 110 wird nur durch Impulse > 8 V getriggert, die zum Beispiel liber einen Spannungsteiler direkt vom Unterbrecherkontakt abge-
leitet werden. Dadurch |4Bt sich ein guter Stérabstand erreichen.

Grenzwerte
Versorgungsspannung Usss 9 v
Ausgangsstrom 17 —20 mA
Kennwerte in nebenstehender Schaltung bei Ty = 25°C ’““’U“‘e’b’“hel'l l%— I%_ 120
Stromaufnahme bei U; = 0 Foes 12...22 mA 27k Hou7u sy
Eingangsspannung Uzs 65...8 v el k = U Us |
Dauer der Ausgangsimpulse 1 2,7...3,1 ms __ISAKN0__| -
Spannungsamplitude U 5...58 v []m &S~ = ZW 75
der Ausgangsimpulse i
Ausgangsspannung arithm. Mittelwert U, 33...45 v 1%“3

i
Die Dauer der Eingangsimpulse muB stets kleiner als die Dauer Schaltbild eines Drehzahimessers

der Ausgangsimpulse sein.

TAAT775G Leistungsoszillator

Monolithisch integrierte Schaltung in bipolarer Technik, vorzugsweise geeignet als elektronischer Taktgeber fiir Richtungs- und Warn-Blink-
anlagen in Kraftfahrzeugen mit 12-V-Batterie, auch als Taktgeber mit einstellbarem Tastverhéltnis und einstellbarer Frequenz fiir andere
Anwendungen geeignet.

In Verbindung mit einem frequenzbestimmenden RC-Glied (5,6 kQ, 100 uF/6 V) und einem Relais (100 Q) ersetzt der TAA 775 G einen kon-
ventionellen Hitzdraht-Blinkgeber. Die bisher ibliche AnschluBfolge am Blinkgebergehduse (Plus- und Minuspol der Batterie sowie An-
schluB des Lenkstockschalters) wurde beibehalten. Beim Richtungsblinken ist die Uberwachung der Blinklampen méglich: der Ausfall einer
Blinklampe macht sich durch eine merklich erhhte Blinkfrequenz bemerkbar. Das Blinken beginnt mit der Hellphase.

Eigenschaften des TAA 775 G in einer Kfz-Blinkanlage pr 0+12V2 3V
bei Us = 12V, Ty = 25°C 1008 “)
820 2W

Nennfrequenz bei Richtungsblinken 85/min TMEESG
mit zwei 21-W-Lampen L ” @ I
Nennfrequenz bei Warnblinken 85/min \ \
mit vier 21-W-Lampen ’— :| 3

S1
relative Einschaltdauer der Lampen 45 % - s
max. Abhéngigkeit der Blinkfrequenz von + 294, 5 § ] |
der Betriebsspannung im Bereich 9. .. 15V 100, : o

6V Lr a6k —110'5"J e mer:u- Xy W

Ausfall einer Fahrtrichtungs-Blinklampe 2,2 == N O

erhdht die Blinkfrequenz um den Faktor

Schaltbild einer Kfz-Richtungs- und
Warn-Blinkanlage mit TAA 775 G
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Integrierte Stabilisierungsschaltungen

Temperaturkompensierte Z-Dioden im Metallgehduse TO-18 bzw. im Glasgehause DO-35

Monolithisch integrierte Schaltungen zum Erzeugen von hochkonstanten, temperaturkompensierten Spannungen, z.B. zum Stabilisieren
der Abstimmspannung von elektronisch abgestimmten Fernseh- und Rundfunktunern. Im Vergleich zu herkémmlichen Z-Dioden haben die
temperaturkompensierten Z-Dioden einen wesentlich kleineren differentiellen Widerstand und einen wesentlich kleineren Temperaturkoef-
fizienten der stabilisierten Spannung. Infolgedessen lassen sich mit Hilfe der temperaturkompensierten Z-Dioden hochwertige Stabilisie-
rungsschaltungen mit wesentlich kleinerem Aufwand an weiteren Bauelementen erstellen als mit konventionellen Z-Dioden.

Die ZTK 33 DPD hat eine extrem kurze thermische Einlaufzeit und ist daher besonders geeignet zur Stabilisierung der Abstimmspannung
in eiektronisch abgestimmten Fernseh- und Rundfunktunern.

Typ Kennwerte bei TU =25°C Grenzwerte
Gehause Arbeits- Temperatur- inharenter Warme- Arbeitsstrom Sperr-
spannung koeffizient differen- widerstand ei schicht-
bei der Arbeits- tieller Tg=45°C T, =45°C T; =45°C") temperatur
I;=5mA  spannung Widerstand
bei bei
IZ=5tIJ.5mA I!Z=5mA
Ring
(Rinu: Rinu 1))
)  uzv _ayz10%/grd rzi Q grd/mwW Iz mA Iz mA Iz mA Ti°C
ZTK 6,8 _T_0-1_8_ 6,5_ : ?2 ) -2 {—_10_: +_5] 12((_ 25) <0,15(<0,4,<0,25) 90 36 60 - 150 )
ZTK 9 - TO-18 9...10 _—_2 [_—-10 e SED) 10 {< %3]_ < 0,]3{( 04 <0,25}_63 N 27 - 3_8_ _150__
ZTK 11 B TO-tb_ 10_. .12 —2(—10... +5) 10 (< 25] <0_.§_[_< 0,4._< 0.25_)_‘_53 19_ 31_ 150
ZTK 18 TO-18 16...20 —2(—10... +_5] 11 (< 25) <0,‘_1_5[<0,4,_<0,25_) __32 13 19 150
ZTK 22 __E-_‘I_B_ 2_!);_._24 - _2_[ —10. .- +5) 11(<25) < 0_,15 (<04, < 0__,25} _2? 10 B 16_ _150
ZTK 27 _TO-18 24...30 —2(=10...+5) 12(<25 <015(<04,<025 22 = 8 13 150
ZIK 33 (TAAS550) TO-18 30...36 -2 (_— 1_0_ - -ij_5} 12 (< 25) <0,1_5 (< 014. <0,25]_19 ¥ 1 150
ZTK 33 DPD DO-35 30...36 —2(—=10...4+5)?%) 13(<25 (<03)? —r 10?) — 150

") mit aufgesteckter Kithikappe 00409 (siehe unten)
") Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 8 mm Abstand vom Gehduse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

Temperaturkompensierte Z-Dioden im Metallgehduse TO-18

Monolithisch integrierte Schaltungen zum Erzeugen von hochkonstanten, temperaturkompensierten Spannungen. Diese Dioden zeichnen
sich aus durch einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten bei sehr kleinem Arbeitsstrom.

Typ Kennwierte bei T, = 25 °C Grenzwerte
Arbeits- Temperatur- inhérenter Arbeitsstrom Sperrschicht-
spannung koeffizient differentieller ei temperatur
bei der Arbeits- Widerstand Ty =100°C
I =01mA spannung bei
bei Iz = 0,1 mA
I; =01 mA
. uzV  ayz10%/grd A _lzmA _Ti°C
ZTW 6,8—1 B 6.5, ._.__'-"_,1 _ _S 1 _ 50_0_[_( 750) 2_0 _150
ZTW 6,8-2 | 6,5. ‘._'n’__.1 B _< 2 500 (< 750) 20 ) 150
ZTW 6,8—3 65:.. 7.1 <3 500 (<< 750) 20 150
ZTW 6,8—5 65...71 <5 500 (<< 750) 20 150
SAK 110 TAATIS G Metallgehduse TO-18 Kihlkappe Glasgehéduse DO-35
Mini-DIP-Kunststoffgehduse Dual-in-Line-Kunststoffgehéuse 18 A 2 nach DIN 41 876 Best.-Nr. 00409 56 A 2 nach DIN 41 883
Gewicht ca. 08 g Gewichtca. 1,2 g Katode mit Gehduse verbunden Gewichtca.09g Gewicht ca. 0,13 g
Gewicht ca. 0,3 g
ST
5 E - ':E:.I,SBQ
VL r* X
<l gs
T T ‘t‘ﬂ f Katoden-
.E ) 1) Kennzeichen
: i1
L l : I L
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MaBe in mm
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NPN-Si-Transistoren

5

100-mA-NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Kunststoffgehduse =~T0-92 und im Metallgehduse TO-18

|gemeinsame lem Ukso Pt (Ty = 25°C) I
|Grenzwerte: 200 mA ¢) 5V7) 300 mW (T0-92) %) 150 °C (T0-92)
_ 300 mW (TO-18) %) 175 °C (TO-18) 9)
gemeinsame Rinu
Kennwerte: < 0,42 grd/mW (T0-92) %)
< 0,50 grd/mW (TO-18) %)
ITyp Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C - o
[Metall-  Kunststoffgehduse ~ TO-62  Kollektor-  Kollektor-  Kollektor-Basis-  Kleinsignal-  Kollektor- Kollektorreststrom
] ehiuse Spannung Emitter- Stromverhéltnis Stromverstark. Séttigungsspannung
0-18 Spannung bei
_ Ugg =5V
Ic = 2mA
' bei (ic = 1 mA) bei bei
| Uces V Ucellc Ic/lg lcesnA  UceV
- B (UegoV) UV B  V/mA  f UcesatV mA/mA  (IcgonA) (UcsV)
i BC170A - (00 20  3..10 11 (700 <04 308  (<100) (15)
|- BC170B - (0 20 80...260 11 (1500 <04 30/3 (<100) (15)
- BC170C - (20) 20 200...600 11 (350) <04 3073 (<100) (15)
IBC107A BC171A BC237A 50 45 170 52  125...260 <06 100/5 <15 50
IBC107B  BC171B  BC237B 50 45 2900 52 240...500 <06 1005 <15 50
'BC108A BC172A BC238A 30 25 170 5/2 125...260 <06 1005 <15 30
IBC108B BC172B  BC238B 30 25 290 5/2_ 240...500 <06 100/5 <15 30
BC108C BC172C BC238C 30 25 500 5/2 450...900 <06 1005 <15 30
(BC109B* BC173B°) BC239B°) 30 25 150 5/0,01 240...500 <06 100/5 <15 30
[BC109C% BC173C° BC2393C? 30 25 270 50,01 450...900 <06 1005 <15 30
BC190A BCi74A - = 70 64 70 52 125...260 <06 1005 <15 60
BC190B BC174B - 70 64 290 52  240...500 <06 1005 <15 60
= BC413B°) - (455 30  150(>100) 5001  240...500 <06 100/5 (<15) (30)
-  BC41CYH - (45) 8 270(>100) 5/001  450...900 <06 1005  (<15) (30)
—  BC414BY -— -~ (50) 45 150 (> 100) 5/0,01 240...500 <06 100/5 (<15) (30)
- BC41aC’) - ~(50) 45  270(>100) 5/001  450...900 <06 100/5 (<15 (30)
BCYS8A  — - @ 32 170 52 125...250 <06 100/5 <10 32
BCYS8B - - 32 32 250 §2  175...350 <06 100/5 <10 32
BCYS58C - - 82 32 350 52  250...500 <06 1005 <10 32
BCY58D — - 32 32 500 5/2 $350...700 <06 1005 <10 32
BCYS9A - - 45 45 170 52 125...250 <06 1005 <10 45
BCY59B - = 45 45 250 52  175...350 <06 100/5 <10 45
BCYS9C - - 45 45 380 52  250...500 <06 100/5 <10 45
BCYS59D - = 45 45 500 5/2  360...700 <06 1005 <10 45
BFY39-1) — - (4 25 3..110 1010 60 <1 101 (<50) (30)
BFY39-2') - - (4 25  100...200 10/10 140 <1 101 (<50) (30)
BFY39-3) - = 45 25 180...400 1070 270 <A1 101 (<50 (30)
2N9297) - e . 9) 45 40...120 5/001  (60...350) <1  10/05 (<10) (45)
2N9307) — — (45) 45 100...300 5/0,01 (150...600) <1 10/05 (< 10) (45)

") nicht fir Neuentwicklungen bestimmt
) rauscharmer Typ
%) extrem rauscharmer Typ

%) BCY 8 und 59: P, =390 mW, T, = 200 °C, Ry, < 0,45 grd/mwW
§ 2N 929 und 2 N 930: 30 mA, BC 170 und BFY 39: 100 mA
7} BCY 58 und 59: 7V, BC 107, BC 171 und BC 237: 6 V

4) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrihte in 2 mm Abstand vom Gehéuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.




PNP-Si-Transistoren

100-mA-PNP-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Kunststoffgehduse =~ TO-92 und im Metallgehduse TO-18

gemeinsame -lcm -Ugso Piot (Tu=25 °C) T;
Grenzwerte: 200 mA 5V 300 mW (TO-92) 3) 150 °C (TO-92)
300 mW (TO-18) %) 175 °C (TO-18) %)
gemeinsame Rinu
Kennwerte: < 0,42 grd/mW (T0-92) ?)
< 0,50 grd/mW (TO-18)
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 oC
Metall- Kunststoffgehduse == TO-92 Kollektor- Kollektor- Kollektor-Basis- Kleinsignal- Kollektor- Kollektorreststrom
ehduse Basis- Emitter- Stromverhéltnis Stromverstark.  Sattigungsspannung
0-18 Spannung Spannung bei
U =5V
-lc =2mA
bei (g =1mA) bei bei

-Uces V -Uce/-Ic -lc/-Ig -lcgonA  -Ucs V
e - _ (-UcsoV) -UceV B~ V/mA B -UcesaV MA/MA  (-lcesnA) (-UceV)
BC 260 A BC250A - 7{270) 20 35...100 1{1 7(10)7 04 30/3 < 100 15
BC260B BC250B  — (20) 20 80...250 1/1 (150) B 04 3073 < 100 _15__
BC260C BC250C — (20} 20 200...600 M - (350) 04 _ 30/3 < 100 15
BC261A BC251A  BC307A 50 45 170 52  125...260 05 1005 (<15) (45)
BC 261 B BC 251 B BC 307 B 50 45 290 5/2 240...500 0,5 100/5 {<_15) (45)
BC261C BC251C  BC307C 50 45 500 5/2 450...900 05 1005 (<15) (45)
BC262A BC252A BC308A 30 25 170 5/2 125...260 05 100/5 (<15) (25
BC262B BC252B  BC308B 30 25 290 5/2 240...500 05 1005 (<15) (25
BC262C BC252C BC308C 30 25 500 5/2 450...900 0,5 1_@0}'5 _{< 15) ; _{_25)
BC263A') BC253A') BC309A') 30 25 90 ~5/001  125...260 0,5 100/5 (<15) (25)
BC263B') BC253B') BC309 B__‘_}_ 30 25 150 5/0,01 ~ 240...500 0,5 100/5 (< 15) _(2_5)_
BC263C') BC253C') BC309C') 30 25 270 5/001  450...900 05 100/5 (<15)  (25)
BC 266 A BC256A — 64 64 170 52 125...260 05  100/5 (< 15)  (64)
BC266B BC256B  — 64 64 290 5/2 240...500 05 100/5 (<15 (64)
- BC415A7) — 45 30 90 (>40) 5001 125...260 <06 100/5 <15 30
- BC415B?) — (45 30 150 (> 100) 5/0,01 240...500 <06 1005 <15 30
- BC415C% -  (45) 30 270 (> 100) 5/001  450...900 <06 100/5 <15 30
- BC416A7Y) — (50) 45  90(>40) 5001 125...260 <06 100/5 <15 30
-  BC416B?) - (50) 45 150 (> 100) 5/0,01  240...500 <06  100/5 <15 30
- ~ BC4teC? -~ (50) 45 270 (> 100) 5/0,01 450...900 < 06 100/5 <15 30
BCY78A — = 2 % 180 1/10 125...250 <08 10025 (<20) (25)
BCY78B  — e 32 32 260 1710 175...850 <08 100225  (<20) (25)
BCY78C - = 32 32 360 1/10 250...500 <08 100/2,5 (<20) (25) )
BCY78D - - % 3 50 110 350...700 <08 10025  (<20) (25)
BCY79A - - 45 45 180 110 125...250 <08 10025 (<200 (3)
BCY79B — = 45 45 260 1/10 175...850 <08 10025  (<20) (35)
BCY79C - - 45 45 360 1/10 250...500 <08 100/25 (<20) (35)

1) rauscharmer Typ

2) extrem rauscharmer Typ

3) Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdréahte in 2 mm Abstand vom Gehéuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
‘) BCY 78 und 79: Py, = 350 mW, T, = 200 °C

Metallgehduse TO-18 Kunststoffgehduse ~ TO-92
18 A 3 nach DIN 41876 TO-18 kompatibel
Gewicht ca. 0,35 g Gewicht ca. 0,23 g

Kollektor mit Geh&use verbunden

max.2,2

max.Q5 ¢
MaBe in mm

K



NPN-Si-Transistoren

NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-39 und im Kunststoffgehduse ~ T0O-92
fir NF-Endstufen kleiner Leistung, sowie fiir Treiberstufen, besonders in Verbindung mit den rechtsstehenden PNP-Transistoren in Komplementarschaltungen

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T\, = 25 °C
Gehduse Kollektor- Emitter-  Kollektor- Verlust- Sperr-  Kollektor-Basis- Kollektor- Kollektor- Warme-
Emitter-  Basis- strom Ielstung schicht- Stromverhaltnis Sattigungs- reststrom widerstand
Spannung Spannung tempe- spannung

T,“| =25°C ratur

bei bei
Ucelle  -Ucesar Ic/lp bei Ring (Rinu)
- Ucgo V Ug_gﬂ Ie A PEPfW T;°C B VimA V A/mA  IcesnA UceV __grle

BC337-16  ~TO-92 45 5 08 0625 150  100...260 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC337-25 ~T0-92 45 5 08 0625 150  150...420 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC 337-40 ~TO-92 45 5 08 0625 150  240...600 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC 338-16 ~T0O-92 25 5 08 0625 150  100...260 1/100 <07 05/50 <100 25 (< 200)
BC338-25 ~TO9225 5 08 0625 150  150...420 1/100 <07 05/50 <100 25 (< 200)
BC 338-40 ~TO-92 25 5 08 0625 150  240...600 1/100 <07 05/50 <100 25 (< 200)

0,75 175  40...100 1/100 <1 1/100 <100 40 < 35(< 200)

BC140-6  TO-39 40 1 75 40...10 o
1 0,75 175  63...160 1/100 <1  1/100 <100 40 < 35 (< 200)
1

7

BC-140-10  TO-39 40 7

BC140-16  TO-39 40 7
7
7

0,75 175 100...250 1/100 <1 1100 <100 40 < 35 (< 200)

BC141-6  TO-39 60

BC 141-10 TO-39 60

1 0,75 175 40...100 14100 <1 1100 <100 60 < 35 (< 200)
1 0,75 175 63...160 1/100 <1 1100 <100 60 < 35 (< 200)
1

BC141-16  TO-39 60 R 075 175  100...250 1/100 <1  1/100 <100 60 < 35 (< 200)
BC340-6  TO-39 40 5 05 08 200 40...100 550 <04 0,15/15 <100 40 < 58 (< 220)
BC340-10 TO-39 40 5 05 08 200 63...160 5/50 <04 0,515 <100 40 < 58 (< 220)
BC340-16  TO-39 40 5 05 08 200 100...250 5/50 <04 0,15/15 <100 40 <58 (< 220)
BC341-6  TO-39 60 5 05 08 200  40...100 5/50 <04 0,15/15 <100 60 < 58 (< 220)
BC341-10 TO-39 60 5 05 0,8 200 63...160 5/50 <04 0,15/15 <100 60 < 58 (< 220)

500-mA-NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metaligehduse TO-39

gemeinsame Ic Piot (Tu = 25 °C) Piot (Te = 25 °C) T;
Grenzwerte: 500mA ") 0,8W 3w 200 °C
gemeinsame fr (Uce = 10V, Ic = 50 mA) Ccao (Ucgo = 10V)  Ruc Rinu
Kennwerte: 100 MHz 10 pF < 58 grd/W < 220 grd/W
Typ Grenzwerte o Kennwerte bei TU =250C

Kollektor- Kollektor- Emitter- Kollektor—Bams Stromverhaltnis Kleinsignal- Kollektor- Kollektor-

Basis- Emitter-  Basis- beil Strom- Séttigungsspannung reststrom

Spannung Spannung Spannung UCE =10V \rer_stérkung

lc=01mA Ic=10mAlc=015A Bl _
(0,01 mA) CE ™
(|1co v ;'1 5mn?A) bei
Iclls bei
_ UegoV  UceoV  UemoV B B B B Ucesat V A/mA  lcgonA UV

BSY51 =~2NG697 60 25 5 = ____> 30  40...120 30...100 015[<08} Q15a"15_ << 100 30
BSY 52 ~ 2N 1420 60 25 5 == = _70__ ~100.. .300 50... 2(_]_!':! 041 15 (< 08} 015;"12__ <100 30
BSY 53 m2__|\_|_1613 75 30 7 > 20 - _>_3_5_ 40...120 30...100 05(<1 2) 05/50 <10 60_
BSYS54 ~2N1711 75 30 7 (> 20) >75 100...300 50...250 0,5 [<_1,_2} 0,5/50 <10 60
BSY 55 22N18_93 120 80 7 > 20 >35 40...120 30...150 02(<06) 0,15/15 <10 Q0
BSY 56 120 _80 7 >35 >75 100...300 60...280 02_(<_06) 01_5_;_‘_]_5 <10 90
BSY 87 = 2 N 1889 100 60 7 > 20 > 35 40...120 30...150 02((06)_ 0‘1__5!15 <10 75
BSY 88__%_’_2__N 1890 100 60 7 > 35 >75 100...300 60...280 02(<086) 01515 <10 75 3
BSY 90 60 25 5 > 100 > 140 > 250 200...550 0,14 (< 0,8) 0,_151"15 <10 30
2N1613 75 50 7  (3)  >35 40...120 30...100 <15 01515 <10 60
2N 75 807 7 (>20)  >75  100...300 50...200 <15  015/%5 <10 60
2N 1893 120 80 7 >20 >35 40, 120 (> 45) <5 0,15/15 <10 90

1) bei BSY 53 und BSY 54: 750 mA
%) Uggg bel Rge <10Q
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PNP-Si-Transistoren

PNP-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-39 und im Kunststoffgehduse == T0-92
fir NF-Endstufen kleiner Leistung sowie fiir Treiberstufen, besonders in Verbindung mit den linksstehenden NPN-Transistoren in Komplementérschaltungen

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, =25 °C
Gehause Kollektor- Emitter-  Kollektor- Verlust-  Sperr-  Kollektor-Basis- Kollektor- Kollektor- Wirme-
Emitter-  Basis- strom Ie:stung schicht- Stromverhaltnis Sattigungs- reststrom widerstand
Spannung Spannung tempe- spannung

Tl_| = 25 °C ratur

bei bei
-Ucel-lc -Ucesor -Ic/-Ig bel RinG (Rinu)
-UceoV -Uggg V. -IcA Piot W 7,°C B VimA V A/mA  -IcesnA -Uce V. grd/W
BC 327-16 == T0-92 45 5 08 0625 150  100...260 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC327-25 ~TO92 45 5 08 0625 150 150...420 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC327-40 ~TO-92 45 5 08 0625 150 240...600 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC 328-16 ~T0-92 25 5 08 0625 150  100...260 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC32825 ~T0O9225 5 08 0625 150  150...420 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC328-40 ~~TO-92 25 5 08 0625 150  240...600 1/100 <07 05/50 <100 45 (< 200)
BC160-6 TO-39 40 5 1 075 175  40...100 1/100 <1 1/100 <100 40 < 35(<200)
BC 160-10 TO-39 40 5 K 075 175 63...160 1/100 <1 1/100 <100 40 <35 (< 200)
BC160-16 TO-39 40 5 1 075 175 100...250 1/100 <1  1/100 <100 40 < 35(< 200)
BC161-6 TO39 60 5 1 075 175  40...100 1/100 <1 1/100 <100 60 < 35(<200)
BC161-10 TO-39 60 5 1 0,75 175 63...160  1/100 <1 1100 <100 60 < 35(<200)
BC161-16 TO-39 60 5 1 0,75 175 100...250 1/100 <1 1/100 <100 60 < 35(< 200)
BC360-6 TO-39 40 5 05 08 200 40...100 550 <04 0,15/15 <100 40 <58 (< 220)
BC360-10 TO-39 40 5 05 08 200 63...160 550 <04 01515 <100 40 < 58 (< 220)
BC360-16 TO-39 40 5 05 08 200 100...250 5/50 <04 0,15/15 <100 40 < 58 (< 220)
BC361-6  TO-39 60 5 05 08 200 40...100 5/50 <04 0,15/15 <100 60 <58 (< 220)
BC361-10 TO-39 60 5 05 08 200 63...160 550 <04 0,15/15 <100 60 < 58 (< 220)

100-mA-PNP-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-18
Rauscharme Typen fir Gleichstrom- und NF-Verstérker mit kleinem Kollektorstrom

Typ Grenzwerte Kennwerte bei Tu = 25°C
Kollektor- Emitter-  Verlust- Sperr- Kollektor Basns Stromverhaltn is Kollektor- Kollektor- Wirme-
Emitter-  Basis- leistung  schicht- Sattigungs- reststrom widerstand
Spannung Spannung bei tempe- spannung

Ty = 25 °Cratur

bei bei bei

-Uce/-Ic -Uce/-Ic -Ucesar -Icl-ls bei Rinu
 -UceV UV PitW T;°C _B ViuA B ~ V/imA V. mA/mA -lcgsnA -UceV  grd/W B
2N39%62 60 6 036 200 ...300 510 100...450 51 <04 50/5 <10 50 <480
2N39%3 80 6 036 200 100 ...300 510 _100 450 51 <04 505 <10 70 < 480
2 N 3964 45 6 0,36 200 250...500 5/10  250...600 5/1 < 04 50/5 <10 40 < 480
Metallgehause TO-18 Kunststoffgehduse == TO-92 Metallgehduse TO-39
18 A 3 nach DIN 41876 TO-18 kompatibel Gewicht ca. 1.9
Gewichtca. 0,18 g Kollektor mit Gehéuse verbunden

Gewicht ca. 0,35 g
Kollektor mit Gehduse verbunden

B
E K o
25
Z)
ma -
i -'L’B.-‘— | :
» | *cn_
gg‘ ! E«: f
4 | 4
w -I - w0 -!
b ) mox 580 ™ = imax, 94 ¢
£ * é
E g
| T
i |
max.05 max. 0,5* 125 max.05 @
MaBe in mm
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NPN-Si-Transistoren

500-mA-NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-18 bzw. TO-39
mit hoher Grenzfrequenz und kurzen Schaltzeiten

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
© Gehduse Kollektor- Kollektor- Emitter-  Kollektor- Verlustleistung Sperr-  Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
Basis- Emitter- Basis- strom ei schicht- bei
Spannung Spannung Spannung Ty=2°C Tg=2°C tempe- Ueg =10V
ratur lc =10 mA lc=015A lc=05A
(1V /10 mA) (1V/01A)
Ic A

e _ UcaoV. UceoV  UesoV _ (IeuA) ProtW  Piot W T°c B B B
BSW 82 TO-18 40 25 5 (0,5) 0,5 1,8 175 > 30 40...120 —
BSW83  TO-18 40 25 5 (05) 05 1.8 175 > 70 100...800 —
BSwss TO-18 75 2~ 40 5 (05 0.5 1.8 s >3 40...120 >20
BSW 85 TO-18 75 40 5 (0,5) 0,5 18 175 >75 100...300 _> 40
2N2218  TO-39 60 3 5 08 08 3 200 > 35 40...120  >20
2N2218A  TO-39 75 40 6 08 0.8 3 200 > 35 40...120  >25
2N 2219 TO-39 60 30 5 08 08_ 3 200 >75 100...300 > 30
2N2219A TO-39 75 40 6 08 0.8 3 200 >75 100...300 >40
2N2221  TO-18 60 3 5 08 05 18 175 > 385 40...120 > 20
2N2221A TO-18 75 40 6 08 05 1.8 175 >3 40...120 >25
2N222  TO-18 60 30 5 08 05 1.8 175 >75 100...300  >30
2N2222A  TO-18 75 40 6 08 05 1.8 175 > 75 100...300 > 40
2N2368  TO-18 40 15 4,5 (0,5) 0,36 1,2 200 (20...60) — —
2N2369  TO-18 0 15 45 (0§ 036 12 200 ~ (40...120) — -
2N2369A TO-18 40 15 4,5 (0,5) 0,36 1.2 200 (40...120) (> 20) -
Typ Kennwerte bei T, = 25°C o B —

Kollektor- Kollektorreststrom Kleinsignal- Transitfrequenz Kol Iektor-__ Warme- )

Sattigungsspannung Strom- bei Basis- widerstand

bei verstérkung Ug=20V Kapazitét

le =10mA | =500 mA ei lc = 20 mA bei

[g=1mA  |g=50mA Ugg =10V f = 100 MHz Ucgo = 10V

(1071 mA) g =k, (1ov/1omay |- 1MHz
. (5Vv)
bei Ring (Rinu)

Uce sat V Ucesat V. lcaonA Ucs V 5 fr MHz CcaopF  grd/W
BSW 82 <06 — <100 30 — > 200 <8 < 84 (< 300)
BSW 83 <06 — <100 30 -- > 200 <8 < 84 (< 300)
BSW 84 <04 <15 <1m 50 = _ >200 <8 < 84(<300)
BSW 85 <04 <16 <10 50 - > 200 <8 < 84 (< 300)
2N 2218 <04 <16 <10 50 - > 250 <8 <58 (< 220)
2N 2218 A <03 <10 <10 60 3...150 >250 <38 < 58 (< 220)
2N 2218 <04 <16 <40 90 = > 250 <8 < 58 (< 220)
2N2219A <03 <10 <10 60 56...300 > 300 <8 < 58 (< 220)
2N2221 <04 <16 <10 50 — > 250 <8  <84(<300)
2N2221A <03 <10 <10 60 30...150 > 250 <8 < 84 (< 300)
2N 2222 <04 <16 <10 50 = > 250 <8 < 84 (< 300)
2N2222A <03 <10 <10 60 50...300  >300 <8 <84(<300)
2N2368 o (<025 <400 20 = (>400) (<4 <150(<480)
2N2369__ - (< 0,25) < 400 20 —_— B (> 500) _{_(__4) < 150 (<_ 1_180)_ _
2N 2369 A = (<02) <4007) 20 = (> 500) (< 4) < 150 (< 480)
) Icgs bei Ugg
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PNP-Si-Transistoren

500 mA-PNP-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-18 bzw. TO-39

mit hoher Grenzfrequenz und kurzen Schaltzeiten

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25°C
- Gehause Kollektor- Kollektor- Emitter-  Kollektor- Verlustleistung Sperr-  Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

Basis- Emitter-  Basis- strom ei schicht- bei

Spannung Spannung Spannung Ty=25°C Tg =25°C tempe- Ug=10V

ratur Jc=10mA -] =015A e =05A
(5V /50 mA)

-UcsoV  -UceoV  -UssoV  -IcA  PiotW  PitW  T;°C B B ]
BSW72  TO-18 40 25 5 05 04 1.8 200 >30  40...120 —
BSW73  TO-18 40 25 5 05 04 18 200 > 70 100...300  — )
BSW74  TO-18 75 40 5 05 04 18 200 @ >35 40...120  >20
BSW75  TO-18 75 40 5 05 04 18 200 >75 100...300  >40
2N2904  TO-39 60 40 5 06 08 3 200 >35 40...120 >20
2N2904A  TO-39 60 60 5 06 08 3 200  >40 40...120 > 40
2N2905  TO-39 60 40 5 06 08 3 200 >75 100...300 > 30
2N2905A TO39 60 60 5 06 08 3 200  >100  100...300  >50
2N2306  TO-18 60 40 5 06 04 18 200 >3  40...120 >20
2N2906A TO-18 60 60 5 06 04 1,8 200 > 40 40...120 > 40
2N2907  TO-18 60 40 5 06 04 18 200 >75 100....300 > 30
2N2907A TO-18 60 60 5 06 04 18 200  >100  100...300 > 50 i
BC 192 TO-18 25 25 5 05 04 1.8 200 —  (60...180)  —
Typ ~ Kennwerte bei T, =250C o o o o

Kollektor- __kol teﬁo"est_st-rarn_ B Transitfrequenz Kollektor- Warme-

Sattigungsspannung Basis- widerstand

bei Kapazitat

“lc =150mA -] = 500 mA ei

Sg=15mA -] =50 mA “Ucgo =10V

{50 mA / 5 mA) bei f=1MHz

o8l ~Uce/-Ic Ring (Rihu)

S “UcesatV  =UcesatV  -lcgonA -UesV ~ frMHz ~ V/mA Ccao pF grd/wW
BSW 72 <06 — <100 30 > 150 2050 <8 < 97 (< 440)
BSW 73 <06 - <100 30 > 150 20/50 <8 <97 (<440)
BSW74 <04 <16 <10 50 > 150 20/50 <s <97 (<440)
BSW 75 <04 <16 <10 50 > 150 20/50 <8 <97 (< 440)
2 N 2904 <04 <16 <20 50 >200  20/50 <8 < 58 (< 220)
2N2904A <04 <16 <10 50 ~ >200 2050 <8 - <58(<220)
2N 2905 <04 <16 <20 50 > 200 20/50 <8 <58(<220)
2N 2905 A <04 <16 <10 50 > 200 - 20/50 <8  <58(< 220)
2 N 2906 <04 <16 <20 50 > 200 20/50 <8 < 97 (< 440)
2N 2906 A <04 <16 <10 50 ~>200 20/50 <8  <o7(<440)
2 N 2907 <04 <16 <20 50 >200  20/50 <8 <97 (<440)
2N2907 A <04 <186 <10 50 ~>200  20/50 <8 <97 (< 440)
BC192 (<025 — <100 20 > 100 - 550 12 < 97 (< 440)

Metallgehduse TO-18

18 A 3 nach DIN 41 876
Gewicht ca. 0,35 g
Kollektor mit Gehause verbunden

rr_);n(.QSﬂ
MaBe in mm

Metallgehause TO-39
Gewicht ca. 1 g
Kollektor mit Gehduse verbunden

max. 9,4 @
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NPN-Si-Transistoren

1-A-NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-39

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
Koﬁektor- .Kollektor~ Emitter-  Kollektor- Verlustleistung Sperrschicht- Warme- Kollektorstrom
Basis- Emitter- Basis- strom bei temperatur widerstand
Spannung Spannung Spannung Ty=25°CTg =25°C
bei
RinG (Rnu) Icgo NA Ucg V
i UV UceoV UesoV.  IcA  PotW  PW  Ti°C grdW__~ (lceopA)  (UceV)
BSX 22 40 32 5 15 08 6 - 175 << 25 (<< 190) (_< 1) (1_0)
BSX 23 0 65 5 15 08 6 175 <25(<190)  (<1) (30)
BSY81 40 8 5 1 0,9 5 200 <35(<194) <100 30
BSYs2 40 ‘!_8_ 5_ 1 0,9 5 200 < 35 ( < 194) < 100 30 )
BSYBI~ZNZ 80 3% 7 1 09 5 200 <o (<tea) <10 60
BSY 84 80 35 7 1 0,9 5 200 < 35 (< 194) < 10_ _60_
BSY 85 = 2 N_2_1_93 A 120 64 7 _1 0,9 5 200 < 35(< 194) <10 90
BSY 86 120 64 7 1 09 5 ; 200 o < 35_ (< 19_4}_ <10 90
U7 ‘Kennwerte bei T, = 25°C i o I T
Kollektor-Basis-Stromverhéitnis Kollektor- Transitfrequenz Kollektor-
bei Sattigungs- Basis-
Ugg =10V gpa_mnung §eapamﬁt
. — —_ - — 1 1
le=01mA Ic=10mA I-=015A lc=05A lc=1A I:=‘IA Uegy = 10V
Hep=2V) lg = 01A
8= bei
Ucellc
- B B B i B B Uct st V fr MHz V/imA Ccso pF
BSX22 —_ —_ —% (> 35) = <A1 100 5/100 20 -
BSX 23 - - = (>3 — <A — — 20
BSY81 >20 @ >3 40...120  >30 >15 <12 100 10/50 <15 )
BSY 82 > 35 _?_ 75 100...300 > 40 > 20 <12 120_ _‘I_gf_ﬁ{) <_1__5 )
E_!_S!S(i > 20 - > .'_35 40...120 >__3_{! >_1_5___ _ __<_1_ 100 10;’50_ i oy L
BSY84  >35 >175 100...300 > 40 =20 <1 120 10/50 <
BSY 85 > 20 _>_35 40...120 >30 >_15 <__1 110__ _10;"50 <15 ~
BSY 86 > 35 > 75 100 ... 300 > 40 > 20 <1 130 10/50 <15
NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-39
fiir Video-Endstufen
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25°C
Kollektor- Kollektor- Ermitter- Kollek- Verlust-  Sperr-  Kollektor-  Kollektor-  Kollektor- Transit- Kollektor-
Basis- Emitter- Basis-  torstrom leistung schicht- Basis-Strom- Sattigungs- reststrom frequenz Basis-
Spannung Spannung Span- ei tem- verhdltnis  spannung Kapazitat
ei nung Tg = 25°C peratur  bei bei
Rge = 1kQ Ug =10V I =30mA
Tc = 30 mA IB = 6 mA
bei
bei Ucellc bei
Ucgo V ch_g v UEg._j_V J'_c mA P'E.’ w T; l:’C_ B B UcesatV  IcgonA UcgV ___fr h_-_1Hz V/mA  Ccgo pF U(_:_qa__V_
BF 137 160 160 5 100 5 175 >25 i <1 <50 120 95 3 10:’20 2 20
BF257 160 160 5 100 5 175 >25 <1 <5 100 9 1015 42 30
BF 258 - 250 250 5_ 100 5 175 > 25 <1 <50 200 90 _10,"15 42 _3_0
BF 259 300 300 5 100 5 175 >25 <1 <50 250 90 1015 4,2 30




PNP- und NPN-Si-Transistoren

1-A-PNP-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-39

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25°C
Kollektor- Kollektor- Emitter- Kollektor- Verlustleistung Sperrschicht- Wérme- Kollektorreststrom
Basis- Emitter- Basis- strom bei temperatur widerstand
Spannung Spannung Spannung Ty=25°C Tg=2°C
Ring (Rinu) bei
N -UcgoV  -UceoV  -UesoV  -IcA Piot W Pt W Ti°C grd/W ~Icso A -UesV
2 N 4030 60 60 5 1 08 4 200 <44 (<220) <50 50
2 N 4031 80 80 B 5 - __1 0,3_ ] ) _4__ o __gﬂ_O____ ) S_._‘f“!’_(<__220) < 50 60
2 N 4032 60 60 5 1 08 4 200 <44 (<2200 <50 50
2 N 4033 80 80 5 _ L 0,8 4 200 < 44 (< 220) < 50 60
Typ - Kennwerte bei TU_=_ 25°C - - T
Kollektor-Basis-Stromverhaitnis Kollektor- Transitfrequenz  Kollektor-
bei Séattigungsspannung bei Basis-
Ueg=5V Ueg =10V ga_pazitét
=l =01 mA -lc = 100 mA “le=05A le=1A =l = 50 mA ndl
C o C o 9 'UCBO =10V
bei
-Ic/-Ig
B B B B -L{gg sat V A/A . fr MHz Ccao pF
2N 4030 > 30 40...120 >25 >15 <1 o1 >100 <20
2 N 4031 > 30 40...120 >25 >10 <05 0,5/0,05 ) _> 100_ <20
2N4032 =~ >75 100...800 >70 240 <1 101 > 150 <20
2 N 4033 >75 100...300 > 70 > 25 <05 0,5/0,05 > 150 < 20
NPN-Si-Epitaxie-Planar-Transistoren im Metallgehduse TO-18 mit hoher Kollektor-Emitter-Spannung
Der BF 120 ist bestimmt fir die Ansteuerung von Zeilenendréhren mit dem vom Zeilenfrequenz-IC TAA 790 gelieferten Signal.
Der BSY 79 ist vorgesehen fiir die Ansteuerung von Ziffernanzeige-Glimmrdhren (Nixie-Treiber).
Typ Grenzwerte Kennwerte bei TU = 25°C
Kollektor- Kollektor- Emitter- Kollektor- Verlust- Sperr- Kollektor-Basis-  Kollektor- Kollektor- Wiérme-
Spannung Emitter- Basis- strom leistung schicht- Stromverhéltnis Sattigungs- reststrom widerstand
Spannung  Spannung bei temperatur  bei spannung bei
bei Ty=25°C Ugg=1V bei Ueg =90V
Ugg =1V lc=1mA lc=2MA (g =200V)
(10V, 10 mA) :B . %22'"*“”
10 mA, 2 m
Ucgg V Rinu
(Uceo V) UcevV UeoV. IcmA PotmW  T;°C B Uce sat V Icgo nA grd/mw
BF 120 (200) — 5 50 30 175 (>20) (<20  (<200) <05
BSY 79 120 120 5 30 300 175 >30 03(<05 <50 <05

Metallgehduse TO-18

18 A 3 nach DIN 41 876
Gewicht ca. 0,35 g
Kollektor mit Gehause verbunden

max.05 @

MaBe in mm

Metallgehduse TO-39
Gewichtca. 1 g
Kollektor mit Gehduse verbunden

5

'

max. 9,4 ®

1251 MO o ,‘_d"".

-

max.05 @
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PNP- und NPN-Si-Leistungstransistoren, NPN-Si-HF-Transistoren

NPN-Si-Leistungstransistoren (gepaart lieferbar; als Komplementéarpaare sind die Typen BD 135/136, BD 137/138 und BD 139/140 lieferbar)

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C

Gehduse Kollek- Emit- Kollek- Verlust- Sperr- Warme- Kollektor-Basis-Stromverhéltnis Kollektor- Transitfrequenz
tor- ter- tor- leistung schicht- wider- Séttigungsspannung
Emitter- Basis- strom bei tem- stand
Span-  Span- Ta = peratur
nung nung 25 °C

bei bei bei bei
IcA Rinc Ucellc Ucellc Ic/lg Uce/lc

UceoV Uggg V ({'_CM A]P,.,_,w T;°C g_rd{W B V/A B V/A U_(_:_E_;_E;V AJA fr MHz V/A

BD106A SOT-9 36 5 25 115 175 <13 50...150 2/05 >07Bps 215 <1 25025 100 10/03

BD1068 SOT-H 36 5 25 115 175 <13 100...300 205 >07Bps 215 <1 25025 100 10/03

BD107A SOT-9 64 5 25 11,5 175 <13 50...150 2/05 >07Bps 21 <1 25/025 100 10/03
5

BD107B SOT-9 64 25 115 175 <13 100...300 2/05 >07Bos 21 <1 25/025 100 1003

BD135  SOT-32 45 5 (15 65 125 <10 40...250 2/015 >25  2/05 <05 05/005 250 5/0,05
BD137 SOT-32 60 5 (15 65 125 <10 40...160 2/015 >25 2/05 <05 05/005 250 5/0,05
BD139 SOT-382 80 5 (15 65 125 <10 40...160 2/015 >25  2/05 <05 05005 250 5/0,05
BD306A SOT-32 3 5 25 10 125 <8 50...150 2/05 >07Bos 2/15 <1 25/025 100 10003
BD306B SOT-32 36 5 25 10 125 <8 100...300 2005 >07Bps 215 <1 25/025 100 10/0,3
BD307A SOT-32 64 5 25 10 125 <8 50...150 2/05 >07Bos 21 <1 25/025 100 1003
BD307B SOT-32 64 5 25 10 125 <8 100...300 2/05 >07Bps 21 <1 25025 100 10/03
BDY15A SOT-9 36 5 25 115 175 <13 50...150 2/05 >15  2/25 <1 25/025 100 10/03
BDY158 SOT-9 3 5 25 11,5 175 <13 100...300 2/05 >25  2/25 <1 25/025 100 10/03
BDY15C SOT-9 3 5 25 11,5 175 <13 200...600 2/05 > 35 2/25 <1 25/025 100 10/03
BDY16A SOT-9 64 5 25 115 175 <13 50...150 2005 >15 225 <1 25/025 100 10/03
BDY16B SOT-9 64 65 25 115 175 <13 100...800 2/05 >25  2/25 <1 25/025 100 10/03
2N3055 TO3 60 7 15 115 200 <15 20...70 4/4 >5 410 <11 4/04 15 4/1

PNP-Si-Leistungstransistoren (gepaart lieferbar; als Komplementérpaare sind die Typen BD 135/136, BD 137/138 und BD 139/140 lieferbar)

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
Gehduse Kollek- Emit- Kollek- Verlust- Sperr- Warme- Kollektor-Basis-Stromverhaltnis Kollektor- Transitfrequenz

tor- ter- tor- leistung schicht- wider- Séattigungsspannung

Emitter- Basis- strom bei tem- stand

Span- Span- T = peratur Ry o

nung nung 25 oG
bei bei bei bei
~Ucgl-lc ~Ucgl-Ic -le/-1s -Ucgl-Ic

-Uceo V. -Ueso V‘_’TCM APitW T; °C grd/W B V/A B V/IA -UcesatV AJA ﬁ_MHz\iA

BD138 SOT-32 60 5 15 65 125 <10 40...160 2/015 >25 2/05 <05 05005 75 5/0,05
BD 140  SOT-32 80 5 15 65 125 <10 40...160 2/015 >25 2/05 <05 05/005 75 5/0,05

BD136  SOT-32 45 5 15 65 125 <10 40...250 2/015 >25 2/05 <05 05005 75 5/005

NPN-Si-HF-Transistoren im Kunststoffgehduse 50 B 4 bzw. =~ TO-92
fir Rundfunk- und Fernsehempfénger

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
Gehiuse Kollektor- Kollektor- Verlust- y-Parameter in Emitterschaltung (Basisschaltung) Arbeitspunkt
Emitter-  strom leistung bei
Spannung ei Ug=10V
Ty=25°C

) - UV IcmA  PioymW gymS CipF gz uS CopF |yailmS ¢21°  |y12uS ¢12°  IcmA f MHz
BF 121 50B4 30 25 130 _[58] _(—22] (_46] (1,4) (55) (148) (130) (-84) 2 100
BF 123 ' 50B4 30 30 330 59 45 50 18 18 —-24 B85 = -94 7 3
BF 125 _50 B4 30 30 330 (70) (=21) (23) (1,8) (65) (155) (185) (—85) 2 100
BF 127 50B4 30 25 330 54 45 30 14 115 -21 48 —94 4 35 B
BF198  ~TO92 8 25 250 45 40 3 13 105 -0 45 95 4 35
BF 199 ~T0-92 25 - 25 250 5 45 75 16 175 -2 6 2 -9 7 3
BF 240 ~TO092 40 25 255 1,1 22 125 14 75 0 20 -2 2 107
BF 241 ~T0-92 40 25 255 1.1 22 12,5 1,4 75 0 20 —92 2 10,7
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PNP-Si-HF-Transistoren

PNP-Si-HF-Transistoren im Kunststoffgehduse = T0-92
fir Rundfunk- und Fernsehempfénger
Der BF 324 ist besonders flir UKW-Tuner geeignet, der BF 450 fir geregelte und der BF 451 fir ungeregelte AM/FM-ZF-Verstarkerstufen.

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
Kollektor-Kollektor-Verlust- Kollektor- Transit- Rickwir- Ausgangs-  RauschmaB Waérme-
Emitter- strom leistung Basis-Strom- frequenz kungs- leitwert bei wider-
Spannung verhdltnis bei kapazitat bei Ugg =10V stand
bei -Ucg =10V bei Ugg =10V
Ve =10V ' 1mA iu=1f”;'gv -lcg = 1MA
-|C:1I'I'IA CE= f = 500 kHz
Ci2b pF B ) Ry
-UceoV -lcmA  PioymW Ty °c B fr MHz (Ci12¢ PF)  g22¢ 1S FdB bei grd/W
BF 324 30 25 250 45 45 350 0,1 — 3 -le=2mA f =100MHz, Rg =60Q <420
BF 450 40 25 150 25 > 60 325 (0,35) <8 2 -le =1mA f =100 MHz, Rg = 300 Q < 660
BF 451 40 25 150 25 > 30 325 (0,35) <8 2 -le = 1mA f =100 MHz, Rg = 300 2 <660
Kunststoffgehduse BF 198/99, BF 240/41, BF 450/51 BF 324
50 B 4 nach DIN 41 867 Kunststoffgehduse =~ TO-92 Kunststoffgehduse ~ T0O-92
Gewicht ca. 0,1 g TO-18 kompatibel TO-18 kompatibel
Gewicht ca. 0,23 g Gewicht ca. 0,23 g
Gt .
B9)K = E K=
n }
—+j48° 25 25
™~
o
-4 o~
05 & ;
0,2 dick ’E.; é
uida
$ . s
i .
m‘,.‘-{:;jg%
FTE
Kunststoffgehduse SOT-32 Metallgehduse SOT-9 Metallgehduse TO-3
== 12 A 3 nach DIN 41 869 =~ 9 A 2 nach DIN 41 875 =~ 3 A 2 nach DIN 41 872
Gewicht ca. 1 g Gewicht ca. 8 g Gewicht ca, 23 g
Kollektor mit Montagefldche verbunden Kollektor mit Gehduse verbunden Kollektor mit Gehduse verbunden

j————max.272 —

la——max.22,2°—ow]

—max.8,5 e

—={min.8,5 ja—
%3
[
x
et
~»{min. 8 |-
*3
*
-

MaBe in mm
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Si-Kapazitatsdioden

Si-Kapazitétsdioden im Glasgeh&use DO-7

fiir automatische Nachstimmschaltungen und UKW-Tuner.

Typ

BA110
BA 111

BA 112

Kennwerte bei T, = 25 °C

Kapazitat

UZI =2V UR =4V
CotpF Gt PF
10@8...12) 83

55 (45...65) 45,7

 Giite

100 (80...120) 83

Si-Tuner-Dioden (Epitaxie-PIanar—Kapazitﬁtsdiodén) im Glasgehause DO-35

fir die Abstimmung in Fernseh- und UKW-Tunern

Typ

BB 121
_B_B 1 22_

BB 141

BB 142

Kennwerte bei T, = 25 °C

Kapazitat
bei bei
Ug=3V  Ug=25V

Ciot P_F _Croi P'_:__

bei
Ug=29...25V

Grenz-
frequenz
firQ =1
bei
Up=3V

fg_i_ GHz

20

f.'_L . 20...25
13 - 22...32
12 2,0...30
1 2,0...30

10

20

10

Sperrstrom Durchbruch-
spannung
bei
Ip = 60 mA Ug =10V
Iz nA _I'.!fBR.]R Vv
<50 > 30 B
<100 =20
< 200 > 20
Serien- o Sgprrstrom Du?cﬁbruch-
resonanz- ei spannung
frequenz Up =28V
bei
Up=25V
foGHz  IrpA  UpsrrY
1,9 <01 > 30
1,7 < 0_,1 > 30
1.9 <01 >3
1,9 <01 > 30

Diese Dioden werden einzeln oder in Bestiickungssitzen geliefert (z. B. Terzette oder Quartette). Gleichlaufbedingungen siehe ausfiihrliches Datenblatt.

Si-Planar-Kapazitdtsdiode im Glasgehduse DO-7

fiir Modulatorschaltungen in Gleichspannungsverstérkern mit extrem hohem Eingangswiderstand

Typ Kennwerte bei T, = 25°C

Kapazitat ) Steilheit Sperr- DurchlaB- Durchbruch-

bei bei widerstand widerstand spannung

Up=Ug=0 Up=Ug=10 bei ei

Up = 20mV Up = 20 mV
o Ciot PF dcldu pF)"V Ugﬂg @_Q Uk/le GQ___ Uispr V )
BAY 35 100 (80...120) 44 >20 >5
') Die BAY 35 wird gepaart geliefert. Der Unterschied zwischen den beiden Kapazitdtswerten eines Paares betrigt max. 5 pF.
Si-Tuner-Diode (Epitaxie-Planar-Kapazitatsdiode) im Glasgehiduse DO-7
mit sehr groBem ausnutzbarem Kapazitatsverhéltnis zur Abstimmung dber den gesamten Frequenzbereich in KW-, MW- und LW-Kreisen
Typ Kennwerte bei T, = 25 °C
Kapazitét Serien- Sperrstrom  Durchbruch-
i Kapazitatsverhaltnis widerstand bei spannung
Ug = Ug = bei Up =10V Ug=10V
15V 1V 4...10V Ug=1V f=03...
1,5 MHz

B CiotPF_ CrotPF_ Ciot pF o (10V) rs . . IrpA  UrrV
BA 163 >180 10 35 (> 26) 1,5 500 (> 200) 500 (>200) <05 > 14

Die BA 163 wird einzeln oder in Bestiickungssétzen geliefert (z. B. Paare oder Terzette). Gleichlaufbedingungen siehe ausfiihrliches Datenblatt.
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Si-Schalterdioden, GAs-Leuchtdiode

Si-Epitaxie-Planar-Schalterdioden im Glasgehduse DO-35
zur elektronischen Bandumschaltung in Rundfunk- und Fernsehtunern

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25°C
Sperr- DurchlaB- Sperrschicht-  DurchlaB- Sperrstrom Serien- differentigller relative Ande- Kapazitat )
spannung strom temperatur spannung bei induktivitat, DurchlaB- rung des diff. bei
bei bei Up=15 v gemessen widerstand DurchlaBwider- f=50...
Ty=60°C Ig = 100 mA direkt am bei standes mitdem 1000 MHZ
Gehduse lg =10mA DurchlaBstrom Up =15V
f=50... im Bereich
1000 MHz IF=2...40mA
i UV lrmA T; °C_ UV hknA  LinH Q- “;imA B Ciot PF
BA 243 20 100 100 <1 <_100 2,5 0,7 [<__1_)_ 5 <2
BA 244 20 100 100 <1 < 100 2,5 0,4 (< 0,5) 5 <2
GaAsP-Lumineszenz-Diode in Miniatur-Kunststoffgehéduse
Rot leuchtende Diode fiir vielseitige Anwendungen in der modernen Elektronik
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
DurchlaB- Sperr- Verlust- Durchlag- Durchbruch- Leuchtflache  Lichtstarke Licht- Wellenlange
Gleichstrom spannung leistung spannung spannung in Richtung in Richtung strom beim Spitzen-
bei bei bei der Gehduse- der Gehduse- wert der
Ty=2°C g = 20mA lg = 10 A achse achse Emission
ei
I. =20 mA
Ir mA UrV Piot mW UeV Ugrir V F mm? I med @ mim Aok NM
cQy 26 50 3 120 1,7(<2) 8(>3) 18 2(>08) 1,4 650
Glasgehduse DO-7 Glasgehause DO-35 cQy 26
51 A2 nach DIN 41880 56 A 2 nach DIN 41 883 Miniatur-Kunststoffgehduse
Gewichtca. 0,2 g Gewicht ca. 0,13 g Gewichtca. 02 g
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Si-Dioden

Si-Dioden im Glasgehause DO-7 und DO-35
fiir allgemeine Anwendungen

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
Gehause Sperr- Richtstrom Verlust- Sperrschicht-  DurchlaB- Sperrstrom Kapazitat Warme-
spannung in Einweg- leistung temperatur spannung ei widerstand
schaltung bei bei Upg=10V
g‘n! R-Last T, =25° lg = 100 mA f = 0,5 MHz
el (I- = 80 mA) (Up =0V,
Ty=2°C : sy MHz)
bei
e A {q_mA ) Piot nl\'\i_ T ?C UV Ir 1A U_R Vv C_f_,-_Lp_F - _E!;,U _grdf'mw
BAY 17 DO-7 15 200") 400 ") 150 _< 1 - 0,01 (_< 91_1] ‘& 12 _<__9_,31 ')_
BAY 18 DO-? 60 _ 2(10_‘) ) _4(3_101 150 <1 001 (<0,1) 50 1,2 <031")
BAY19  DO-7 120 200') 4007) 150 =1 _002(<0mn 100 1.2 <031))
BAY 20 DO-7 180 _200_') 400) 150 <1 0,03 (< 0,1) 150 _1,2 ) < 0,1}1 N )
BAY 21 DO-7 350 200") 400 ) 150 <1 0,03 (<_D,1) 300 _ _112_ __< 0,317
BAV17 DO-35 25  200")  400") 175 < <01 20 (15) <0375)
BAV 18 DO-35 60 200_']__ 400 l] 175 _< 1 3 < 0,1 50 (1,5) _< 0,375 '_)___
BAV 19 DO-35 120 200“‘) 400 ") 175 <1 < 0,1 100 (1,5) < 0,375 ")
BAv2o DO-35 200 200 ) 400 ') 175 =1 <01 150 (1.5 <03757)
BAV21  DO-35 250 200)  400) 175 <1 TR0 200 (1.5 <0375
BA170  DO-35 20  150"')  300") 150 (<1) <3 15 — <0417)
') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdriéhte in 4 mm Abstand vom Geh&use auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
Si-Hochspannungs-Flédchendioden im Glasgehéduse DO-7-lang
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
Sperrspannung StoBspitzen- Richtstrom in Sperrschicht- DurchlaBstrom  Sperrstrom Wirme-
spannung Einwegschaltung temperatur ei widerstand
bei mit Up =3V
t<1ms Widerstandslast
al
Ty=45°C
bei
UV UssmV __lomA _Ti°C  lkmA lrpA  UrV_ Ry grd/mW
BAY 23 1000 1500 s 150 ) __>_80 <1 _1000 < 0,42
BAY 24 _1500 225()_ 50 150 >80 < 1500 _<_0,_42 -
BAY25 2000 3000 50 150 >80 <1 2000 < 0,42
BAY 26 3000 4500 50 150 > 80 <3 3000 < 0,42
Si-(Epitaxie-)Planar-Dioden im Glasgehduse DO-35 bzw. im Glasgehduse DO-7 (ITT 700, ITT 777)
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25°C
’ Sperr-  Spitzen- Richtstrom Verlust- Sperr- DurchlaB- Sperrstrom Sperrverziigerungszeit
span- sperr- in Einweg- leistung schicht- spannung
nung span- schaltung bei tem-
nung lr:.ni‘t R-Last TL_| = 25 °C peratur
ei
Ty=2°C
bei bei
DO-35: e UrV E UR_M !_l'o mA PiotmW T;°C UV ."‘_s_lfI'IA Ia NA U_pi f_”_!'ls gemessen bei -
1N4148 ~1N914 75 100 150") 500" 200 <1 10 <25 20 <4 Ig=10mAaufUp=6V.lz=1mAR =100Q
1N4151 ~ 1N3604 50 75  150")  500") 200 <1 80 <5 50 <2 Ig=10mAaufUs=6V.lz=1mAR, =1000
1N4154 - 1N4009 25 35  150') 500") 200 <1 30 <100 25 <2 lp=10mAaufUp=6V,ip=1mA R =100Q
1N4446 - 1N914A 75 100 150") 5007) 200 <1 20 <25 20 <4 Ip=10mAaulUp=6V,lp=1mAR =i008
1N4448 =~ 1N914B 75 100  150") 500") 200 <1 100 <25 20 <4 Ig=10mAaufUp=6V,Iz=1mA R =100Q
DO-35: i
ITT600 — 75 2000 6007 200 =1 200 <00 50 <d lp=h = S0WADISI =Gl
ITT 601 . — %0 200") EG ") 200 <1 400 <100 30 <6 lg=10mAaufly =__1_°_"'"A_Ei_5 Ir f_1 mA -
ITT 3002 == 150 100 250 175 <1 200 <1 125 — —
DO-7: N P
ITT 700 = 1 N 5220 — 30 §0 2 250 %) 150 < 1_,:I 50 <50 20 B <07 _lp_= 10 mA SUf_l_R =10mA ‘iis lg=1 “"_A
ITT 777 — 15 507 2502) 150 <1 20 <100 8 < 0,75 = 10 mA auf I = 10 mA bis I = 1 mA

') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdréhte in 8 mm Abstand vom Gehéuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
) Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdréhte in 12 mm Abstand vom Gehé&use auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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Ge- und Si-Dioden

Si-Dioden im Kunststoffgehause 3 ¢ x 6,35

fir schnelle Schaltanwendungen, z. B. als Klemmdiode in Farbfernsehempféngern oder fiir Elektronenblitzgeréite

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T|; = 25°C
periodische DurchlaB- StoBstrom- ) DurchlaB- Sperrs_trom Sperr- - Kaps;zitét o
Spitzen- gleichstrom grenzwert spannung verzogerungs- bei
sperrspannung bei fur eine 50-Hz- bei zeit f=1MHz
TU =45°C Halbwelle, le=1A bei
ausgehend T. =25°C lg = 10mA
von T; = 25°C ' auf Iy = 10 mA
bis Ig = 1mA
bei bei
Ursm V Irsm A UV ~ lrpA RV tens CiotpF  UrV
BA 157 400 15 < 1.5_ <5 400 <300 _3 400 _
BA 158 600 400%) 1B _< 1.5_ i5 _QOO - <_300 - _2 - 60_0_
BA 159 1000 400 ") 15 <15 <5 1000 < 300 18 1000
') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 10 mm Abstand vom Gehéuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
Si-Kontaktschutzdioden (Controlled Avalanche Dioden) im Glasgehause DO-35
Dioden mit definiertem Abbruchverhalten fiir Relais- und Telefonschaltungen
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25°C
Richtstrom Stromimpuls in Sperrichtung Sperrschicht- Durchbruch- DurchlaB- Sperrstrom Warme-
in Einweg- ausgehend von T, = 25 °C temperatur spannung spannung widerstand
schaltung bei : bei
mit R-last p = 1 = 200 mA
el - -4 -3 -2 -1
TU=25°C 105 s 104 s 10*s 10%*s 10's
bei Ry
- pr‘nA ."Rm_rﬂ_A mA  mA mA mA _T_,'_?C B Urig V. IrmA UV lknA UV grt_:lfmw_ B
BAW 21 B 4(_)3_‘) 600 300 30 3 3 200 - _90 . ._1_50 _0‘1 B <‘! ) < ‘_IOU __T_r'O §_0.3 ‘)_
BAX 12 400 ") 600 300 30 3 3 200 120...175 <1 < 100 90 <03")
'} Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdréhte in 8 mm Abstand vom Geh&use auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
Ge-Golddraht-Dioden im Glasgehduse DO-7
Die AA 143 ist besonders geeignet fiir Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltungen.
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T\, = 25 °C
Sperr- Richtstrom Verlust- . Sperrschicht- DurchlaBspannung Sperrstrom
spannung in Einweg- leistung temperatur
schaltung bei
mit R-Last T,_l =25°C
bei
Ty=25°C
bei bei
S UrV lo mA Prot mW T °C UV lemA ReA  UrV
AA 143 25 60 80 85 029...033 2 <20 20
AA 144 g0 10 80 85 0,36 (< 1) 5 < 200 75

Glasgehduse DO-7

51 A2 nach DIN 41 880
Gewicht ca. 0,2 g
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Si-Z-Dioden

Si-Z-Dioden im Glasgehduse DO-7 und im Kunststoffgehduse 3 ¢ x 6,35
Typenreihe ZG Arbeitsspannungen nach der internationalen Reihe E12 gestuft. Typenreihen ZF u. ZW Arbeitsspannungen nach der internationalen Reihe E24 gestuft.
Alle ZF- und ZW-Dioden sind mit engeren Toleranzen der Arbeitsspannung lieferbar.
Die Typen ZF und ZG sind nicht fir Neuentwicklungen bestimmt. Nachfolgetypen: ZPD 2,7 ... ZPD 33.

Reihen ZF und ZG Reihe ZW alle Reihen
gemeinsame Piot (Tu=25°C) Pyt (Tu=45°C) Pt (Tu < 90°C) T;
Grenzwerte: 400 mW ) 330mwW ') 600 mW ) 150 °C
gemeinsame Rinu Rinu
Kennwerte: < 0,31 grd/mW ) < 0,10 grd/mW ')
Typ ) ~ Kennwerte bei T; = 25 °C S - Grenzwerte ') o
Glas- Kunststoff- Arbeits- inhérenter Temperatur- Sperr- Arbeitsstrom
ehause gehduse spannung differentieller koeffizient spannung Reihen ZG und ZF Reihe ZW
Q-7 3¢ x6,35 bei Widerstand der Arbeits- bei bei T, = 45 °C bei T; <90 °C

I; =5mA bei spannung lg=14A

I; = 5mA bei
l; =5mA

uzv r; Q ayz 10%/grd UV Iz mA Iz mA
261) - 065...075  65<8) —26..—23 o 260 . -
ZG 2.7 - 24...31 70 (< 100) —-9..-5 — 92 — -
2633 - 29...37 75 (< 100) —-9..—4 — 73 —
ZG 39 - 35...43 75 (< 100) -7..-3 — 63 = - B
ZG 4,7 — 41...52 65 (<< 90) —-6..0 — 53 e B -
2G 5.6 2 50...63 35 (< 75)  —-3..+4 >1 46 —
2G 6,8 - 61...7,5 4(<8) T >2 40 . — B
2682 - 73...92 4(<7) +2.. 47 >35 32 —
ZG 10 — 88...11,0 7 (< 15) +5..+8 >5 26 —
ZG 12 - 10,7...134 14 (< 30) +6..+9 >7 21 = )
ZG 15 =  130...165 20 (< 55) TN ~ >10 18 —
2618 — 16,0...20,0 20 (< 55) +8..+95 > 10 145 — ) B
ZG 22 - 196...24,4 20 (< 55) +8..+10 - >12 12 —
ZG 27 — 24,1...30,0 30 (< 100) +8..+10 > 14 9 — -
ZG 33 = 29,6...36,5 30 (< 100) +8..+10 =17 7.3 .
ZF27  ZW27 25...29 70 (< 80) —-9..—5 — 99 180
ZF3 ZW 3 T 70 (< 80) -9..—4 — 86 155
ZF 33 ZW 33 31...35 70 (< 80) —8..—4 P 77 140
ZF 36 ZW36 34...38 70 (< 80) —-8..—-3 — 71 130
ZF39  ZW39 3.7...41 70 (< 80) -7..-3 - 65 120
ZF43 ZW43  40...46 50(<.75) = —6..—2 — 58 105 -
ZF 4,7 ZW 4,7 44...50 40 (< 70) -5,.+1 — 55 100 B
ZF51  ZW51  48...54 30 (< 60) -5..+3 - 52 95 i
ZF 56 ZW 5,6 52...6,0 10 (< 40) —3..+4 >1 49 9
ZF62  ZW62 58...66 4,8 (< 10) -2..+6 >1 45 83
ZF 6,8 ZW 6,8 64:iT2 45 (< 8) —1..+7 >2 a1 75 -
ZF 75 ZW 7,5 70...7.9 4(<7) +2..4+7 >2 37 67
ZF 8,2 zwe2  7.7...87 450<T  E8. T >35 a3 60
ZF 9,1 Zw 9,1 85...96 48 (< 10) +4..+8 >35 30 54 -
ZF10  ZW10 94...106 52 (< 15) +5..+8 >5 28 50
ZF11 ZW11 10,4...116 6 (< 20) +5..+9 >5 25 45
ZF 12 Zwi2  14...127  7(<20) +6..+9 =7 225 40
ZF 13 ZW 13 124...141 9 (< 25) +7..+9 >7 20,5 36 B
ZF15  zw15s  138...156 11 (< 30) +7..+9 >10 19 34
ZF 16 ZW 16 153...17,1 13(<40)  +8..+95 >10 17 30 -
ZF 18 ZW 18 16,8...19,1 18 (< 55) +8..+95 > 10 15 27 -
ZF 20 ZW20  188...21.2 20 (< 55) +8..+10 > 10 14 25 -
ZF 22 ZW 22 20,8...233 25 (< 55) +8..+10  >12 125 22
ZF 24 ZwWa4 228...256  28(< 80) T +8.. 10 >12 S 20 o T
ZF 27 Zw27  251...289 30 (< 80) +8..+10 >14 10 17
ZF 30 Zw 30 28,0...32,0 35(<8)  +8..+10 > 14 16 B
ZF 33 ZW 33 31,0...350 40 (< 80) +8..+10 >17 8 14

') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdréhte in 4 mm Abstand vom Geh&use (ZG und ZF) bzw. in 10 mm Abstand vom Geh&use (ZW) auf Umgebungstemperatur
gehalten werden.
) Die ZG 1 ist eine in DurchlaBrichtung betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index ,F* anstatt ,Z* zu setzen. Der durch einen Ring
gekennzeichnete AnschluB ist mit dem Minuspol zu verbinden.




Si-Planar-Z-Dioden

Si-Planar-Z-Dioden im Glasgehduse DO-35
Arbeitsspannungen nach der internationalen Reihe E24 gestuft. Alle ZPD-Dioden sind mit engeren Toleranzen der Arbeitsspannung lieferbar.
Sperrschichttemperatur: Ti = max. 175 °C. Warmewiderstand: HihU < 0,3 grd/mW 7).

Typ Kennwerte bei T\, = 25°C Grenzwerte ")

Arbeits- inharenter Temperatur- DurchlaB- Sper;—  Arbeitsstrom Verlustleistung

spannung differentieller koeffizient spannung spannung ei ei

bei Widerstand der Arbeits- bei bei TIIJ =25°C TU =45°C T, =25°C T ;=45°C

I; =5mA bei spannung lg=100mA Ip =01 uA

Iz=5mA IZ=1mA bei
I; =5mA

uz Vv rzi Q2 rzi @ ayz 10%/grd UV Up V Iz mA Iz mA Pjot mW Piop mW
ZPD 2,7 25...29 75(<83 <50 —9..—4 <1 — 160 135 500 430
ZPD 3 28...32 80(<90) <500 —9..—-3 <1 = 140 117 500 430
ZPD 3,3 3.1 x:035 80(<90) <500 —8..—3 <A1 — 130 109 500 430
ZPD36  34...38  80(<90) <500 -—8..-3 <1 - 120 101 500 430
zZPD39  37...41  80(<90) <500 —7..—-3 <1 — 110 92 500 430
ZPD 4,3 40...46 80(<90) <500 —6..—1 <1 — 100 85 500 430
ZPD 4,7 44...50 70(<78) <500 —5..+2 <A = 90 76 500 430
ZPD51  48...54 20(<60) <400 —3..+4 <1 >08 80 67 500 430
ZPD 56 52...6,0 10(<40) <400 —2..+6 <1 >1 70 59 500 430
ZPD 6.2 58...66  48(<10) <200 —1..+7 <1 >2 64 54 500 430
ZPD 6,8 64...72 45(<8) <150 +2..+7 <1 >3 58 49 500 430
ZPD 75 70...79 4(<7) <50  +3..+7 <1 >5 53 44 500 430
ZPD 8,2 77...87 45(<7) <50 +4..+7 <1 > 6 47 40 500 430
ZPD 9,1 85...96 48(<10) <50 +5..+8 <1 >7 43 36 500 430
ZPD 10 94...106 52(<15) <70 +5..+8 <1 >75 40 33 500 430
ZPD 11 104...116 6(<20 <70 +5..+9 <1 >85 36 30 500 430
ZPD 12 14...127 7(<20) <90  +6..+9 <1 >9 32 28 500 430
ZPD 13 12,4...14,1 9 (< 25) <110  +7..49 <1 >10 29 25 500 430
ZPD 15 138...156  11(<30) <110 +7..+49 < > 11 27 23 500 430
ZPD 16 153...171  13(<40) <170 +8..+95 <1 > 12 24 20 500 430
ZPD 18 16,8...19,1 18(<50) <170 +8..+95 <1 > 14 21 18 500 430
ZPD 20 18,8...21,2 20(<50) <220 +8..+10 <1 >15 20 17 500 430
ZPD 22 208...233 25(<55 <220 +8..+10 <A > 17 18 16 500 430
ZPD 24 228...256 28(<80) <220 +8..+10 <1 > 18 16 13 500 430
ZPD 27 251...289 30(<80) <250 +8..+10 <A > 20 14 12 500 430
ZPD 30 280...320 35(<80) <250 +8..-+10 <1 > 225 13 10 500 430
ZPD337) 31,0...350 40(<80) <250 +8..+10 <A > 25 12 9 500 430

') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 8 mm Abstand vom Geh&use auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
%) Héhere Spannungen auf Anfrage.

Glasgehduse DO-7 Kunststoffgehéuse 3 ¢ x 6,35 Glasgehause DO-35
51 A2 nach DIN 41 880 56 A 2 nach DIN 41 883 54 A 2 nach DIN 41 880
Gewicht ca. 0,2 g Gewicht ca. 0,4 g Gewicht ca. 0,13 g
. ! } “
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Si-Z-Dioden

Si-Leistungs-Z-Dioden im Metallgehduse DO-13, im Metallgehause mit Schraube M 4 und im Kunststoffgehduse 3 ¢) x 6,35
Arbeitsspannungen nach der internationalen Reihe E24 (5-%}-Reihe) gestuft. Alle Z-Dioden sind mit engeren Toleranzen der Arbeitsspannung lieferbar.

Reihe ZX Reihen ZD und ZY alle Reihen

gemeinsame Piot (Ty = 45 °C) Piot (Ty = 45 °C) Ti
Grenzwerte: 1,3W/105W") 1,1W 2 150 °C
gemeinsame Rinu Rinu

Kennwerte: < 80 grd/W < 5 agrd/W < 95 grd/W 2
Typ Kernwerte bei T, = 25°C Greﬁzw_erte - - -
Nlle Notl, et AT, U, Dmme  Weon Sun o Avein bl =

03 . mit 30 x635  bei Widerstand ~ der Arbeits- Bl . o omen 2D Tahe?X o

Schraube 17 mess bei spannung =1puA Kiihlblech
M4 IZmess bei
]stss
Uz V __-’_z_,_Q_ ) _auz 104/grd Izmess MA Up V Iz mA Iz mA Iz mA

ZD39 ZX39 2Y39  37. 38(<7) —-7...+2 100  — 240 280 2100
ZD43  ZX43 ZY43 40 46 38(<7)  -7...+3 106 — 210 240 1750
ZD47  ZX47  ZY47 ...50  38(<7) -7...44 100 — 180 210 1500
ZD51  ZX51  ZY5. 4.3...5,4 2(<5) —-6...+5 100 - 170 190 1430
ZD56 ZX56 ZY56 .f_),_z...e.o O 1(<2?) —3...+5_ 100  >15 160 180 1350
ZD62 ZX62 ZX62 1(<2) —1...+6 100 >15 145 160 1250
ZD68 ZX68 ZY68 1(<2) 0...+7 100 >2 130 150 1150
ZD75 ZX75 2ZY75 70, 1(<2) 0...+7 100 >2 120 140 1060
ZD82 7X82 ZY82 77, 87 1(<2) +3...48 100 >335 110 130 980
ZD91  ZX91 ZY91 _8.5..&__ C2(<4) +3...+8 50 >35 100 117 890
ZD10  ZX10  ZY 10 94...106  2(<4) “35..+9 50  >5 90 105 800
Zp11 Zx11 ZY N 104...116  4(<7) +5...+10 50 >5 82 9% 710
ZD12  ZX12  ZY12  114...127 4(<7) +5 ..+10 50 >7 75 86 620
ZD13  ZX13  2Y13 124, 14_1 5(<10)  +5..+10 50  >7 67 78 560
ZD15  ZX15  ZY15 _‘I_3_‘_8...15.5 5(<10) +5...+10 50  >10 60 71 500
ZD16  zX16  ZY16 153...171  6(<15) +6...+11 25  >10 53 65 45
ZD18  2ZX18  ZY18 168__19.__1 ~ 6(<15)  +6...+11 25 >10 53 60 430
ZD20  ZX2)  ZY 20 188...212  6(<15) +6...+11 25 >10 48 55 400
ZD22  7X22  ZY22 20_,3; 283 6(<15)  +6...+11 25 >12 44 50 375
ZD24  ZX24 ZY24  228...256  7(<15) +6. +11__ 25 - >12 40 45 345 -
ZD27  zx27  zY2r  251...289 7(<15)  +6...+11 25 > 14 35 40 320 -
ZD30  ZX30  ZY30 28...32 8 (< 15) 6...+11 25 >14 31 36 290
ZD33 zX33 2zv33  31...35  8(<15  +6...+11 25 > 17 28 33 260
ZD36  2ZX36 2ZY36  34...38  21(<40)  +6..+11 10 >17 26 30 235
ZD39  ZX39 ZY39  37...4 21(<40)  +6...+11 10 - >20 24 28 210
ZD43  ZX43 7Y 43 40...46 24 (< 45) +7...+12 10 >20 22 25 192
ZD47  ZX47T  ZY 47 44...50 24 (< 45) +7...412 10 > 24 20 22 175
ZD51  ZX51  ZY51 48...54 25 (< 60) +7...+12 10 >24 18 20 162 -
ZD56  ZX56  ZY 56 52...60 25 (< 60) +7...+12 10 >28 16,5 185 150
ZD62 ZX62 ZY62 _ 58...66 25 (< 80) +8...+13 10 > 28 14 7 137
ZD68  ZX68  ZY68  64...72 25 (< 80) +8...+13 10 >34 13 155 125
ZD75 ZX75 ZY75  70...79 30 (< 100) +8...+13 10 >34 12 14 12
Zps2 zxs2 zvs2  77...87  30(<100) +a_+13 10 >4 11 12,5 00
ZD91  zx91 zZy 91  85...96  60(<200) +9...+13 5 >4 10 15 %2
ZD100 2ZX100 2ZY100 94...106  60(<200) +9...+13 5 >50 9 105 85
ZD110  ZzX110 2zy110  104...116  80(<250) +9...+13 & >50 82 95 77
ZD120 zXx120 zY120  114...127  80(<250) +9...+13 5 > 60 75 86 70 )
ZD130 zX130 zY130  124...141 110(<300) +9...+13 5 > 60 67 78 6
ZD150 ZX150 ZY150  138...156 110(<300) +9...+13 5 >75 6 7,0 56
ZD160 2zX160 2ZY160  153...171  150(<350) +9...+18 5  >75 56 63 51
ZD180 ZX180  ZY 180 168...191 150(<350) +9...+13 5 >0 53 57 46
20200 zx200 Zzv200  188...212  150(<350) +9...+13 5 > 90 48 2 42

"} Kihlblech Al 12,5 X 12,5 cm?® X 2 mm
) Fir die Reihen ZD und ZY gilt dieser Wert, wenn die AnschluBdrahte in 10 mm Abstand vom Gehéuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.




Si-Z-Dioden

Si-Leistungs-Z-Dioden im Metallgehduse mit Schraube M 4, im Metallgehduse DO-13 und im Kunststoffgehduse 3 ¢ X 6,35
Arbeitsspannungen nach der internationalen Reihe E12 (10-%/:-Reihe) gestuft.

Reihe ZL Reihen ZM und ZU alle Reihen
gemeinsame Piot (Tu = 45°C) Piot (Tu = 45 °C) T
Grenzwerte: 1,3W/105W?2) 1,1W3) 150 °C
gemeinsame Rinu Rine Rinu
Kennwerte: < 80grd/W <5grd/W < 95 grd/W 3)
Typ Kennwerte bei T, = 25°C Grenzwerte
i\;'letz_atl— - Metall- Kunststoff-  Arbeits- inhérenter Temperatur- MeBstrom Sperr- Arbeitsstrom bei T, = 45°C
gehause gehduse gehduse spannung differentieller koeffizient spannung Reihe ZL Reihen ZM
mit DO-13 3¢ x635 bei Widerstand der Arbeits- bei ohne mit 2) und ZU 3)
Schraube I bei spannung lg =1 pA Kiihiblech
M 4 !stss FEI

Zmess

B UzVv r; @ ayz 10%/grd I7mess MA UpV IzmA _:'z_m_A__ fz_ ITIA
L) - - 07...08  1(<2) —40...-25 100 — 1000 3200 @ — B
ZL39 ZM39 ZU39  35...43 38(<7) —=7...+2 100 — 280 2100 240
ZL47  ZM47  ZU47  41...52 38(<7) —7...+4 100 - 210 1500 180
ZL56 IM56 2ZU56 50...62 @ 1(<2) = —3...+5 100  >15 180 1350 156
ZL68 ZM68 2ZU68  60...75 1(<2) 0...+7 100 >2 150 1150 130
ZL82 ZM82 Zus2  783...92 1(<2) +3...+8 100 >35 130 980 110 -
ZL10 ZM10  ZU 10 88...110  2(<4) +5...+9 50 >5 165 800 90
ZL12 ZM12 ZU12  107...134  4(<7)  +5...410 50 = 8 620 75
ZL15 ZM15  ZU15  130...165  5(<10) +5...+10 50 >10 71 50 60
ZL18  ZM18  ZU18 160...200 6(<15)  +6...+11 25 >10 60 430 53 )
ZL22  IM22 Zu22 196...244 6(<15) +6...+11 25 >12 50 375 a4 B
ZL27  ZM27  ZU27  241...300 7(<15) +6...+11 25 > 14 40 320 35
ZL33 ZM33 ZU33  296...365  8(<15) +6...+11_ 25 > 17 33 260 28 -
ZL39  ZM39 ZU39  350...435 21(<40)  +6...+11 10 >20 28 210 24 -
ZL47  ZM4aT  ZU47 420...520 24 (< 45) +7...412 10 > 24 22 175 20 i
ZLs6 ZM56 ZUS6  50...62 25(<60)  +7...+12 10 >28 185 150 16,5
ZL68  ZM68 ZU68  60...75 25 (< 80) +8...+13 10 >34 15,5 125 13
ZLs2 ZMs2 zus2  73...92  30(<100)  +8...+13 10 >4 12,5 100 10
ZL100 ZM100 2ZU100  88...110 60 (< 200) +9...+18 5 > 50 105 8 8
ZL120 ZM120 ZU120  107...134 80 (< 250) +9...+18 5 >80 86 0 75
ZL150 ZM150 ZU150  130...165  110(<3000 +9...+18 5  >75 7 56 6
ZL180 ZM 180 ZU 180  160...200 150 (< 350) +9...+13 5 >90 57 46 53

'} Die ZL 1 ist eine in DurchlaBrichtung betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index ,F* anstatt .Z* zu setzen. Der als Katode bezeich-
nete AnschluB ist mit dem Minuspol zu verbinden.

) Kdhiblech Al 12,5 % 12,5cm? X 2 mm

¥ Fir die Reihen ZM und ZU gilt dieser Wert, wenn die AnschluBdrihte in 10 mm Abstand vom Gehduse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

Metallgehduse mit Gewindestutzen M 4 Metallgehduse DO-13 Kunststoffgehéuse 3 ¢) x 6,35
Gewicht ca. 55 g 56 A 2 nach DIN 41883 56 A 2 nach DIN 41883
Gewicht ca. 14 g Gewicht ca. 0,4 g
1 H
o 0,8#£005 f -
€ by E ¢
c : max.305
E c
2 f e T ok Y %
g % ' l o .E G g MaX. |y o8
T E o 53¢ Ew
1 7 Kaitode!
| al n=
wn T + ﬂ w Kennzeichen
o~
S Katode H € T
E [
08
‘' i
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Si-Referenzelemente und Si-Stabilisatordioden

Si-Referenzelemente zur Erzeugung hochkonstanter Referenzspannungen

Typ Kenn- und Grenzwerte
Referenz- bei Temperaturkoeffizient inverse inhérenter Verlust-
spannung Betriebs- der Referenzspannung Durchbruch- differentieller Widerstand leistung
strom bei TU =0...100°C spannung bei
bezogen auf 25 °C Ty =100°C
bei bei
— UzV lzmA * ayz10%grd Iz mA UV 1 Q _fzmA  PrmW
BZY 22 84%04 5%05 <10 5105 =10 15(<25) 6 60
BZY 23 8404  5%05 <5 = 5%05 >0 15(<25) 5 60
BZY 24 84 £ 04 5% 05 <2 5%05 > 10 15 (< 25) 5 60
BZY 25 8404 5+05 <1 5+05 >10 15 (< 25) 5 60

Si-Stabilisatordioden im Kunststoffgehduse , Tropfenform"
fir Stabilisierung und Begrenzung bei kleinem Leistungsbedarf, insbesondere zur Stabilisierung und Begrenzung der Basis-Emitter-Spannung in Transistorschal-
tungen. Der als Katode gekennzeichnete AnschluB ist mit dem Minuspol der Versorgungsspannung zu verbinden.

Typ

Farbe des
Katoden-
Kenn-
zeichens

Kennwerte bei TU =25°C Grenzwerte
Stabilisierungs- diff. DurchlaB- Temperatur- Stabilisierungsstrom
spannung widerstand koeffizient der bei ei
bei bei Stab.-Spannung Ty=25°C Ty =45°C
lg=5mA lg=5mA bei
lg =5mA
q;V o Q auz'lO"fQ_lfd_ I3 mA_ e mA
196.:.1.55 13 (< 20) _—26...~23_ - _40_ 33_
50 .. 05 18 (< 30) —26...—23 26 22

-Gm-gebungs- -
bei temperatur
Ty =70°C
__lemA e KUEOL
5 80
16 80

BZY 22...BZY 25
Metallgehduse
Gewicht ca. 6,7 g

-
=

1

i
f g T

MaBe in mm

Befestigungsschelle
Bronze vernickelt
Gewichtca.1,1g

AP

-—12—-*

Kunststoffgehause , Tropfenform*
Gewicht ca. 0,1 g

ZE 1,5 gelber Farbpunkt

ZE 2 roter Farbpunkt

Rechts vom Farbpunkt befindet sich
der KatodenanschluB, der mit dem
Minuspol der Versorgungsspannung
zu verbinden ist.

toden-
kennzeichen

05¢#
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Si-Referenzverstarker

PNP-Si-Referenzverstarker mit Si-PNP-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir hochwertige Stabilisierungsschaltungen

Typ Kennwerte bei T, = 0...100 °C Grenzwerte bei T, = 100 °C
Vergleichs- Temp.-Koeff. optimaler optimaler Basisstrom Kollektor- Koliektor- Betriebs-
spannung d. Vergleichssp.  Betriebsstrom Kollektor- ei Emitter- strom strom
bei I; = 5 mA strom -lc = 0,25 mA Spannung
-lc = 0,25 mA Ueg =83V
Ueg =3V
_ UszV___ aysz10°%/grd Iz mA _cdemA  -lsuA “UceV lemA  lzmA
1D 2 83...98 <2 S . S 30 8 20
TD3 83...98 <3 5 025 <_2.5 - 30 B 3 20 B
TD5 83...98 <5 5 0,25 <25 30 3 20
NPN-Si-Referenzverstiarker mit Si-NPN-Epitaxie-Planar-Transistoren fiir hochwertige Stabilisierungsschaltungen
Typ Kennwerte bei T, = 0...100°C Grenzwerte bei T, = 100 °C
Vergleichs- Temp.-Koeif. optimaler optimaler Basisstrom Kollektor- Kollektor- Betriebs-
spannung d. Vergleichssp. Betriebsstrom Kollektor- bei Emitter- strom strom
bei l; = 5 mA strom lc =0,25mA Spannung
lc = 0,25 mA Ugp=3V
Ug=3V
UV ausz 10%/grd Iz mA lemA Ig 1A Uce V Ic mA le‘l)i -
:I'_QLZ_ B __8,3 . _9_8 <2 5 0,25 <25 30 3 20
TD 13 83...98 <3 5 0,25 <25 30 3 20
TD 15 83...98 <5 5 0,25 <25 30 3 20

Si-Referenzverstarker
Metallgehause
Gewicht ca. 10 g

12,7

-

|

MaBe in mm

Befestigungsschelle
Bronze vernickelt
Gewichtca. 11 g

de

n—'IZ—!-|*

S

—— 27—

Anwendungsbeispiele fiir Referenzverstarker

TD2,TD3,TDS

Referenz- Ijﬁ’ DR'

L verstarker

P

I

|
Ue | Ua

|

|

|

I u

i [:F4

| [Hn,
+0 O+
Ry - Ry i (Ry + R,) sollte 5 kQ nicht ibersteigen.

TD12,TD 13, TD 15

Referenz-
[verstdrker

UE U.!
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Si-Vierschichtdioden, Si-Triggerdioden, Si-Thyristoren

Si-PNPN-Vierschichtdioden im Glasgehéduse DO-7 (MaBbild siehe Seite 45)
fir Kippstufen, Zéhlschaltungen und elektronische Schalter. Alle Typen sind auch in MIL-Ausfiihrung lieferbar. Kennzeichnung durch den Buchstaben M vor dem
Bindestrich, z. B. 4 E 20 M-8.

Typ Kennwerte bel Ty=23°C Grenzwerte
Schalt- Haltestrom Schaltstrom Sperrstrom  differentieller gemeinsame Kenn- und Dauer- Impulsstrom ")
spannung 3%15 5 DurchlaBwiderstand Grenzwerte aller Typen gleichstrom
" ¥ 5
bei
T UsV lh mA - ."_5_{1{\ o= _n‘_n uA re Q__ Ie mA i - e mA _!'_FM A -
4 E 20-8 Li"tl ) 1 15 =< 125 <15 < 2_ 70 Haltespannung 150 ___1_0 -
4 E 20-28 20+ 4 14 .45 <125 <15 <2 70 Uy=05...12V 150 10
4E 3?:§_ 30t4 1 15 <125 - < 15_ <2 70 inverse Abbruchspannung _150 S 10
4 E 30-28  30+4 14 .45 <125 <15 <2 70 Ugp > 0,75 + |Ug| 150 10
4E40-8 40 * . 4 1...15 <_‘[_25 < 15 <2 70 Schaltzeiten 150 10
4 E 40-28 {IO 40t4 14 i '_45 <125 < '!5 __<__2__ 70 (schaltungsabhéngig) 150 ) 10 -
4_E SU_B_ 50_i 4 l _1_5__ < 125_ ) <15 <2 70 tein = 0.1 us 150 10
4 E50-28 50t4  14..45 <125 <15 <2 70  ‘'«=%us 150 10
4 E100-8 100 £ 10 1...15 <125 <15 <2 70 zul. Umgebungstemperatur 150 10
Lt e ) 1 _ p Bl

4E100-28 00510 14..45 <125 <15 €2 0 —aeee 150 10
4 E 200-8 200 i_QQ 1 1_5 <125 < 15 <2 70 MIL-Ausfihrung: 150 10
4 E 200-28 200%20 14...45 <125 <15 <2 70 | e 150 10
') abhéngig von Tastverhiltnis, Pulsform und Umgebungstemperatur
SI-Triggerdioden im Glasgehdause DO-7 (MaBbild siehe Seite 45)
fir die Ansteuerung von Thyristoren
Typ Kennwerte bei T, = 25°C Grenzwerte
o Schalt- Schalt- Halte- Sperrstrom inverse Schaltzeiten Dauer- Impuls- Umgebungs-

spannung strom spannung ei Abbruch- (schaltungsabhéngig) gleichstrom strom ') temperatur

0,75 - Ug spannung

_ UsV Is ."_'5 L UH_ }f"_ o !F_&A._ _U,,-_,_b \" tein 1S trr us :'F__rrlé_ J’_m_A Tu®°C ]
EXSBO 15...25 <250_ 0,5 ..1_,_5 < 15_ >075IU5| _(M 5 150 10 —40...+ 65
4 EX 581 25...3_5_ _ < 250 05...15 <15 >075|U5 0,1 5 150 10 —40...+6_‘5_
4 EX 582 35...50 < 250 05...15 <15 >075|Us! 01 5 150 10 —40... + 65

') abhéngig von Tastverhéltnis, Pulsform und Umgebungstemperatur

Si-Planar-Kleinthyristoren im Kunststoffgehduse ~ T0-92

Typ

BRX 44
BRX 45
BRX 46
BRX 47

Grenzwerte

periodische periodischer

gus. und neg. Spitzenstrom
pitzensperr- bei

spannung Ti = 55 °C

Upam, Urrm V' Irrm A

30 3
60 3
100 3
200 3

StoBstrom

fir eine 50-Hz-
Halbwelle

bei

Ti =25°C

lrsm A
6

6
6
6

Kennwerte bei T; = 25 °C

Nennstrom DurchlaB-
in Einweg- spannung
schaltung mit  bei
Widerstands- |y = 300 mA

last bei

TU =25°C

J'TAV mA Uf v
300 <14
300 <14
300 <14
300 <14

pos. und neg. Zindstrom Zindspannung Haltestrom,

Sperrslrom bei bei Gate offen
bei Upgy Up =6V Up =6V

bzw. Uppm

Ip, Ig A lgT A Ugr V Iy mA

< 100 < 200 <08 53

< 100 < 200 <08 <3

< 100 < 200 <08 <3

< 100 < 200 <08 <3
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Si-Thyristoren

Si-Thyristoren im Metallgeh&use, katodenseitig gesteuert

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T]- =259C

periodische Dauer- éi;ﬁ_stro: ) -k;itis;h-e o Ngmst;m ?) _Héatr; Freju;rde—_ Zﬁ_ndstrn;m _Zﬁ;as_pa;nﬁg_

pos. und neg. grgnzstrom fiir eine 50-Hz- Spe_mnl.]n;;s- in Einweg- zeit bei bei

Spitzensperr-  bei Halbwelle steilheit T) schaltung mit Up>6V Up>6V

spannung Tg=8°C bei bei Wider-

Ti =125 °C Ti = 125 °C Etsaindslast
Ty =45°C

Uprm, Urem V I1av A Ism A ~ Sukit V/ius  IavA IumA  tus lgr mA UgrV
BRY 42 250 3 50 200 3 <25 <20 <25 <8
BRY 43 400 3 50 200 3 <25 <20 <25 <3
BRY 44 500 3 50 200 3 <25 <20 <25 <8 _
T0,8N 0,6 AOO 60 08 18 200 07 <20 15 <10 <5
TOBN1ACO 100 08 18 20 07 <20 15 <10 <3
T0,8N2A00 200 08 18 200 07 <20 15 <10 <3
T0,8N3A00 300 08 18 20 o7 <20 15 <10 = <3
T0,8N4A0O 400 08 18 200 07 = <20 15 = <10 @ <3
T0,8N5A00 500 08 18 200 0.7 <20 15 <10 @ <3
T3N06C00 60 5 55 200 25 <25 17 <20 <3
T3N1COO0 100 5 55 200 2,5 <25 17 <20 <3
T3N2COO 200 5 55 200 25 <25 17 <20 <3
T3N3COO 30 5 5 200 25 <25 17 <20 <3
T3N4COO 400 5 55 200 25 <25 17 < 20 <3
T3N5CO00 500 5 55 200 25 <25 17 <20 <3

‘] Bei Anstieg der Spannung auf 67 %/ von Uppy, bzw. Ugpu,

) Die angegebenen Werte gelten fir BRY 42 . .. 44 mit Kihiblech AL 50 x 50 mm2 x 1,5 mm
fiir T0O,8 N ... mit Kiihlstern KS 1 (siehe Seite 58)
fir T3 N ... mit Kihlkorper KL 15-5 (siehe Seite 58)

Si-PNPN-Planar-Thyristor-Tetrode im Kunststoffgehduse 50 B 4

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
positive negative  Dauer- Verlust- Sperr- DurchlaB- Zindspannung Haltestrom kritische
Sperr- Sperr- grenzstrom leistung schicht- spannung anoden- katoden-  bei Spannungs-
spannung spannung bei bei tem- bei seitig seitig Rgkk = Roaa = steilheit
Eei _ _ Tg =8°C Ty = 25 °C peratur lg = 50 mA 4,7 kQ 47 kQ bei _
ckk =  Rgap = GKK =
4,7 kQ 4,7 kQ 4.7 kR
- UpV _UD v o l_)lg \_f_ - I'F,q_v I"I"IA_ _ _P"" rEW T, OC_ UeV UgatV  UgkrV  IumA Iy mA SUkr_l'r_yfl-!{S_ ;
BRY 46 20 15 15 50 330 125 <14 <1 <1 <1 0,15 100 '

Thyristoren BRX 44 . . . 47 Thyristor-Tetrode BRY 46 Thyristoren BRY 42. .. 44 Thyristoren T 0,8 N . AOO Thyristoren T3 N . COO

Kunststoffgehduse = T0-92 Kunststoffgehduse 50 B 4 Spezial-Flachgehduse Metallgehduse TO-39 Metallgehduse TO-64

TO-18 kompatibel nach DIN 41 867 Gewichtca. 1,2 g Gewichtca.1g Gewichtca. 459

Gewicht ca. 0,18 g Gewichtca.0,1g Anode mit Gehause verbunden Anode mit Gehause verbunden Anode mit Gehduse
verbunden

w
‘ - 8,5|6 - §
g | f 3
-+ ]
y I =
™ f:\\ ) o of max. 949 f N‘* =
: [\ 3 § =l
Ty } I!lA
max. 05% 125 —»{35fe- 1 max.05 @ IO—;UNF—;\-' M5

MaBe in mm
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Si-Thyristoren, Si-Gleichrichter

Schnelle Thyristoren im Metallgehduse TO-66

fir Horizontalablenkschaltungen in netzbetriebenen Fernsehempféngern

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T; = 25 °C
period. pos. periodischer  StoBstrom fiir MNullkipp- DurchlaB- positiver Zindstrom Zind- Haltestrom  Freiwerde-
Spitzensperr- Spitzenstrom  eine 50-Hz- spannung spannung Sperrstrom bei spannung zeit
spannung Halbwelle bei bei Uy=86V bei bei
ausgehend ir=30A Uperm Up=686V Tg=T70°C
von
= 25°C
UowV  hewA  hswA  UsomV  urV Io A lormA UtV wmA  tops
BT 119 750 12 85 > 800 2,2 (< 3) 15 15 (< 40) 1,8(<4) 30(<100) <24
BT 120 700 22 85 > 750 2,2 (<3) 15 15 (< 40) 1,8(<4) 30(<100) <45
BT 121 500 10 85 > 550 22(<3) 15 15 (< 40) 1,8(<4) 30(<100) <24
Schnelle Si-Gleichrichter im Metallgehause 101 A 2
fiir Horizontalablenkschaltungen in netzbetriebenen Fernsehempféngern
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, = 25 °C
eriod. StoB- Nennstrom  period. StoBstrom  Sperr- DurchlaB- Sperrstrom  DurchlaB- Sperrverzug Warme-
pitzen- spitzen- in Einweg-  Spitzen- fiir eine schicht- spannung bei verzug bei Um- widerstand
sperr- spannung schaltung strom 0-Hz- tem- bei Upri bei schalten von
spannung mit Wider-  bei Halbwelle peratur ig = 3A lg =100 MA I =10 mA
standslast @ < 40° ausgehend auf I, = 10 mA
bei f>15Hz von o o
Tg =25°C T, =25°C bis lp =1 mA
Urrm V Ugsm V. Irav A Ierm A Tesm A 7;°C ugV Ip uA ti us te us Ring grd/W
BY 189 850 900 4 16 75 150 <13 <10 oy | <03 <5
BY 190 650 700 4 10 75 150 <1,3 <10 <1 <03 <5

Thyristoren BT 119...121

Metallgehéuse TO-66
Gewichtca. 8g

Anode mit Gehause verbunden

i
|

|"— max. 17,8

por—

=

184027

-
i

= 14481499

2433 2643—w

~

pa—

191
— e

|
1
i
i
1
1
i

max.
087 ¢
—o

MaBe in mm

1271

—f min. 91 e

—e{ max.87 e

Gleichrichter BY 189... 190

Metallgeh&use 101 A 2 nach DIN 41 885
Gewicht ca. 6 g
Anode mit Gehduse verbunden

100 5

min. 42,5 —sle——min. 52,5 ——

i

0,88+005

[
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~
} J E
2 o —mimaxBple E
s |
]
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(A SwW
@ :_—IMEI
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Il Ancde
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Si-Gleichrichter

Si-Gleichrichter in Briickenschaltung in Kunststoffgehduse

Typ Grenzwerte
AnschluB- periodische - Nenngleichstrom bei periodischer  StoBstrom Lade- Schutz-
spannung Spitzensperr- kapazitiver Belastung Spitzenstrom  fir eine 50-Hz- kondensator  widerstand
(Effektivwert) spannung bei bei Halbwelle
fur einen Ty=45°C G < 45° aus Nennlast
Briickenzweig f>15Hz
it ohne
Befestigungsschelle ')
o _Unv _ Urem V. lrav A _leavA - lerm A lesm A CLuF mQ
B 40 C 600 40 85 — 06 10 40 < 2500 >05
B 80 C 600 80 160 = ~ 06 10 40 < 1000 >1
B 125 C 600 125 3§(_) — 06 10 40 <_50Cl >3
B 250 C 600 250 - 700 B —_ B _0.6 10 _ 40 (_250 - > 6
B 40 C 3200-2200 40 85 32 22 15 100 <5000  >05
B 80 C 3200-2200 ﬁ 160 3.2 22 15 100 < 2500 > i
B 40 C 5000-3000 40 85 5 - 30 200 <10000 >05
B 80 C 5000-3000 80 160 5 3 30 200 < 5000 >1
B 40 C 7500-5000 40 "85 7.5 5 30 250 < 10000 >02
B 80 C 7500-5000 80 160 7.5 5 30 250 < 5000 >04
') Montage mit Befestigungsschelle auf wérmeleitendes Chassis von mindestens 300 cm?
Si-Gleichrichter 2,5 A, montiert auf Kihlkérper KL-15-5
Typ Grenzwerte Kennwerte bei TE =25°C
period. StoB- Nennstrom periodischer ~ StoBstrom Sperr- DurchlaB- Sperrstrom Warme-
Spitzen- spitzen- in Einweg- Spitzenstrom  fiir eine 50-Hz- schicht-  spannung widerstand
sperr- spannung schaltung mit bei Halbwelle, tem- bei
spannung Wider- @< ausgehend von peratur lgp=2A
gta_nds[ast f>15Hz Ti =25°C
ei
Ty =50°C
bei Riny
Urem V UpsuV_ lrav A _ Irrm A lesm A Ti°C UV _IrpA UV grd/W
1S 2,5-100 150 350 2,5 25 50 150 << 13 __< 5 150 < 28
1S 2,5-200 300 5{]0 _2.5 25 50 B 150 <13 _< 5 300 < 28
IS 2,5-400 600 €00 25 25 50 150 < 1_.3 _<5 600 < 28_ -
IS 2,5-800 1200 1400 25 25 50 150 <13 <5 1200 <28
B 40 C 600, B 80 C 600, B 40 C 3200-2200, B 80 C 3200-2200 B 40 C 5000-3000, B 80 C 5000-3000 IS 25...

B 125 C 600, B 250 C 600

Kunststoffgehause
Gewicht ca. 1,4 g

—— 20— 5
w
+ o~ o = '-i
2 - 02
1 =
5|5 |5
MaBe in mm

Kunststoffgehduse
Gewicht ca. 18 g
Befestigungsschelle Nr. Si 23-1300-24 s. S. 57

fe——— 40—y 10
¥
5]
* + o = 1
S i
- o S
£ ¢ ER
I E 1
1
—={ 10 el 75 08¢

B 40 C 7500-5000, B 80 C 7500-5000
Kunststoffgehause

Gewicht ca. 26 g

Befestigungsschelle Nr. Si 17-1300 s. S. 57

je—— 30—

08¢

,

mit Kihlkérper
Gewicht ca. 35 g
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Si-Gleichrichter

Si-Gleichrichter 400 mA bzw. 1 A im Kunststoffgehduse 3 ¢ X 6,35

Typ Grenzwerte Kennwerte bei Ti = 259C
ITT- JEDEC- periodische  Nennstrom in Einwegschaltung periodischer  StoBstrom Sperr-  DurchlaB- Sperrstrom Warme-
Bezeich- Bezeich- Spitzensperr- mit Widerstandslast bei Spitzenstrom  fiir eine 50-Hz- schicht- Spannung widerstand
nung nung spannung Ty=45° T, = —65 T, =100°C bei Halbwelle tem- bei
.. 4+75°C ;9}4145’-0;2 egﬁgehend peratur I =1A
TL 2500 (I =04A)
bei
B Urrm V leav A Ieav A leav A Terma A Tesm A T,°C  UrV le A UpV Riwu grd/W
1P643 — 50 0,4 — — 2 15 150 (<1) <5 50 < 60
1P644 -~ 100 0,4 — —_ 2 15 150 (<1) <5 100 < 60
1P645 — 225 0,4 —_ _ 2 15 150 (<1) <5 225 < 60
1P646 — 300 0,4 —_ —_— 2 15 150 (< 1) <5 300 < 60
1P647 ~— 400 0.4 — —_— 2 15 150 (<1) <5 400 < 60
1P649 — 600 0,4 —_ _ 2 15 150 (< 1) <5 600 < 60
s 1 N 4001 50 —_ 1 0,75 10 50 175 <1,1 <5 50 < 60
EM 501 1N 4002 100 — 1 0,75 10 50 175 <1,1 <5 100 < 60
EM 502 1N 4003 200 — 1 0,75 10 50 175 <14 <5 200 < 60
EM 504 1N 4004 400 _ 1 0,75 10 50 175 <11 <5 400 < 60
EM 506 1N 4005 €00 — 1 0,75 10 50 175 < 1,1 <5 600 < 60
EM 508 1N 4006 800 —_ 1 0,75 10 50 175 <11 <5 800 < 60
EM 510 1 N 4007 1000 _— 1 0,75 10 50 175 <11 <5 1000 < 60
EM513 — 1300 —_ 1 0,75 10 50 175 <141 <5 1300 < 60
Si-Gleichrichter 1 A im Glasgehduse DO-29
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T-I =25°C
’ periodische Nennstrom in Einwegschalt. periodischer StoBstrom Verlustleistung Sperr- DurchlaB- Sperrstrom Wérme-
Spitzensperr- mit Widerstandslast Spitzenstrom  fir eine in schicht- spannung widerstand
spannung bei bei 50-Hz- Sperrichtung tem- bei
TU = —65 Ty=150°C 6 < 40° Halbwelle bei peratur lg=1A
L. +100°C f>15Hz ausgehend T; = 25 °C
jlf'ion=25°C t<<20 us t << 100 us
bei
UsnV  JavA  leavA  ImA  liswA  PesukWPesukW Ti°C UV lpuA UV RuygrdW
1 _N_4383 200 1 03 10 50 1 05 175 <1 <l 10 200 _< 80
1N 4384 _400 '_I__ 0_,3 10 50 1 0,5 175 <1 <10 400 <80
1N4385 600 1 03 10 50 1 05 175 <1 <10 600 <80
1 N 4585 800 1 0,3 10 50 1 05 175 - < 1 __<_ 10 _800_ < 80_
1 N 4586 1000 1 0,3 10 50 1 0,5 175 <1 <10 1000 <80
Schnelle Si-Gleichrichter 1,2 A im Kunststoffgehause = DO-13
Typ Grenzwerte Kennwerte bei Ti =25°C
periodische Nennstrom in StoBstrom Sperr- DurchlaB- Sperrstrom DurchlaB- Sperrverzug Waérme-
Spitzensperr- Einwegschaltung fiir eine 50-Hz- schicht-  spannung verzug beim Um- widerstand
spannung mit Widerstands- Halbwelle tem- bei bei schalten von
last bei ausgehend von peratur ip=3A Iz = 100 mA g = 10 mA
T, =50°C Ti:25°c auf Iy =10 mA
bis Ip =1 mA
bei
Urrm V leav A Tesm A T,°C UV I uA UgV tir us ter 1S Riwu grd/W
BY 196 100 1,2 70 150 { 13 <_£} 109_ <l - < 05 _< 60
BY 197 200 12 70 150 <13 <10 200 <1 <05 <60
BY 198 400 1,2 - 70 lSE_ _< 1,3_ <10 400 <1_ ) <05 < 60
BY 199 800 1,2 70 150 <13 <10 800 <1 <05 < 60
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Si-Gleichrichter

Si-Gleichrichter 1...4 A in Metall- oder Kunststoffgehduse

Typ Grenzwerte Kennwerte bei Ti =25°C
period. StoB- Nennstrom in Einwegschaltung period. StoBstrom Sperr- DurchlaB-  Sperrstrom Warme-
Spitzen-  spitzen-  mit Widerstandslast bei T, = 50 °C Spitzen- fiir schicht-  spannung wider-
sperr- spannung  ghne mit mit Kiilhl- mit Kahl- Strom eine 50-Hz- tem- ei stand
spannung Kiihl- Kihlblech kérper Kkérper bei = Halbwelle peratur IF =2A
fliche  Al10x10cm?KL 155 KL 55  ©.<40 ausgehend
% 2 mm f>15Hz von
T, =25°C Ry
bei (Ring)
_ Urem V' UpsmV  IravA  Irav A Irav A Irav A Trrm A Irsm A T;°C UrV lr A UrV grd/wW
BYY 31 150 200 1 —_ — —_ 10 50 150 <_1_,§_ <5 150 <60
BYY 32 300 400 5| — —_— — 10 50 150 <13 <5 300 <60_
BYY 33 450 600 :| — = — 10 50 150 <13 <5 450 - <60
BYY 34 600 800 1 = —_ —_ 10 50 150 < 1,3 <5 600 <60
BYY35 750 1000 1 — —_ — 10 50 150 <13 <5 750 < 60
BYV:a8: 00 den W e e e i S0 U sl S6 B0 s 80
BYY 37 1050 1400 di = —_— — 10 50 150 <13 <5 1050 <@ )
BYY8 150 200 1 28 25 4 10 50 150 <13 <5 150 (<5
BYY 89 300 400 1 28 2,5 4 10 50 150 <_1 3 <_ 5 300 (< 5) )
BYY% 600 800 1 a8 &5 & A% 2 S0 1% <13 <5 600  (<§)
BYY91 1200 1400 1 28 2,5 4 10 50 150 <13 <5 1200 (<5)
BYY 92 1600 2000 1 28 25 4 10 50 150 <13 <5 1600 (<5)
BY134 600 80 1 — — — 10 50 150 <13 <5 650 <60
BY 135 150 200 1 — — — 10 50 150 <13 <5 150 < 60
Si-Netzgleichrichter 1 A fiir Einwegschaltung mit Ladekondensator (Fernsehgleichrichter)
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T; = 25 °C
Nenn- period. StoB- Menngleich- period. StoBstrom  Lade- Schutz- Sperr-  DurchlaB- Sperrstrom Warme-
anschluB- spitzen-  spitzen-  strom bei  Spitzen-  fiir kondensator widerstand schicht- spannung wider-
spannung sperr- spannung Einweg- strom eine 50-Hz- tem- bei stand
spannung schaltung bei Halbwelle peratur | =2A
u. Ladekon- © < 40°  ausgehend
densator u. f>15Hz von
Ty = 50°C T, =25°C
bei
) _UN gH_\J_'_ g_n_k.i\,j_v Ug_sM_\_o" ) _{F,qvi J'FRM_A esm A Ct uF Rf_Q Ti °_C UsV  lruA UR_V Ry grd/W
_BY 103 240 1300 1600 i 10 50 < 500 > 150 <13 < 5__‘!300_<___60 N
BY 133 240 1300 1600 1 10 50 < 500 > 27 150 <13 <5 1300 <60

EM 501...EM513
1N 4001...1N 4007
1P643...1P 649

1N 4383...1N 4586

Kunststoffgehduse 3 ¢ x 6,35

56 A 2 nach DIN 41 883
Gewicht ca. 0,4 g

max.305 ¢

Katoden-
Kennzeichen

08 ¢

I

MaBe in mm

l#+—min. 26 m

Glasgehause DO-29
Gewicht ca. 0,4 g

!
5] 1
£ -
E max 1‘5‘
‘—- -—
@ |
H H
E
f Katoden-
o Kennzeichen
g |l
L]
| ' -ELB

BYY 31...37, BY 103

Metallgehduse DO-13
56 A 2 nach DIN 41 883
Gewicht ca. 14 g

BYY 88...BYY 92

Metallgehduse 101 A
nach DIN 41 885
Gewicht ca.6g

BY 133...BY 135

BY 196...BY 199

2

Kunststoffgehduse =~ DO-13

56 A 2 nach DIN 41 883
Gewicht ca. 06 g

) 1 [|
J ¥ |
S |
w
£ A I
L S s e 8
# °N‘ © > max.® fe- E
[=] » r
=] ]
L] St
3] % -
% Katode
‘E i Katode
08%:005
vy %% 1
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Zubehor

Zubehdrsatz Nr. 3 Glimmerscheibe Isolierbuchse
bestehend aus

1 Glimmerscheibe Nr. 02 311
2 Isolierbuchsen Nr. 02 321 aus Polycarbonat

- 282 ——f

39—

zur isolierten Montage von Transistoren
in Gehduse TO-3 (DIN 3 A 2)

Gewicht des Satzes ca. 0,35 g

Zubehirsatz Nr. 9 Glimmerscheibe Isolierbuchse
bestehend aus

1 Glimmerscheibe Nr. 02 911
2 Isolierbuchsen Nr. 02 321 aus Polycarbonat

e—— 206

1
1

05¥
}
H

o 9o

zur isolierten Montage von Transistoren
in Gehéduse SOT-9 (DIN9 A 2)

Gewicht des Satzes ca. 0,3 g

| eslon-

Zubehérsatz Nr. 51 Isolierbuchse
bestehend aus

1 Isolierbuchse Nr. 12 323 aus
glasfaserverstarktem Polyamid
1 Glimmerscheibe Nr. 12312 (4,1/14,5 ¢ x0,05)

zur isolierten Montage von Si-Leistungs-Z-Dioden
der Serien ZL ...und ZX...

Gewicht des Satzes ca. 0,15 g

Zubehdrsatz Nr. 52 Isolierbuchse
bestehend aus e
1 Isolierbuchse Nr 11323 aus i S

glasfaserverstéarktem Polyamid o
1 Glimmerscheibe Nr. 11 312 (5,1/14,5 ¢ x 0,05) "'+ —+ |

4 oy
zur isolierten Montage von f T
Si-Gleichrichtern BYY 88...BYY 92, BY 189 und BY 190, L o
1

sowie von Thyristoren T3N.COO
Gewicht des Satzes ca. 0,13 g

MaBe in mm
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Zubehor

Kiihlkappe Nr. 00 409 fiir Geh&duse TO-18

Befestigungsschelle fiir Referenzelemente
und Referenzverstéirker

wird mit jedem Referenzelement und Referenzverstarker
kostenlos mitgeliefert.

Material: Bronzeblech, vernickelt

Gewichtca. 1 g

Befestigungsschelle Si 23-1300-24

fiir Gleichrichter B 40 C 3200-2200
und B 80 C 3200-2200

Material: Stahlblech, vernickelt

Gewicht ca. 25 g

Befestigungsschelle Si 17-1300

fir Gleichrichter B 40 C 5000-3000, B 80 C 5000-3000,
B 40 C 7500-5000 und B 80 C 7500-5000

Material: Stahlblech, vernickelt
Gewicht 35 g

L
510
L
| f

- 67 e

o

-»-—-12—!-*

4
L
w
[]

35 04 dick

— 10 =

MaBe in mm




'Zubehér

Kiihistern KS 1 fiir Geh&duse TO-39
Material: Berylliumbronze, schwarz lackiert
Gewicht ca. 2 g

Warmewiderstand des Kiihisterns gegen umgebende Luft
Rk = 46 grd/W

Kiihlkérper KL 5-5 mit M-5-Gewindeloch
passend fir Gleichrichter BYY 88...BYY 92, BY 189, BY 190
und Thyristoren T 3 N.COO

Material: Al-DruckguB
Gewicht ca. 100 g

Wérmewiderstand des Kiihlkdrpers gegen umgebende Luft
Rink = 5grd/W

Kiihlkdrper KL 15-5 mit M-5-Gewindeloch
passend fir Gleichrichter BYY 88. .. BYY 92, BY 189, BY 190
und Thyristoren T3 N. COO

Material: Al-DruckguB
Gewicht ca. 26 g

Warmewiderstand des Kiihlkorpers gegen umgebende Luft
Rk = 15 grd/W

Kiihlkdrper KL 15-4 mit M-4-Gewindeloch
passend fir Z-Dioden der Reihen ZL...und ZX...

Material: Al-DruckguB
Gewicht ca. 26 g

Warmewiderstand des Kihlkdrpers gegen umgebende Luft
Rink = 15 grd/W
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Nahere Auskunfte
uber das
INTERMETALL-
Lieferprogramm
erteilen auch die
Geschaftsstellen der

ITT Bauelemente Gruppe
Europa
Standard Elektrik Lorenz AG

1 Berlin 15
Kurfiirstendamm 64
Tel. (0311) 883 80 76
Telex 01-83888

28 Bremen 1
BahnhofstraBe 28-31
Tel. (0421) 31 41 89
Telex 02-45 846

4 Diisseldorf
StresemannstraBe 18
Tel. (0211) 32 93 56/57
Telex 08-582 572

6 Frankfurt
SavignystraBe 49
Tel. (0611) 7 43 81
Telex 04-16 415

78 Freiburg
HindenburgstraBe 20
Tel. (0761) 31599
Telex 07-72 434

3 Hannover
Vahrenwalder Str. 12-14
Tel. (0511) 62 30 31
Telex 09-23 186

8 Miinchen 90

ReginfriedstraBe 13
Tel. (0811) 69 59 01

85 Niirnberg 2
Trebnitzer StraBe 76
Tel. (0911) 801 05
Telex 06-23 372

7 Stuttgart
Theodor-Heuss-StraBle 34
Tel. (0711) 200 32 50
Telex 07-21 277

INTERMETALL-Bauelemente

kaufen Sie

zu Fabrikpreisen

und ab Lager
direkt bei den

INTERMETALL-Distributoren

Walter Dandhl

1 Berlin 30
KeithstraBe 26

Tel. (0311) 261 15 86
Telex 01-83 208

Miitron Miiller & Co. KG
28 Bremen

BornstraBe 22

Tel. (0421) 3104 85
Telex 02-45 325

Hans Hager Ing. KG
46 Dortmund
Heiliger Weg 60
Tel. (0231) 5791 31
Telex 08-22 398

SPOERLE
ELECTRONIC

6079 Sprendlingen/Frankf.

Otto-Hahn-StraBe 1
Tel. (06103) 6 20 31
Telex 04-15 095

Retron GmbH

34 Gottingen
Rodeweg 20

Tel. (0551) 6 40 01-8
Telex 09-67 33

Walter Kluxen
Werksvertretungen
2 Hamburg 1
NordkanalstraBe 52
Tel. (0411) 248 91
Telex 02-162 074

Ing. Theo Henskes (VDE)
3 Hannover-Linden 1
Badenstedter StraBe 9
Tel. (0511) 440213
Telex 09-23 509

Biirger KG

5 Kdin 1

Salierring 43

Tel. (0221) 2339 18
Telex 08-882 650

SASCO GmbH
8011 Putzbrunn b.Minchen
Hermann-Oberth-StraBe 16
Tel. (0811) 46 40 61
Telex 05-29 504

Gustav Beck KG

85 Nirnberg
PraterstraBe 32

Tel. (0911) *26 89 47
Telex 06-22 334

Dima-Elektronik

Karl Manger KG

7 Stuttgart-Vaihingen
Robert-Leicht-StraBe 43
Tel. (0711) 73 40 59
Telex 07-255 642




